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Curriculum Vitae et Studiorum

STUDI COMPIUTI E TITOLI CONSEGUITI

1. descrizione del titolo: Dottorato di Ricerca - settore Fisica (VIII ciclo)
Esame finale sostenuto c/o I'Universita di Bologna in data 09/10/96
documento: certificato rilasciato dall’Universita degli studi di Bologna in data 17/10/96 Reg. n.
504
periodo di attivita: iscrizione e frequenza del Corso di Dottorato dal 01/11/92 al 31/10/95
documento: certificato del 07/12/94 dell’Universita degli studi di Ban

2. descrizione del titolo: Laurea in Fisica
Conseguita in data: 17/ 07/91 presso I'Universita degli studi di Lecce
Con votazione: 110/110
documento: certificato numero registro: CE20030038004000152 del 01/09/2004
rilasciato dall'Universita degli studi di Lecce
periodo di attivita: iscritta al C.L. in Fisica dal A.A. 86/87 al A.A. 90/91

3. descrizione del titolo: “Certificate” di perfezionamento della lingua inglese
conseguito a seguito della frequenza e superamento dell’esame finale di un Corso di
perfezionamento della lingua inglese all'estero
durata: 3 settimane, dal 31/07/90 al 20/08/90
sede di Londra dell'International House Hastings,
documento: attestato "Certificate" della International House Hastings, ILC-group firmato dal
Direttore del Corso e dal Direttore della Scuola

FUNZIONI SVOLTE

1. descrizione del titolo: “Visiting Scientist” presso istituzione straniera
attivita: ricerca all’estero su invito del Prof. Akihiko Yoshikawa, Direttore del gruppo di Photornics
- Electron and Photon System, del Department of Electronics and Mechanical Engineering
dell’Universita di Chiba, Giappone
data: 27 settembre - 7 ottobre 1998
luogo: Chiba University, Chiba, Japan
Nella sua lettera il prof. A. Yoshikawa sottolinea 'interesse ad invitare la Dott.ssa Prete che
considera esperta del settore ed autore di una serie di articoli a suo giudizio eccellenti.
documento: lettera di invito del Prof. Akihiko Yoshikawa del 13/08/98

2. descrizione del titolo: ricercatrice CNR
poiché vincitrice del Concorso per ricercatore CNR bando n. 310.2.38 di IIi livello professionale -
profilo ricercatore - area disciplinare (2.2) Struttura della Materia, assume servizio il giorno 2
marzo 1998 presso I'Istituto per lo Studio di Nuovi Materiali per 'Elettronica (IME) di Lecce.
documento: delibera CNR n. 702.817.97 e comunicazione prot. n. 1631211 del 16/02/1998 del CNR

3. descrizione del titolo: “Visiting Scientist” presso istituzione straniera
attivita: ricerca all’estero presso 1'Optoelectronic Materials Research Laboratory (OMRL) del North
East Wales Institute (NEWI) di Wrexham (UK), adesso Glyndwr University,
in qualita di "Visiting Post Doctoral Research Assistent”
sotto la direzione scientifica del prof. Stuart J.C. lrvine



periodo svolto: 1 anno, dal 01/09/96 al 31/08/97

attivita’ di ricerca: studio del processo di crescita MOVPE mediante tecniche di monitoraggio in-
situ quali la riflettometria laser (RL) e la riflettanza anisotropa (RAS). In particolare, la ricerca ha
riguardato:i a) studi sulla cinetica di crescita pirolitica e foto-assistita sia dello ZnSe intrinseco che
drogato pér dispositivi emettitori nel blu e b) studi sulla nucleazione del CdTe su substrati di
zaffiro.

documento; relazione sull’attivita svolta firmata dal prof. S.J.C. Irvine in data 01/09/97 corredata
di traduzmhe ufficiale del Consolato d’Italia a Manchester

4. descrizione del titolo: attivita di ricerca post-doc
periodo: dal 01/11/95 al 31/08/96
attivita di ricerca sulle etero strutture epitassiali svolta presso il Dipartimento di Scienza dei
Materiali déll’Universita di Lecce, lavorando nel “Gruppo di Ricerca Semiconduttori” dell' INFM.
documento: dichiarazione del 11/09/09 firmata dal direttore dell'Unita INFM di Lecce, prof.ssa
Anna Maria Mancini

5. descrizione del titolo: esperienza lavorativa c/o la societa IBM SEMEA S.p.A.
titolo: assunzione con contratto di formazione e lavoro dalla societa IBM come assistente
sistemista del Centro Sviluppo Software Applicativo di Bari
durata : dal 01/01/92 al 09/10/92
documento: dichiarazione dell'TBM SEMEA S.p.A. del 04/06/96

INCARICHI RICOPERTI

1. descrizione del titolo: incarico di associazione scientifica
descrizione: incarico di associazione scientifica quale ricercatore dipendente da altro Ente
nell’'ambito del Gruppo 5, presso la Struttura INFN di Lecce
periodo: 1 anno, dal 01/01/2004 al 31/12/2004
documento: Doc. Gen, 1467/2003 dell'INFN e comunicazione prot. n. 1932 del 29/01/04 firmata
dal Presidente INFN prof. Enzo larocci

2. descrizione del titolo: incarico di associazione scientifica
descrizione: incarico di associazione scientifica quale ricercatore dipendente da altro Ente
nell’ambito del Gruppo 5, presso la Struttura INFN di Lecce
periodo: 1 anno, dal 01/01/2003 al 31/12/2003
documento::Doc. Gen. 1391/01 dell'INFN e comunicazione prot. n. 3026 del 11/02/03 firmata dal
Presidente INFN prof. Enzo larocci :

FORMAZIONE SCIENTIFICA
1. Borse di studio

1. descrizione del titolo: Vincitrice borsa di studio
borsa di studio biennale bandita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Legge 01/08/88 n. 326 -
Bando n. 224.02.5 del 14/12/95, Codice 21.02.01 per l'assegnazione di n. 6 borse di studio per il
Comitato Nazionale per le Scienze Fisiche per il settore: "Fisica della Materia") di cui i primi 8 mesi
(01/01/97-31/08/97) fruiti all’estero presso 1'Optoelectronic Materials Research Laboratory
(OMRL) del North East Wales Institute (NEWI) - adesso Glyndwr University - ed i successivi
presso |'Istituto per lo studio di nuovi Materiali per I’Elettronica (IME) del CNR. '

: X




Periodo di attivita: dal 1 gennaio 1997 al 1 marzo 1998 (essendo dal 2 marzo 1998 Ricercatrice III
liv. del CNR)

Documento: comunicazione di vincita del CNR pos. 225.1677 prot. n. 117348 del 23/10/96 e
dichiarazione di fruizione del Dip.to Personale del CNR pos. 225.1677 022881 del 06/06/2000

2. descrizione del titolo: Vincitrice borsa di studio post-doc
della Fondazione «Angelo Della Riccia» per ricerche avanzate nel campo della Fisica dei
semiconduttori e per un periodo di soggiorno presso istituzioni straniere.
data: Anno Accademico 1995/96
fruita da agosto 1996 in qualita di Visiting Post Doctoral Scientist presso 1'Optoelectronic Materials
Research Laboratory (OMRL) del North East Wales Institute (NEWI) - adesso Glyndwr University
- di Wrexham (UK) diretto dal Prof. Stuart Irvine.
importo: Lit. 18.000.000
documento: dichiarazione della Fondazione del 10 maggio 2000 firmata dall’Amministratore
Delegato, Dr. Vieri Chiariotti

3. descrizione del titolo: Vincitrice borsa di studio della societa IBM SEMEA 5.p.A.
titolo: borsa di studio della societa IBM, vinta a seguito di concorso per esami scritti e orali
durata :dal novembre 1991 al marzo 1992
attivita: Corso di Istruzione a Novedrate (CO)
Durante tale corso approfondisce le conoscenze informatiche nel settore della progettazione e
realizzazione di procedure scientifiche su sistemi centrali e distribuiti perfezionando al contempo
svariati linguaggi di programumazione di uso scientifico

IL. Scuole, Seminari e Corsi di alta formazione scientifica

1. descrizione del titolo: TUTORIAL
evento: - TUTORIAL C/D: 2011 MRS Spring Meeting and Exhibit,
titolo: "Solar Photovoltaics - Materials, Devices Fundamentals, and Manufacturing Considerations"
luogo: Moscone West Convention Center - San Francisco, California, USA
periodo: April 25 - 29, 2011
documento: certificato di partecipazione rilasciato dalla segreteria del Congresso

2. descrizione del titolo: Scuola Internazionale
evento: NanoCharM Summer School
titolo: "1st European School on Ellipsometry "
luogo: Ostuni (Brindisi), Italia
periodo: 21-26 settembre 2008
documento: certificato di partecipazione firmato dal Direttore della Scuola

3. descrizione del titolo: Corso di Formazione
titolo 1: "Basic mechanisms of MOVPE",
docente: dr. M.R. Leys, IMEC vzw, Leuven (Belgium)
titolo 2: "In-situ characterisation tools for MOVPE"
docente: prof. SJ.C. Irvine, University of Wales, Bangor (UK)
titolo 3: "Optical characterisation of materials and heterostructures tools for MOVPE"
docente: prof. B. Monemar, Linkdping University, Linkdping (Sweden)
Corso tenuto nell’ambito del EW-MOVPE X (8-11 giugno 2003) svoltosi a Lecce, Italia
sede corso: Grand Hoetel Tiziano, Lecce
periodo: 8 giugno 2003



durata: 6 ore
documentoﬁ: certificato di frequenza del corso del 11/06/2001 firmato dal Chairman della
Conferenza

4. descrizione del titolo: Corso di Formazione
titolo: "Environmental issues in MOVPE"
docenti: N. ;Proust {Thales), S. Rushworth (Epichem), E. Majoor (Akzo Nobel), ed altri
tenuto nell’ambito del EW-MQVPE IX (10-13 giugno 2001), svoltosi al North East Wales Institute di
Wrexham, North Wales (UK)
sede corso: Room B26, NEWI
periodo: 13-14 giugno 2001
durata: 6 ore
documento: certificato di frequenza del corso del 14/06/2001 firmato da Haydn Hughes della
segreteria della Conferenza

5. descrizione del titolo: Scuola Internazionale
evento: XI Scuola Mediterranea
titolo: "Physics and Technology of N anostructures”,
luogo: Villaggio Serra degli Alimini 1, Otranto (Lecce), Italia
periodo: dal 3 al 9 settembre 1995
documento: certificato di partecipazione del 09/09/95 firmato dal Direttore della Scuola, prof. R.
Cingolani

6. descrizione del titolo: Workshop
evento: Memorial Workshop for Prof. Carmelo De Blasi
titolo: "Microstructural and Microanalytical Characterization Technique in Materials Science”
luogo: Universita di Lecce
periodo: 23-24 febbraio 1995
documento: certificato di partecipazione del 24/02/95 firmato dal Comitato organizzatore
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione

7. descrizione del titolo: Workshop
evento: "Workshop on Non-linear Electromagnetic Interactions in Semiconductors”,
presso ['International Centre for Theoretical Physics (LCTP) di Trieste, dove presenta un
contributo orale dal titolo: "Lasing mechanisms in Zn;..Cd.Se/ZnSe MQW structures”.
periodo: 1-10 agosto 1994
documento: certificato di partecipazione del 07/06/95 firmato dal Service Officer dell'LC.T.P., dr.
C. Cernitori

8. descrizione del titolo: Scuola Internazionale di Scienza e Tecnologia dei Materiali
evento: 28t Course of the International School of Materials Science and Technology: "Confined
Electrons and Photons: New Physics and Devices",
luogo: Erice Majorana Center dove presenta un contributo dal titolo: .
"Thermal strain effects on the excitonic states in GaAs/AlGa;As multiple quantum wells".
periodo: dal 13 al 26 luglio 1993
documento: certificato firmato dal Direttore del Corso, Prof. Claude Weisbuch

9. descrizione del titolo: Scuola Internazionale
evento: 18° Corso del Seminario Tecnico-Scientifico dell'University degli Studi di Lecce
titolo: "I Rivestimenti Ceramici: Sviluppo ed Applicazioni"
luogo: Castro Marina (LE), Italia




periodo: 16-21 settembre 1991
documento: certificato del 21 settembre 1991 firmato dalla Segreteria del Corso, Dott. Dario De

Pascalis

10. descrizione del titolo: Scuola Internazionale
evento: 17° Corso del Seminario Tecnico-Scientifico dell'Universita degli Studi di Lecce
titolo del Corso: "Film Sottili per 1'Ottica”,
luogo: Castro Marina (LE), Italia
periodo: 9-14 settembre 1991
documento: certificato del 14 settembre 1991 firmato dalla Segreteria del Corso, Dott. Dario De
Pascali

11. descrizione del titolo: Scuola Internazionale
evento: 15° Corso del Seminario Tecnico-Scientifico dell Universita' degli Studi di Lecce
titolo Corso: "Materiali Ceramici Avanzati”,
luogo: Serra Alimini 2, Otranto (LE), Italia
Periodo: dal 4 al 15 settembre 1990
documento: certificato del 15 settembre 1990 firmato dalla Segreteria del Corso.

ATTIVITA SCIENTIFICA

1. descrizione attivita di ricerca: lattivita di ricerca della Dott.ssa Paola Prete
riguarda la fisica e la tecnologia dei semiconduttori composti 1I-V e TI-VI per l'opto-
elettronica, il fotovoltaico ed i rivelatori di radiazioni X/Gamma, con particolare riguardo
Alla fabbricazione e le proprieta fisiche di etero- e nano-strutture basate su tali
semiconduttori.

Nei primi anni di attivita (decennio 1992-2001) la ricerca si  concentrata, prevalentemente,
sullo studio dell'epitassia mediante MOVPE di semiconduttori composti II-VI a larga gap
per l'applicazione ai dispositivi laser ad emissione nel blu-verde e la caratterizzazione
delle loro proprieta strutturali, clettroniche e radiative mediante tecniche di spettroscopia
ottica. Tra le strutture investigate vi sono i sisterni a ridotta dimensionalita - supereticoli e
strutture a 'Mutiple Quantum Wells' - a base di ZnCdSe /ZnSe, ZnSSe/ZnSe e
ZnMgSe/ZnSe. Pit1 di recente (dal 2002 ad oggi) l'attivita si & concentrata, da un lato sullo
studio di materiali II-VI per l'applicazione ai rivelatori di radiazione X/Gamma (CdTe,
CZT), dall'altro sulle tecnologie di ‘self-assembly’ di nanoparticelle e nanostrutture di
metalli (Au) e semiconduttori composti -V e lo studio delle loro proprieta chimico-
fisiche, strutturali, ottiche ed elettroniche.

Di particolare rilievo, le ricerche sulla crescita MOVPE e la caratterizzazione di nanofili ed
eterostrutture quasi 1-dimensionali a base di GaAs-AlGaAs di interesse per la sensoristica,
la nano-elettronica, la fotonica ed il fotovoltaico di TII Generazione. Nell'ambito di tali
tematiche le competenze scientifiche della dott.ssa P. Prete riguardano sia l'applicazione
della tecnologia MOVPE alla crescita di etero- e nano-strutture di semiconduttori composti
ILVI e II-V, sia la caratterizzazione delle loro proprieta fisiche, fisico-chimiche e
morfologiche, attraverso l'impiego di tecniche di caratterizzazione ottica (spettroscopie di
luminescenza ed assorbimento), microscopia elettronica (SEM) ed a forza atomica (AFM),
di diffrazione di raggi-X (XRD} e mediante misure elettriche (effetto Hall).



IDONEITA A CONCORSI

1. descrizione del titolo: idoneita al Concorse CNR per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 64 c.
1 lett. b) del CCNL 1998-2001, per complessivi duecentosettantasette posti per il profilo
professionale di Primo Ricercatore - II livello — da assegnare al personale dipendente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Area disciplinare "Scienze Fisiche" (n. 27 posti)
Classificata nella graduatoria di merito al posto n. 69° con punti 70,5/100
di cui: titoli:50.5 /100, prova orale 15/15, punti di anzianita 5
documento: provvedimento CNR N. 0051905 del 13/07/2006

2. descrizione del titolo: superamento di una valutazione comparativa per posti da
Professore Universitario di ruolo di II fascia
titolo: valutazione comparativa per n.1 posto di Professore di II Fascia (III tornata 2000)
per il Settore Scientifico Disciplinare B03X denominato “Struttura della Materia”
presso la Facolta di Scienze mm. £f. nn. dell'Universita degli studi di Lecce
giudizio collegiale nella valutazione dei titoli presentati: buono
giudizio collegiale nella prova didattica sostenuta: buono
documento: lettera di trasmissione dei verbali del concorso prot. n. 17835 del 12/09/01
dell'Universita di Lecce Uff. Concorsi /MDP

3. descrizione del titolo: superamento di una valutazione comparativa per posti da
Professore Universitario di ruolo di I fascia
titolo: valutazione comparativa pubblica per n.1 posto di Professore di Il Fascia (I tornata 2000)
per il Settore Scientifico Disciplinare BO1A denominato “Fisica Generale”
presso la Facolta di Scienze mm. ff. nn. dell'Universita degli studi di Lecce
giudizio collegiale nella valutazione dei titoli presentati: ottimo
giudizio collegiale nella prova didattica sostenuta: ottimo .
documento: trasmissione del D.R. n.3125 del 26/10/01 di approvazione atti con lettera prot. n.
23092 del 22/11/01 dell’Universita di Lecce Uff. Concorsi/MDP

4. descrizione del titolo: idonea concorso per una borsa di studio
n.8 borse di studio bandite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando n. 201.02.49 del
12/07/95, Codice 21.02.03) per l'assegnazione di n. 8 borse di studio per il settore: "Fisica della
Materia".
documento: comunicazione di idoneita del CNR pos. 201.02.49 prot. n. 036343 del 15/04 /96

5. descrizione del titolo: idoneita al Concorso dellIstituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN)

titolo: idoneita al Concorso INEN (Bando n. 3484/ 92, G.U. n. 37, IV Serie Speciale del 12/05/92)
relativo ad un posto di sesto livello professionale con profilo di collaboratore tecnico E. R. presso
la Sez. INFN:di Lecce.
Documento:: deliberazione n. 2776 della Giunta esecutiva del/INFN del 13/11/92 relativa
all'approvazione della graduatoria di merito del concorso e certificato prot. D/292/95 del
07/11/95, firmato dal Direttore della Sezione di Lecce, Prof. Sergio Petrera

6. descrizione del titolo: idonea concorso per una borsa di studio
n.1 borsa di studio bandita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando n. 224.02.4 del 31/12/ 91,
Codice 24.02.10) nel raggruppamento “Problematiche di Elettromagnetismo ed Ottica”,
classificandosi al 2° posto nella graduatoria di merito.
documento: comunicazione di idoneita del CNR pos. 224.02.4 prot. n. 122160 del 12/10/92
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ATRI TITOLI DI MERITO: Borse di studio vinte ma non fruite per sovrapposizione con altre

1. descrizione del titolo: Vincitrice borsa di studio
borsa di studio CNR-NATO ADVANCED (Bando n. 215.29.02 del 16/05/96 per l'assegnazione di
1. 56 borse di studio (di cui n. 9 per il Comitato Nazionale per le Scienze Fisiche)
durata: 11 mesi, da usufruirsi presso il North East Wales Institute (NEWI) di Wrexham (UK) sotto
la direzione del prof. Stuart Irvine.
Documento: comunicazione di vincita del CNR pos. 216.1943 prot. n. 0294428 del 03/04/97

2 descrizione del titolo: Vincitrice borsa di studio
borsa di studio in Fisica della materia condensata bandita dall'Istituto Nazionale di Fisica della
Materia (Bando n. 22 del 21/06/1995) per svolgere attivita di ricerca presso i Laboratori per Alti
Campi Magnetici di Nimega (Olanda)
documento: comunicazione di vincita dell’INFM a firma di Manuela Arata a mezzo telegramma n.
03117700244836 del 14/11/95 ore 11.54

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

Ha conseguito ' Abilitazione Scientifica Nazionale
Bando 2012 (DD n. 222/2012)

Settore Concorsuale 02/B1 - 11 Fascia

Validita Abilitazione: dal 11/12/2013 al 11/12/2017



£3) attivita di docenza svolta in Italia

1. Incarico di docenza Master di formazione post-universitario
tipologia di corso: Master di formazione
descrizioné: docenza nel quadro delle attivita di formazione del Progetto TEDAT
(PONa3_00373) del'’ENEA
materia di insegnamento: Spettroscopia ottica
attivita svolta: docenza per il Master del Progetto P.O.N. RICERCA E COMPETITIVITA' 2007-2013 -
Asse 1 “Sostegno ai mutamenti strutturali” - Azione 1 "Interventi di rafforzamento strutturale” dal titolo:
Centro di Eccellenza per le Tecnologie e la Diagnostica Avanzata nel settore dei Trasporti (Centre of
Excellence for Technology and Advanced Diagnostics in the Transport Sector) - TEDAT dell’'ENEA
Brindisi.
descrizione: TEDAT ha la finalita di rafforzare e consolidare ' utilizzo delle infrastrutture esistenti per la
ricerca € lo sviluppo e di promuovere il potenziamento delle tecnologie e della strumentazione per i processi,
le analisi e la diagnostica avanzata dei materiali e componenti nell’ambito del settore dei trasporti
(aerospaziale, automotive, ferroviario, navale).
totale ore svolte: 4
periodo attivita: dal 08/07/2013 al 8/07/2013
documento: contratto, Prot. N. ENEA /2013/37165/UTTMATB

2. Incarico di docenza Master di formazione
tipologia di corso: Master di formazione
materie di insegnamento: Moduli di Fisica dei Solidi / Dispositivi Elettronici
attivita svolta: docenza per il Master del Progetto di Formazione per “tecnici e ricercatori esperti
nelle tecnologie microelettroniche e di packaging di dispositivi elettronici innovativi” allegato
al progetto dli ricerca “TASMA - Tecnologie Abilitanti per Sistemi di Monitoraggio Aeroportuale”.
Codice proéetto: PONOQ1_02876,
Partecipanti: Distretto Tecnologico Aerospaziale (in sigla DTA) scarl, Brindisi, Consorzio Optel
Brindisi; Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), del CNR, sede di Lecce,
ore lezioni svolte: 74
periodo attivita: dal 12/07/2012 al 20/12/2013
documento: documentazione disponibile presso il CNR-IMM, unita di Lecce

3. Incarico di Docenza per il Corso di Dottorato
docente del Corso dal titolo: "Tecniche di Analisi in-situ", svolto per i Corsi di Dottorato di Ricerca
in Ingegnerifa dei Materiali dei cicli XVII, XVIII, XIX e XX, Facolta di Ingegneria dell’Universita
degli Studi di Lecce
coordinatore dei Corsi di Dottorato: Prof. Giuseppe Vasapollo
durata: 20 ore di lezione, 38 ore di assistenza agli studenti
periodo di attivita: Anno Accademico 2004 /2005
periodo di svolgimento delle lezioni teoriche: 01/04/05 al 21/04/05
documento: dichiarazione del 18/04/06 firmata dal coordinatore del Dottorato

4. Incarico di Docenza per il Corso di Dottorato
docente del Corso dal titolo: "Tecniche di Analisi in-situ’, svolto per il Corso di Dottorato di
Ricerca in Ingegneria dei Materiali XVI ciclo, Facolta di Ingegneria dell’'Universita degli Studi di
Lecce :
coordinatore del Corso di Dottorato: Prof. Giuseppe Vasapollo
durata: 20 ore di lezione, 38 ore di assistenza agli studenti
periodo di attivita: Anno Accademico 2003 /2004
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periodo di svolgimento delle lezioni teoriche: 01 /03/04 al 31/03/04

documento: dichiarazione del 16/04/04 firmata dal coordinatore del Dottorato

documento: dichiarazione del 13/09/04 firmata dal coordinatore del Corso di Dottorato, Prof.
Giuseppe Vasapollo

5. Incarico di Docenza per il Corso di Dottorato
all'interno del Corso dal titolo: "Preparazione di Materiali e Dispositivi” (di 20 ore), de! Corso di
Dottorato in Fisica XVI ciclo, Facolta di Scienze MM FF NN dell’Universita degli Studi di Lecce
coordinatori del Corso. Prof.ssa Anna Maria Mancini, Dott. Pietro Siciliano
durata: 4 ore
titolo lezioni: "Principi ed applicazioni di epitassia da fase vapore mediante reagenti metallo-
organici”
periodo di attivita: Anno Accademico 2001/2002
periodo di svolgimento delle lezioni: 31 /01/02al01/02/02
documento: comunicazione CNR-IME Lecce prot. n. 32 del 07/01/02
ulteriore documento: registro firmato dal docente coordinatore del Corso e depositato c/o la
Segreteria del Dottorato in Fisica, Dip.to di Fisica dell'Universita di Lecce

6. Incarico di Docenza per il Corso di Dottorato
alllinterno del Corso dal titolo: "Tecnologie di deposizione e preparazione di Materiali e
Dispositivi® (di 20 ore), del Corso di Dottorato in Fisica XV ciclo, Facolta di Scienze MM FF NN
dell’'Universita degli Studi di Lecce
coordinatori del Corso. Prof.ssa Anna Maria Mancini, Dott. Pietro Siciliano
durata: 4 ore
titolo lezioni: "Principi ed applicazioni di epitassia da fase vapore mediante reagenti metallo-
organici”
periodo di attivita: Anno Accademico: 2000/2001
periodo di svolgimento delle lezioni: 25/01/01 al 26/01/01
documento: registro firmato dal docente coordinatore del Corso e depositato c/o la Segreteria del
Dottorato in Fisica, Dip.to di Fisica dell’Universita di Lecce

7. Incarico di docenza Master Universitario
tipologia di corso: Master Universitario
materia di insegnamento: Tecniche analitiche strumentali
attivita svolta: docenza per il Master del Progetto Strategico “Protezione, consolidamento e
pulitura di materiali lapidei caratteristici della Regione Puglia: sperimentazioni di prodotti a basso
impatto ambientale e monitoraggio dei trattamenti”, finalizzato alla formazione di giovani laureati
e tecnici specializzati in “Tecniche di protezione ¢ conservazione dei Beni Culturali” con durata di
750 ore, di cui 255 ore di formazione in aula e 495 di stage in laboratorio; moduli didattici di
insegnamento TAS1-TAS2-TAS3 "Tecniche analitiche strumentali" — Microscopia ottica ¢ UV-
visibile — per complessive 3 ore, Microscopia Elettronica (SEM,ESEM) con microsonda, Diffrazione di
Raggi X- per complessive 4 ore, Porosimetria, colorimetria — per complessive 4 ore di lezione
totale ore svolte: 11
periodo attivita: dal 05/07/2011 al 31/07/2011
atto di conferimento: contratto, Prot. N. 2191 class. VII/12 del 05/ 07/2011; approvazione atti
docenze Universita del Salento Decreto Direttoriale D.D. n. 63/2011 del 19/04/11.

8. Incarico di docenza Corso Universitario
dal titolo: "Physical Techniques for Materials Characterization”,
CORSO TENUTO IN LINGUA INGLESE
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al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali, indirizzo Materiali per
I’Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell’'Universita degli Studi del Salento.

durata: 54 ore (6 CFU)

periodo di attivita: Anno Accademico: 2010/2011

periodo di svolgimento delle lezioni ed esercitazioni: 28/10/10 al 31/10/11

documento: lettera di incarico Facolta di Ingegneria firmata dal Preside Prof. Vito Dattoma, prot.
n.4534 class. VII/4.1 del 02/11/2010

altre info: contratto per l'attivazione di corsi ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui al disciplinare
per la selezione dei Professori a Contratto approvato dal Senato Accademico con deliberazione n.
182 del 23/07/1999 rilasciato il: 18/07/12 firmato dal Rettore dell’Univ. del Salento, Prof.
Domenico Laforgia, prot. n. 24931 pos. VII/4 del 19/07 /2012

9. Incarico di docenza Corso Universitario
dal titolo: "Tecniche fisiche di caratterizzazione",
al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali, indirizzo Materiali per
I’Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell’Universita degli Studi del Salento.
durata: 54 ore (6 CFU)
periodo di attivita: Anno Accademico: 2009/2010
periodo di svolgimento delle lezioni ed esercitazioni: 08/10/09 al 31/10/10
ulteriore documento: contratto per I'attivazione di corsi ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui al
disciplinare per la selezione dei Professori a Contratto approvato dal Senato Accademico con
deliberazione n. 182 del 23/07 /1999 rilasciato il: 01/03/11 firmato dal ProRettore vicario
dell'Univ. Del Salento, Prof. Carmelo Pasimeni, prot. n. 13108 pos. VII/4 del 18/04/2011
atto di conferimento: lettera di incarico Facolta di Ingegneria firmata dal Preside Prof. Vito
Dattoma prot. n.3149 class. VII/4.1 del 08/10/09

10. Incarico di docenza Corso Universitario
Incarico di docenza corso integrativo all’interno del Corso dal titolo: "Tecniche fisiche di
caratterizzazione", C.d.L. M., Ingegneria dei Materiali
numero ore: 10
Anno accademico 2008 /2009
Lezioni ed esercitazioni tenute dal 13/05/2009 al 28 /05/2009
Documento: lettera di incarico della Facolta di Ingegneria dell’'Universita del Salento prot. n. 1094
class.7/4.3 del 003/04/2009 firmata dal Prof. Ing. Vito Dattoma

11. Incarico di docenza Corso Universitario
dal titolo: "Monitoraggio di processo di semiconduttori®,
al I anno del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dei Matenah indirizzo Materiali per
I’Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli Studi di Lecce.
durata: 54 ore (6 CFU)
periodo di attivita: Anno Accademico: 2008/2009
periodo di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni: 22/09/08 al 31/10/09
ulteriore documento: contratto per l'attivazione di corsi ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui al
disciplinare per la selezione dei Professori a Contratto approvato dal Senato Accademico con
deliberazione n. 182 del 23/07/1999 rilasciato il: 24/05/10 firmato dal Rettore dell’Univ. del
Salento, Prof. Domenico Laforgia, prot. n. 23704 pos. VII/4 del 25/06/2010
ulteriore documentazione: registro protocollo Facolta di Ingegneria prot. n.2540 del 31/08/09
lettera di incarico della Facolta di Ingegneria Prot.n. 2248 del 23/07/08 class. VII/4.3 firmata dal
Preside Prof. Vito Dattoma

12. Incarico di docenza Corso Universitario
dal titolo: "Monitoraggio di processo di semiconduttori”,
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Corso universitario istituzionale al II anno del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dei
Materiali, indirizzo Materiali per I'Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli
Studi del Salento.

durata: 54 ore (6 CFU)

periodo di attivita: Anno Accademico: 2007/2008

periodo di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni: 24/09/07 al 31/10/08

ulteriore documento: contratto per l'attivazione di corsi ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui al
disciplinare per la selezione dei Professori a Contratto approvato dal Senato Accademico con
deliberazione n. 182 del 23/07/1999 rilasciato il: 21/05/09 firmato dal Rettore dell'Univ. Del
Salento, Prof. Domenico La forgia

lettera di incarico della Facolta di Ing. Prot.n. 2582 del 21/09/07 class. VII/4.25 firmata dal Preside
Prof. Domenico Laforgia

13. Incarico di docenza Corso Universitario
dal titolo: "Monitoraggio di processo di semiconduttori”,
Attivita svolta: Docenza del Corso Universitario al II anno del Corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria dei Materiali, indirizzo Materiali per IElettronica, della Facolta di Ingegneria
dell'Universita degli Studi di Lecce.
durata: 20 ore
periodo di attivita: Anno Accademico: 2005/2006
periodo di svolgimento delle lezioni: 16/01/06 al 18/03/06
atto di conferimento: nomina della Facolta di Ingegneria protocollo n.1597 del 20/04/06 firmata
dal Preside di Facolta, Prof. Domenico Laforgia

14. Incarico di Docenza Corso Universitario
dal titolo: "Tecniche di diagnostica in-situ nelle tecnologie di processo dei semiconduttori”,
al V anno del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali (V.0.), indirizzo Materiali per
I'Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli Studi di Lecce.
durata: 56 ore
periodo di attivita: Anno Accademico: 2003 /2004
periodo di svolgimento delle lezioni: 01/09/03 al 31/10/04
documento: contratto per I'attivazione di corsi ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui al disciplinare
per la selezione dei Professori a Contratto ai sensi dell’art. 100 del D.P.R. 382 /80
rilasciato il: 27 /04 /04 firmato dal Rettore dell’Univ. di Lecce: Prof. Oronzo Limone
nomina di docenza: Facolta di Ingegneria prot. n. 3352 del 28/07/03, firmata dal Preside
registro protocollo: Facolta di Ingegneria prot. n.690 del 20/01/04

15. Incarico di Docenza Corso Universitario

dal titolo: "Fluidodimanica nei processi di crescita di semiconduttori",

al 1 anno del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dei Materiali, indirizzo Materiali per

I’Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell’Universita degli Studi di Lecce.
durata: 56 ore
periodo di attivita: Anno Accademico: 2004 /2005
documento: nomina di docenza ai sensi e per gli effetti di cui al disciplinare per la selezione dei
Professori a Contratto ai sensi dell’art. 100 del D.P.R. 382/80 della Facolta di Ingegneria prot. n.
2149 del 28/06/04

16. Incarico di Docenza Corso Universitario
dal titolo: "Fluidodimanica nei processi di crescita di semiconduttori",
al I anno del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dei Materiali, indirizzo Materiali per
I’Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli Studi di Lecce.
durata: 56 ore
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periodo di attivita: Anno Accademico: 2003 /2004

documento: nomina di docenza ai sensi e per gli effetti di cui al disciplinare per la selezione dei
Professori a Contratto ai sensi dell’art. 100 del D.P.R. 382/80 della Facolta di Ingegneria prot. n.
431 del 16/12/03

17. Incarico di Docenza Corso Universitario
dal titolo: "Tecniche di diagnostica in-situ nelle tecnologie di processo dei semiconduttori",
al V anno del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali (V.Q.), indirizzo Materiali per
I'Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell’Universita degli Studi di Lecce.
durata: 56 ore
periodo di attivita: Anno Accademico: 2002/2003
periodo di svolgimento delle lezioni: 02/09,/02 al 31/10/03
documento: contratto per I'attivazione di corsi ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui al disciplinare
per la selezione dei Professori a Contratto (delibera del Senato Accademico n.182del 23/07/1999)
rilasciato il: 16/06/03, firmato dal Rettore dell’Universita di Lecce: Prof. Oronzo Limone
nomina di docenza: Facolta di Ingegneria prot. n. 2107 del 17/07/02, firmato dal Preside di Facolta
registro protocollo della Facolta di Ingegneria n.655 del 27/01 /03
lettera di incarico della Facolta di Ingegneria protocollo n.2107 del 07/07/02

18. Incarico di Docenza con Attivita seminariale in un Corso Universitario
dal titolo: "Tecniche di diagnostica in-situ nell’epitassia dei semiconduttori",
tipologia corso: lezioni all'interno del Corso di Fisica dei Materiali (Mod. A) tenuto al IV anno del
Corso di Laurea in Fisica (V.0.), della Facolta di Scienze MM EF NN dell’'Universita degli Studi di
Lecce
durata lezioni: 4 ore
attivita svolta: docenza nel corso
periodo di attivita: Anno Accademico: 2002 /2003
periodo di svelgimento delle lezioni: 05/12/02 al 06,/12/02
documento: registro firmato dal docente coordinatore del Corso e depositato ¢/o la Presidenza
della Facolta di Scienze MM.FF.NN. dell’'Universita di Lecce

19. Incarico di Docenza Corso Universitario
dal titolo: "Tecniche di diagnostica in-situ nelle tecnologie di processo dei semiconduttori",
al V anno del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali (V.0.), indirizzo Materiali per
I'Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell’Universita degli Studi di Lecce.
durata: 45 ore
periodo di attivita: Anno Accademico: 2001 /2002
periodo di svolgimento delle lezioni: 05/10/01 al 31/10/02
documento: contratto per I'attivazione di corsi ufficiali (art. 100 del D.P.R 11 luglio 1980 n. 382) ai
sensi e per gli effetti di cui al disciplinare per la selezione dei Professori a Contratto (delibera del
Senato Accademico n.182del 23/07/ 1999)
rilasciato il: 05/07 /02 firmato dal Rettore dell’Universita di Lecce: Prof. Oronzo Limone
registro protocollo: Facolta di Ingegneria n.721 del 08,/02,/02
lettera di incarico della Facolta di Ingegneria protocollo n.4207 del 10/10/01

20. Incarico di Docenza Corso Universitario
dal titolo: "Metodi di diagnostica in-situ nell’epitassia di semiconduttori",
integrativo al Corso di Fisica dei Semiconduttori al V anno del Corso di Laurea in Ingegneria dei
Materiali, indirizzo Materiali per I'Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell’Universita degli
Studi di Lecce.
In tale Corso sono state svolte lezioni sulle principali tecniche di monitoraggio di tipo ottico in
tempo reale utilizzate durante la deposizione epitassiale di materiali semiconduttori, quali
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Riflettometria, Riflettanza Anisotropa ed Ellissometria e le loro dirette applicazioni per 1'analisi in-
situ nei processi di sintesi.

durata: 20 ore

periodo di attivita: Anno Accademico: 2000/2001

periodo di svolgimento delle lezioni: 10/10/00 a1 31/10/01

partecipazione alla Commissione degli esami di profitto del Corso di Fisica dei Semiconduttori per
I'intero A.A.

documento: contratto per l'attivazione di corsi integrativi (art. 25 del D.P.R 11 Juglio 1980 n. 382) ai
sensi e per gli effetti di cui al disciplinare per 1a selezione dei Professori a Contratto (delibera del
Senato Accademico n.182del 23/07/1999) del 01/02/01 firmato dal Rettore dell’'Universita di
Lecce, Prof. Angelo Rizzo e registro protocollo: Facolta di Ingegneria n.2521 del 15/01/01

21. Incarico di Docenza Corso Universitario
dal titolo: "Metodi di diagnostica in-situ nell’epitassia di semiconduttori”,
integrative al Corso di Fisica dei Semiconduttori al V anno del Corso di Laurea in Ingegneria dei
Materiali, indirizzo Materiali per ’Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell’Universita degli
Studi di Lecce.
durata: 20 ore
periodo di attivita: Anno Accademico: 1999/2000
lezioni svolte dal 22/11/99 al 15/12/99
partecipazione alla Commissione degli esami di profitto del Corso di Fisica dei Semiconduttori per
Iintero A A.
documento: contratto per l'attivazione di corsi integrativi (art. 25 del D.P.R 11 luglio 1980 n. 382) ai
sensi e per gli effetti di cui al disciplinare per la selezione dei Professori a Contratto (delibera del
Senato Accademico n.182del 23/07/1999)
rilasciato il: 02/06,/2000 e firmato dal Rettore dell’Univ. di Lecce: Prof. Angelo Rizzo
registro protocollo: Facolta di Ingegneria n.678 del 13/03 /2000

22. Incarico di Docenza Corso Universitario
dal titolo: "Metodi di diagnostica in-situ nell’epitassia di semiconduttori”,
integrativo al Corso di Fisica dei Semiconduttori al V anno del Corso di Laurea in Ingegneria dei
Materiali, indirizzo Materiali per 1'Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli
Studi di Lecce.
Durata: 18 ore
periodo di attivita: Anno Accademico: 98/99
lezioni svolte dal 18/01/99 al 4/02/99
partecipazione alla Commissione degli esami di profitto del Corso di Fisica dei Semiconduttori per
l'intero A.A.
documento: contratto per l'attivazione di corsi integrativi (art. 25 del D.P.R 11 luglio 1980 n. 382) ai
sensi e per gli effetti di cui al disciplinare per la selezione dei Professori a Contratto (delibera del
Senato Accademico n.182del 23/07/1999)
rilasciato il: 26/01/2000 e firmato dal Rettore dell'Univ. di Lecce, Prof. Angelo Rizzo
registro protocollo: Facolta di Ingegneria n. 601 del 15/03/99

23. Incarico di Docenza Corso Universitario
dal titolo: "Metodi di diagnostica in-situ nell’epitassia di semiconduttori”,
integrativo al Corso di Fisica dei Semiconduttori del V anno del Corso di Laurea in Ingegneria dei
Materiali, indirizzo Materiali per I'Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell'Universita deglh
Studi di Lecce.
Durata: 16 ore di docenza
periodo di attivita: Anno Accademico: 97/98
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partecipazione alla Commissione degli esami di profitto del Corso di Fisica dei Semiconduttori per
I'intero A.A.

documento: contratto per l'attivazione di corsi integrativi (art. 25 del D.P.R 11 luglio 1980 n. 382) ai
sensi e per gli effetti di cui al disciplinare per la selezione dei Professori a Contratto (delibera del
Senato Accademico n.182 del 23/07/1999)

rilasciato il: 31/03/98 e firmato dal Rettore dell’Univ. di Lecce, Prof. Angelo Rizzo

registro protocollo: Facolta di Ingegneria n.496 del 10/03/98
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f4) attivita di docenza e attivita di ricerca all’estero valutate anche in rapporto all’attribuzione di
incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione
anche in rapporto alla partecipazione a convegni internazionali in qualita di relatore invitato o
di componente del comitato scientifico

1. Incarico di Docenza Corso Universitario presso istituzioni straniere
dal titolo: "Physical Principles and Data Analysis", comprensivo di teoria ed esperimenti
al 1 anno del Corso di Laurea in Scienze ambientali e Biologia (Bachelor of Science), presso il
North East Wales Institute (NEWI) - Glyndwr University
luogo: Wrexham, Galles (UK) Gran Bretagna
durata: 54 ore
periodo di attivita: Anno Accademico: 9/97
documento rilasciato in data 15/07/97 a firma del Dr. Phil Voice, Head of School of Science and
Technology, corredato di traduzione certificata dal Consolato d'Italia a Manchester il 27 /10/97

2. Attivita di Ricerca all’estero
descrizione del titolo: “Visiting Scientist” presso istituzione straniera
attivita: ricerca all’estero
luogo: 1'Optoelectronic Materials Research Laboratory (OMRL) del North East Wales Institute
(NEWI) di Wrexham (UK} - Glyndwr University, Wrexham, Galles (UK} Gran Bretagna
ruolo: "Visiting Post Doctoral Research Assistent”
sotto la direzione scientifica del prof. Stuart J.C. Irvine
periodo di attivita svolto: 1 anno, dal 01 /09/96 al 31/08/97
attivita’ di ricerca svolta: studio del processo di crescita MOVPE mediante tecniche di
monitoraggio in-situ quali la riflettometria laser (RL) e la riflettanza anisotropa (RAS). In
particolare, la ricerca ha riguardato: a) studi sulla cinetica di crescita pirolitica e foto-assistita sia
dello ZnSe intrinseco che drogato per dispositivi emettitori nel blu e b) studi sulla nucleazione del
CdTe su substrati di zaffiro.
documento: relazione sull’attivita svolta firmata dal prof. $.J.C. Irvine in data 01/09/97 corredata
di traduzione ufficiale del Consolato d’Italia a Manchester

3. Fellowship presso istituzioni straniere
dal titolo: Vincitrice di una borsa di studio biennale bandita dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Legge 01/08/88 n. 326 - Bando n. 224025 del 14/12/95, Codice 21.02.01 per
l'assegnazione di n. 6 borse di studio per il Comitato Nazionale per le Scienze Fisiche per il settore:
"Bisica della Materia") di cui i primi 8 mesi (01/01/97-31/08 /97) fruiti all’estero presso 'OMRL del
NEWI ed i successivi presso 1'Istituto per lo studio di nuovi Materiali per I'Elettronica (IME) del
CNR.

Periodo di attivita: dal Gennaio 1997

4. Fellowship presso istituzioni straniere
dal titolo: Vincitrice di una borsa post-doc della Fondazione «Angelo Della Riccia» per ricerche
avanzate nel campo della Fisica dei semiconduttori e per un periodo di soggiorno presso
istituzioni straniere. A partire da questa data la Dott.ssa Prete opera in qualita di visiting Post
Daoctoral scientist presso 1'Optoelectronic Materials Research Laboratory (OMRL} del North East
Wales Institute (NEWI) di Wrexham (UK} diretto dal prof. Stuart Irvine.
Periodo di attivita: 1 anno dall” Agosto 1996

5. Fellowship presso istituzioni straniere
dal titolo: Vincitrice di una borsa studio CNR-NATO (Bando n. 215.29.02 del 16/ 05/96 per
l'assegnazione di n. 9 borse di studio per il Comitato Nazionale per le Scienze Fisiche) da
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usufruirsi presso il North East Wales Institute (NEWD) di Wrexham (UK) sotto la direzione del
prof. Stuart Irvine.
Periodo: Febbraio 1997

6. Fellowship presso istituzioni stranjere
dal titolo: Vincitrice di una borsa studio in Fisica della materia condensata dell Istituto Nazionale
di Fisica della Materia (Bando n. 22 del 21/06/1995) presso i Laboratori per Alti Campi Magnetici
di Nimega (Olanda).
Periodo: Novembre 1995

7. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: Energy Materials Nanotechnology (EMN) Open Access Week Conference, Chengdu,
China, Settembre 22nd to 25th 2014,
data: 22- 25 settembre 2014,
luogo: Chengdu, China
Titolo: “Advances in ITI-V core-shell nanowire arrays for photovoltaics and photonics”
http://www.emnopen.org/2014/ optoelectronic-materials-and-devices /

8. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: SPIE Optics + Photonics 2014, Nanoepitaxy: Materials and Devices VI, Conference 9174,
San Diego, CA, USA, 19-21 August 2014,
data: 20 agosto 2014
luogo: San Diego, CA, USA
Titolo:” GaAs-AlGaAs core-shell nanowire arrays: correlating MOVPE growth and luminescence
properties”
(Invited Paper) Paper 9174-24
http:/ /spie.org/ OPN/conferencedetails / nanoepitaxy

9. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: Energy Materials Nanotechnology (EMN) Open Access Week Conference, Chengdu,
China, Oct. 21st to 27th 2013,
data: Oct. 21st to 27th 2013
luogo: Chengdu, China
Titolo:"IlI-V core-shell Nanowires for Optoelectronic Devices”
http:/ /www.emn3cg.org/ invited-speakers/

10. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG 2013), Westin Resort Cancun, Cancun,
Mexico, 10-13 June 2013,
data: 12 giugno 2013
luogo: Cancun, Mexico
titolo: “MOVPE self-assembly of -V nanowires: advances in growth control and device fabrication”
http://www.emn3cg.org/invited-speakers/

11. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: 1st International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, NFA
2012, High Tatras, Strbske Pleso, Slovakia, October 3-6 2012
data: 3 ottobre 2012
Iuogo: Slovakia
titolo: “Advances in 1-dimensional semiconductor nanostructures: from self-assembly to functional
nanodevices”
http:/ /nfa2012.science.upjs.sk/ index.php/invited-speakers
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12. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: “Nanowires Workshop 2012" Paul-Drude-Institut fir Festkérperelektronik, Berlin,
Germany, 19-21 September 2012
luogo: Berlino
data: 19 settembre 2012
titolo: “III-V nanowires by self-assembly MOVPE technology for novel and efficient opto-elecironic and
photovoltaic”
http:// www.pdi—berlin.de /nanowires-2012/ invited-speakers

13. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO - KEYNOTE LECTURE (KL)
evento: XXXV Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia (AIC), Ferrara,
18-21 settembre 2006
Microsimposio MS2: Crystal Growth and nano-science, Chairs: G. Sgualdino, D. Aquilano
data: 19 settembre 2006
tipologia: Keynote in congresso
luogo: Room A, Dip.to di Chimica dell’Universita di Ferrara, Ferrara, Italia
titolo MS2-KL1: “Growth, properties and applications of self-assembled semiconductors nanowires”
documento: il dato @ riportato negli atti del Congresso, finiti di stampare nel mese di agosto 2006
dal Centro Stampe dell’ Universita di Ferrara, Edito da: dr. Valeria Ferretti, Universita di Ferrara

14. descrizione del titolo: LEZIONE MAGISTRALE ad INVITO
Tipologia: Lezione magistrale ad invito
evento: Scuola  teorico-sperimentale  SISM/AISEM: “Metodologie di preparazione e
caratterizzazione di materiali e dispositivi per la sensoristica” organizzata dalla Societa Italiana
Scienze Microscopiche (SISM) e I’ Associazione Italiana Sensori e Microsistemi (AISEM)
data: 7-13 Novembre 2004,
luogo: Lecce, Italia
titolo lezione: “Tecniche bottom-up per la fabbricazione di strutture a semiconduttore quasi 1D”
atto di conferimento: attestato di docenza del 13/11/04 firmato dai direttori della Scuola, Dr.
Pietro Siciliano e Massimo Catalano
altre info: Scuola teorico-sperimentale SISM/ AISEM: “Metodologie di preparazione e
caratterizzazione di materiali e dispositivi per la sensoristica” organizzata dalla Societa Italiana
Scienze Microscopiche (SISM) e I Associazione Italiana Sensori e Microsistemi (AISEM)

15. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: 11th International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors (1 1-UFPS),
data: 26-29 agosto 2001
luogo: Vilnius, 1ituania
titolo: “Growth and characterisation of Mg-based low dimensional systems for blue optoelectronics”
documento: lista degli INVITED SPEAKERS
in Materials Science Forum, vol. 384-385, pag. vi (2002), Trans Tech Publ. Ltd, Switzerland
ISBN:0-87849-890-7; ISSN: 0255-5476
documento: lettera di invito del 20/03/2001 firmata dal prof. S. Asmontas, Chairperson del 11-
UFPS

16. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: Frontiers Science Research Conference: “Science and Technology of Crystal Growth and
Epitaxy”
data: 3 al 5 Aprile 2000
luogo: La Jolla, San Diego, California, USA
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titolo: “Recent developments in the MOVPE growth of ZnSe-based compounds and heterostructures”
documento: dichiarazione del Dr. V. Stefan, FSRC-Chairman, La Jolla, USA

17. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: relazione tenuta su invito del Prof. Dieter Bimberg, Direttore dell’Istituto di Fisica dello
Stato Solido della Technische Universitit di Berlino
data: 27 Agosto 1999
luogo: Technical University, Berlino
titolo: “MOVPE of wide-gap 1I-VI hetero- and nano-structures for blue-green optoelectronics”
documento: lettera di invito firmata dal Prof. Dieter Bimberg in data 13/07/1999

18. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: relazione tenuta su invito del Prof. Akihiko Yoshikawa, Direttore del gruppo di Photonics -
Electron and Photon System, del Department of Electronics and Mechanical Engineering
dell'Universita di Chiba, Giappone
data: 5 ottobre 1998
luogo: Chiba University, Chiba, Japan
titolo: "MOVPE of wide-gap II-VI hetero- and nano-structures for blue-green optoelectronics”
documento: lettera del Prof. Akihiko Yoshikawa

19. descrizione del titolo: Relazione orale ad INVITO
evento: relazione tenuta su invito del Dott. Roberto Fornari, primo ricercatore presso il MASPEC-
CNR di Parma
data: 16 settembre 1998
luogo: biblioteca del MASPEC ore 15.30, Parma, Italia
titolo: “Crescita MOVPE e caratterizzazione di eterostrutture e nanostrutture di composti semiconduttori
1-VI ad ampia gap per I'optoelettronica blu-verde”.
documento: lettera del dr. Roberto Fornari,

20. descrizione del titolo: Direttore di Scuola Scientifica Internazionale
titolo: European School on Crystal Growth 2015, Bologna, Area della ricerca CNR, 5-8
September 2015
descrizione: First European School on Crystal Growth — Fundamentals of Crystal Growth - rivolta
a giovani ricercatori e studenti di Dottorato europei e del resto del mondo con lo scopo di
introdurli ai concetti fondamentali ed ai meccanismi che governano i processi della crescita dei
cristaili.
webpage: escg2015.eccgb.eu/

21. descrizione del titolo: incarichi di responsabilita in Comitati Scientifici Internazionali
descrizione: Scientific Committee di Conferenza Internazionale - Program Committee member
descrizione: “IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference IEEE-NMDC2014”, Aci
Castello, Catania, Italy, Oct. 12th to 15th 2014,
http://www .ieee-nmdc2014.0rg /index.php / organizers-committes/ organizers

22. descrizione del titolo: incarichi di responsabilita in Comitati Scientifici Internazionali
descrizione: Scientific Committee di Conferenza Internazionale - International Advisory
Committee member
descrizione: “Energy Materials Nanotechnology (EMN) Open Access Week Conference”,
Chengdu, China, Sep. 22nd to 25th 2014,
http:// www.emnopen.org/2014/committees /

23. descrizione del titolo: incarichi di responsabilita in Comitati Scientifici Internazionali
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descrizione: Scientific Committee di Conferenza Internazionale - International Advisory
Committee member

descrizione: “Energy Materials Nanotechnology (EMN) Open Access Week Conference”,
Chengdu, China, Oct. 21st to 27th 2013,

http:/ /www.emnopen.org/2013/committees /

24. descrizione del titolo: incarichi di responsabilita in Comitati Scientifici Internazionali
descrizione: Scientific Committee di Conferenza Internazionale - International Advisory
Comumittee member
descrizione: “1¢t International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications”,
NFA 2012, Strbske Pleso, High Tatras, Slovakia, October 3-6 2012
http:/ /nfa2012.science.upjs.sk/ index.php/committee-m

25. descrizione del titolo: : incarico di Session Chair di conferenza Internazionale
descrizione: "4th International Conference on Sensing Technology” (ICST 2010)
luogo: University of Salento, Lecce, Italy
periodo di attivita: 3-5 June 2010
attivita svolta: Session Chair del Congresso Internazionale.

Obiettivi: Organizzare, coordinare e moderare la sessione del programma scientifico.

26. descrizione del titolo: incarico di Program Chair della conferenza Europea
titolo: "Il SOXESS European Workshop on ZnO", Workshop del progetto European Network “The
Fifth Framework Programme: Competitive and Sustainable Growth, Advanced Functional
Materials (5.2)" dal titolo "Semiconductor oxides for UV optoelectronics, surface acoustics and
spintronics (SOXESS)
periodo: 28 settembre - 1 ottobre 2005
luogo: Gallipoli, Lecce, Italy

27 descrizione del titolo: incarico di Steering committee member del Progetto Europeo
titolo: "III SOXESS European Workshop on ZnO", Workshop del progetto European Network “The
Fifth Framework Programme: Competitive and Sustainable Growth, Advanced Functional
Materials (5.2)" dal titolo "Semiconductor oxides for UV optoelectronics, surface acoustics and
spintronics (SOXESS) - [Contratto No.: GBRT-CT-2002-05075]
periodo: durata del progetto (1 Luglio 2002 - 30 Giugno 2005)
Finalita: Coordinare le attivita tecnico-scientifiche dell'intero network.
Attivita svolta: Attivita di coordinamento del Network. Inoltre, dal primo anno del progetto le ¢
stato affidato dal coordinatore lincarico di preparare i rapporti scientifici annuali (progress
reports) coordinando i risultati dell’attivita dell’intero CONSOrZzio.
Obiettivi raggiunti: Il Network & stato coordinato con successo — organizzati Workshop tematici
annuali internazionali.
documento: dichiarazione prot. n. 509 del 10 /09/2004 dell'IMM-CNR, firmata dal Responsabile,
dr. Pietro Siciliano

28, descrizione del titolo: incarico di organizing committee member (membro Comitato
Organizzatore) -“Local Organising Committee” e “Scientific Secretariat”del Congresso
Internazionale

titolo: 10™ European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy (EW-MOVPE),8-11/6/2003
periodo: attivita di preparazione del Congresso dal luglio 2002 al Giugno 2003

ruolo: organizzatore

luogo: Centro Ecotekne, Campus Universitario, Lecce

attivita svolta: organizzazione del Congresso
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1. descrizione del titolo: partecipazione al “Comitato Scientifico”
titolo: XXXIV Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia,
presidente del Comitato: Prof. Carmelo Giacovazzo
Ruolo: coordinatore
periodo: 26-29 settembre 2004
luogo: Palazzo del CNR, Roma, Italia
attivita svolta: membro del “Comitato Scientifico”- membro dello “Scientific Committee”
obiettivi: organizzazione scientifica del Congresso

2. descrizione del titolo: incarico di Program Chair del Microsimposio Crescita di Cristalli del
XXXIV Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia,
titolo MS-4: “Crescita di cristalli: dal 'bulk' alla nanoscala, fondamenti e applicazioni”
Keynote lecture: Prof. Lars Samuelson, Lund University, Lund, Svezia
periodo: 28 settembre 2004
luogo: Aula Pentagono, 1° piano, Palazzo del CNR, Roma, Italia
documento: brochure disponibile on-line su: http:/ /sci-list.ing.unitn.it/ AIC2004.pdf
menzione nella relazione del Presidente AIC, prof.ssa Paola Spadon sul sito:
http:/ / www cristallografia.org/ detail. asp?IDN=74&IDSezione=34

attivita di docenza e di ricerca all’estero valutate anche in rapporto alla percentuale dei prodotti
con co-autori internazionali

Ai fini della valutazione della ricerca svolta all’estero, 1a percentuale dei prodotti della
Dr. Paola Prete che presenta co-autori internazionali e il 37%.
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fS) fellowship di accademie, societa scientifiche aventi prestigio nel settore

1. descrizione del titolo: fellowship di Comitati Scientifici Internazionali
descrizione: Italian Councillor of the International Organization of Crystal Growth (I0CG),
nomina di Consigliere per I'Italia della IOCG
durata: triennio 2012-14
http:/ /www iocg.org /about/officers.html

2. descrizione del titolo fellowship di Comitati Scientifici Nazionali
descrizione: Coordinatore eletto della Sezione Crescita Cristalli dell’Associazione Italiana di
Cristallografia
durata: triennic 2012-14
documento: Verbale dell’AIC n. 225 relativo allo scrutinio per l'elezione alle cariche sociali AIC per
il triennio 2012-2014, Ferrara, 28/11/11
http:/ /www.cristallografia.ore/detail asp?IDSezicne=31&IDN=18§

3. descrizione del titolo: fellowship di Comitati Scientifici Nazionali
descrizione: membro eletto della Comissione Crescita Cristalli dell’AIC a seguito di elezioni
nazionali svoltesi in data: novembre 2005
durata: triennio 2009-11, dal 01/01/2009 al 31/12/2011
documento: Verbale dell’ AIC n. 225 relativo allo scrutinio per 1'elezione alle cariche sociali AIC per
il triennio 2009-2011, Ferrara, 19/11/08 avvenuto per via telematica ed espletato dalla
commissione scrutinatrice costituita dalla segretaria Valeria Ferretti, dal garante Paola Paoli e dal
responsabile del sito web Andrea lenco ed integrazione e-mail del 18/12/08 di nomina della
Segretaria dell’AIC, Dr. Valeria Ferretti
http:/ /www cristallografia.org/detail.asp?IDN=34

4. descrizione del titolo: fellowship di Comitati Scientifici Nazionali
descrizione: membro eletto della Commissione Nazionale Crescita Cristalli dell’ Associazione
italiana di Cristallografia (AIC), a seguito di elezioni nazionali svoltesi in data: novembre 2005
durata dell’ incarico: triennio 2006-08, dal 01,/01/2006 al 31/12/2008
documento: http:/ / www.cristallografia.org /detail.asp?IDN=34
e verbale dello scrutinio del 17/11/2005 avvenuto ¢/o il Dip. di Chimica dell’Universita di Roma
“La Sapienza” espletato dalla commissione scrutinatrice costituita dai soci M. Camalli, S.
Candeloro e G. Portalone

5. descrizione del titolo: Membro di Associazione
descrizione: membro della European Crystallography Association (ECA)
periodo: dal luglio 2000

documento: elenco dei soci

6. descrizione del titolo: Membro di Associazione
descrizione: membro dell’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC)
periodo: dal gennaio 1998
documento: elenco dei soci

7. descrizione del titolo: "Membro di Associazione"
descrizione: membro della British Association of Crystal Growth (BACG),
periodo: dal gennaio 1997
documento: elenco dei soci

8. descrizione del titolo: "Membro di Associazione”
descrizione: membro della Societa Italiana di Fisica (SIF)- periodo: dal settembre 1994
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f6) direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

La Dottssa Prete ¢ Editor-in-Chief di rivista internazionale, & stata Editore di volumi di
Proceedings di Congressi Internazionali e Nazionali e di volumi di riviste Internazionali, come di
seguito elencato:

1. descrizione del titolo: incarico di Editor-in-Chief della rivista scientifica “Nanomaterials

and Nanotechnology”, Intech (Rijeka, Croazia), ISSN: 1847-9804.

Impact Factor (ISI 2013)=0.949
Rivista open access nel settore nanotecnologico che ha per scopo la pubblicazione di articoli peer-
reviewed all’avanguardia nel settore della scienza e tecnologia alla nanoscala, coniugando la scienza
e le applicazioni di materiali nanostrutturati e nanometrici, con particolare enfasi alla sintesi,
processing, caratterizzazione ed applicazioni di tali materiali.
http:/ /www intechopen.com/journals/show /nanomaterials and nanotechnology
La dott.ssa Prete, oltre ad una solida attivita scientifica presso il CNR-IMM di Lecce nel campo
delle nanostrutture di semiconduttori e dei cristalli, negli ultimi anni ha condotto varie attivita
rivolte alla diffusione dei risultati e della cultura scientifica. In particolare dal settembre 2010 Paola
Prete & Editor in Chief dalla nuova rivista open access “Nanomaterials and Nanotechnology della
Intech. La rivista presidia un settore importante della ricerca attuale sui materiali e sulle
nanotecnologie e, nel corso di 18 mesi, ha pubblicato diversi lavori di cui alcuni di ottimo livello.
Nel primo anno di vita la rivista ha avuto un rate di pubblicazione, sul totale degli articoli
sottomessi, inferiore al 20%, testimonianza di un rigoroso processo di revisione e garanzia di una
buona qualita scientifica degli articoli pubblicati. Il pubblico a cui si rivolge & internazionale e cio si
desume anche dalla provenienza degli autori. L’Editorial Board della rivista inoltre, vede un
gruppo internazionale di scienziati di rilievo attivi nel settore delle nanoscienze, tra cui il Prof.
CN.R. Rao FRS, President of Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research,
Bangalore, India ed il Prof, Stephen ]. Pearton dell’'Universita della Florida, USA.
Buono il numero di citazioni ricevute su prestigiose riviste (Nanoscale, New Journal of Physics,
Physical Review B, Carbohydrate Research, Journal of Virological Methods e cosi via) ottenute
dagli articoli pubblicati sino ad ora. Da tener presente che il futuro delle pubblicazioni nelle aree
scientifiche & nel formato “open access”, che permette di svincolarsi dalle politiche monopoliste dei
principali editori commerciali. Diverse universita nei paesi avanzati (U.S.A. in primo luogo) e
centri di ricerca come il CERN sono infatti impegnati a promuovere tale forma di pubblicazione.
inizio attivita: 15/09/2010
termine: in corso
docs: Certificate of Appointment - lettera di conferimento incarico firmata da Dr. Aleksandar
Lazinica, CEO Intech del 15/09/2010

2. descrizione del titolo: incarico di Editor di libro internazionale
titolo: “Nanowires”, della casa Editrice Internazionale Intech, Rijeka, Croazia,
inizio attivita: 15/07/2009
fine attivita: 01/03/2010
periodo di attivita: da 1 luglio 2009 a 31 gennaio 2010
attivita svolta: Editor del libro "Nanowires"; coordinamento e scelta e revisione dei 20 capitoli
tematici di cui si compone il Volume. Prefazione del Volume.
Publisher: Intech, Vukovar, Croazia
altre info: Nanowires, Edited by Pacla Prete, ISBN 978-953-7619-79-4, 414 pages, Publisher: InTech,
Chapters published February 01, 2010 DOI: 10.5772 /3457
web address: http:/ /www.intechopen.com /books/nanowires
Data di pubblicazione: February 01, 2010
titolo: Nanowires
ISSN: 978-953-7619-79-4
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http:/ / www.intechopen.com/books/bookstat/nanowires# book

3. descrizione del titolo: incarico di Editor dei Proceedings
Special Issue: Italian Crystal Growth Conference 2013 (ICG2013), Parma 14-15 novembre 2013
attivita svolta: lavoro di editore di rivista
periodo di attivitd: da novembre 2013 a luglio 2014
rivista ISI censita dal JCR: “Crystal Research and Technology”
Publisher: Wiley-VCH, Berlino, vol.49, issue 8, August (2014) ), pages A39-A44 533-633
Published: 19 August 2014
DOI:10.1002 / crat.201470018

4, descrizione del titolo: incarico di Editor dei Proceedings
Editor dello Special Issue:
attivita svelta: Guest Editor dello Special Issue relativo ai Proceedings della Italian Crystal Growth
Conference 2010 (ICG2010), Parma 18-19 novembre 2010. Coordinamento e gestione dell'attivita di
referaggio degli articoli sottomessi, attivita decisionale sull'accettazione alla pubblicazione dei lavori, stesura
detla Prefazione del volume Special Issue.
periodo di attivita: da 20 novembre 2010 a 31 luglio 2011
rivista ISI censita dal JCR: “Crystal Research and Technology”
Publisher: Wiley-VCH, Berlino, vol.46, issue 8, pag.737-892 (2011);
ISSN: 0232-1300 (print), 1521-4079 (online)
http:/ /onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002 / crat.v46.8 /issuetoc

5. descrizione del titolo: incarico di Editor dei Proceedings
del Congresso "TII SOXESS European Workshop on ZnQ", 28 settembre - 1 ottobre 2005
attivita svolta: lavoro di editore di rivista
periodo di attivita: da ottobre 2005 a dicembre 2006
rivista ISI censita dal JCR: Applied Physics A: Material Science & Processing
Publisher: Springer Verlag, Berlino/Heidelberg
titolo: Special Issue: “Zn0O and Related Compounds”
volume n. 88, pag. 1-222 (2007)
ISSN: 0947-8396 (print) 1432-0630 (online)
http:/ /springetlink.com/content/r6w8m6631794/ ?sortorder=asc&v=editorial

6. descrizione del titolo: incarico di Editor dei Proceedings
del XXXIV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Cristallografia, Roma 26-29
settembre 2004
attivita svolta: lavoro di editore di rivista
periodo di attivita: da ottobre 2004 a luglio 2005
rivista ISI censita dal JCR: “Crystal Research and Technology”
Publisher: Wiley-VCH, Berlino, vol.40, issue 10 /11 (2005);
ISSN: 0232-1300 (print), 1521-4079 (online)
http:/ / www3.interscience.wiley.com/journal /112095487 /issue
sito: http:/ /www cristallografia.org/detail.asp?IDN=74&IDSezione=34

7. descrizione del titolo: incarico di Editor di un “Single Issue”
in due volumi che include 13 contributi di (5 nel I vol e 8 nel 1l vol) scienziati conosciuti a livello
internazionale
attivita svolta: lavoro di editore di rivista, coordinamento di tutta l'attivita, dalla scelta degli autori
di chiara fama da invitare a contribuire, alla decisione di accettazione dei manoscritti
periodo di attivita: da 01/07/2002 - 31/12/2003 (vol.1)
rivista ISI censita dal JCR: Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials
Publisher: Elsevier, (NL)
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Titolo dei volumi: "Vapour Growth of Bulk Crystals and Epitaxy”

Volume 47, issue 2-3, p. 63-270 (2003)
ISSN: 0960-8974
http:/ /www .sciencedirect.com/ science?_ob=PublicationURL&_cdi=5306&_pubType=]&_acct=C0
00069038&_version=1&_urlVersion=0& _userid=5983771&md5=81479{d0a0813965070297af5adabc?
dé&jchunk=47#47

8. descrizione del titolo: incarico di Editor di un “Single Issue”

in due volumi che include 13 contributi di scienziati conosciuti a livello internazionale
attivita svolta: lavoro di editore di rivista, coordinamento di tutta l'attivita, dalla scelta degli autori
di chiara fama da invitare a contribuire alla decisione di accettazione dei manoscritti
periodo di attivita: 01/01/2004- 31/12/2004
rivista ISI censita dal JCR: Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials
Publisher: Elsevier, (NL)
Titolo dei volumi: "Vapour Growth of Bulk Crystals and Epitaxy”

Volume 48/49, complete, pp. 1-274 (2004)
ISSN: 0960-8974
http:/ /www sciencedirect.com/ science?_ob=PublicationURLé&_cdi=5306&_pubType=]& acct=C0
00069038& _version=1&_urlVersion=0&_userid=5983771&md5=81479fd0a0813965070297at5adabc?
d&jchunk=48#48

9. descrizione del titolo: Editor del Booklet of Extended Abstract
della conferenza: 10 European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy, Lecce, 8 - 11
Giugno 2003
attivita svolta: editor del Editor del Booklet of Extended Abstract della conferenza: 10t European
Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy, Lecce, 8 - 11 Giugno 2003
periodo di attivita: dal 01/04/2003 al 31/05/2003
Altre informazioni: identificativo del Volume ISBN: 88-8305-007-X

10. descrizione del titolo: “referee” di pubblicazioni internazionali
attivita svolta: revisione di articoli scientifici per le seguenti riviste ISI censite dal JCR :

1. Nanotechnology, editc da IOP PUBLISHING LTD, TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY,
BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, ISSN: 0957-4484, JCR categoria: Materials Science,
Multidisciplinary, quartile Q1

2. Journal of Luminescence, edito da ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE
AMSTERDAM, NETHERLANDS; ISSN: 0022-2313; JCR categoria: Optics, quartile Q1

3. Journal of Crystal Growth, edito ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE
AMSTERDAM, NETHERLANDS; ISSN: 0022-0248; JCR categoria: Materials Science,
Multidisciplinary, quartile Q2

4. Materials Chemistry and Physics, edito da ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001
LAUSANNE, SWITZERLAND; ISSN: 0254-0584; JCR categoria: Materials Science,
Multidisciplinary, quartile Q2

5. Optical Materials, edito da ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM,
NETHERLANDS; ISSN: 0925-3467; JCR categoria: Materials Science, Multidisciplinary, quartile
Q2

6. Journal of the American Ceramic Society, edito da WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER 5T,
HOBOKEN 07030-5774, NJ USA; ISSN: 0002-7820; JCR categoria: Materials Science, Ceramics,
quartile Q1

7. Crystal Research and Technology, edito da Wiley-VCH, Berlino

8. Applied Physics A: Material Science & Processing, edito da SPRINGER, 233 SPRING 5T,
NEW YORK, NY 10013 USA; ISSN: 0947-8396; JCR categoria: Materials Science,

Multidisciplinary, quartile Q2
. &




9. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, edito da WILEY-V C H VERLAG GMBH,
BOSCHSTRASSE 12, D-69469 WEINHEIM, GERMANY; ISSN: 1862-6254;

periodo di attivita: dal 1996 a tutt’oggi

f7) direzione di enti e istituti di ricerca e laboratori nazionali ed esteri

I. descrizione del titolo: Direzione di Laboratorio
titolo: "Responsabile del Laboratorio di Crescita MOCVD dell'Unita di Lecce dell' IMM-CNR"
attivita svolta:
1. gestione della progettazione e l intera riconversione del reattore MOCVD Aixtron 200RD,
realizzata con i fondi dell Intesa di programma MURST/CNR per il potenziamento della ricerca
scientifica nel Mezzogiorno (2001);
2. gestione dell’apparato sperimentale a regime;
3. responsabilita di reperimento fondi per l'attivita sperimentale;
4 reponsabilita di individuazione di nuove linee di ricerca per svolgere attivita scientifica su
argomenti d'avanguardia nel pancrama internazionale;
5.attivita di coordinamento di tutto il personale tecnico scientifico (tecnici, laureandi, borsisti,
assegnisti ¢ dottorandi di ricerca) operante nel Laboratorio MOVPE della Sezione di Lecce dell’
IMM-CNR (ad oggi)
Dimensioni della struttura: il Laboratorio MOVPE dell IMM CNR di Lecce conta mediamente tra
le 10 e le 15 unita di personale tra ricercatori, tecnici, laureandi, borsisti, dottorandi e visiting
scientist
data di inizio attivita: 02/03/98 - in corso
documento: dichiarazione prot. n. 510 del 10/09/2004 dellIMM-CNR di Lecce, firmata dat
Responsabile, dr. Pietro Siciliano
prot. 8743 del 30/10/13 dell'IMM-CNR di Lecce, firmata dal Responsabile, dr. Pietro Siciliano

2. descrizione del titolo: Direzione di Laboratorio
titolo: "Responsabile del Laboratorio di Spettroscopia " del Gruppo di Fisica e Tecnologia dei
Semiconduttori operante presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Universita di
Lecce.
attivita svolta: progettazione e realizzazione del Laboratorio e gestione dell’attivita di ricerca e del
personale tecnico scientifico operante nello stesso
data di inizio attivita: anno 2005 - in corso
dimensioni della struttura: 5 unita di personale coinvolte
altre info: Laboratorio di Caratterizzazione per spettroscopica ottica lineare di materiali
semiconduttori dalla macro- alla nano-scala Tale attivita viene svolta nell’ambito della
Convenzione Quadro tra CNR ed Universita del Salento, firmata dal Rettore dell'Universita del
Salento, Prof. Domenico Laforgia il 14/04/2008 e dal Presidente del CNR, Prof. Luciano Maiani il
22/07/2008
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18) Conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell’attivita scientifica

1. descrizione del titolo: PREMIO Associazione Italiana di Cristallografia (AIC)

data: anno 2000

conferito dall’Associazione Italiana di Cristallografia con la seguente motivazione: “per i
risultati innovativi ottenuti nello studio della crescita di semiconduttori e la determinazione
delle loro proprieta ottiche e strutturali”.
La cerimonia di consegna & avvenuta il 22 Settembre 2000 presso il Palazzo Ducale di Martina
Franca (TA) durante il Congresso Annuale dell’ AIC. In tale sede la Dott.ssa Paola Prete ha
presentato una dissertazione orale sui recenti sviluppi della sua ricerca scientifica dal titolo:
“Recent developments in the MOVPE growth of ZnSe-based compounds and heterostructures”.
Premio riservato a giovani scienziati operanti nel campo della cristallografia che abbiano
ottenuto risultati innovativi di interesse cristallografico sia teorico che applicativo.
Documento: pergamena firmata dal Presidente AIC, Prof. Carlo Paorici, Martina Franca,
22/09/2000
dato disponibile on-line su: http:/ /www cristallografia.org/detail.asp?IDN=139&IDSezione=49

£10) Responsabilita scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali

1. descrizione del titolo: Responsabile scientifico di unita
Avviso Pubblico “Invito alla presentazione di proposte progettuali relative alla costituzione di
Reti di Laboratori pubblici di ricerca” (BURP 41 del 13/03/08)
titolo: "Fotovoltaico di terza Generazione basato su materiali semiconduttori nano strutturati e
nano compositi ibridi (PHASHYN)"
tipologia/finanziamento: Progetto di ricerca/finanziamento pubblico
ruolo: responsabile scientifico dell’'unita CNR
coordinatore del progetto: Prof. Nicola Lovergine
entitd finanziaria: 2.079.480,00 €
importo finanziamento dell’unita CNR: 370.302,00 €
data di inizio attivita: 23 dicembre 2013
durata: 2 anni
data di ammissione al finanziamento: 30/08/11
partecipanti: Universita del Salento, CNR-IMM unita di Lecce, ENEA Centro Ricerche Brindisi
finalita progetto: settore tecnologico Energia - sviluppo di celle solari fotovoltaiche (PV) ad
elevata efficienza nella conversione dell’energia (fotovoltaico di Il Generazione), basate
sull'impiego innovativo di materiali semiconduttori nano-strutturati e di nano-compositi ibridi.
attivitd svolta: progettazione di un Laboratoric di ricerca in rete tra il Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione dell'Universita del Salento, il CNR di Lecce (Istituto per la
Microelettronica e i Microsistemi) ed il Centro Ricerche ENEA di Brindisi.
risultati ottenuti: progetto di un Laboratorio di ricerca in rete (realizzazione del Laboratorio
attualmente in corso: data di completamento prevista Dicembre 2015).
documento: - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2009 approvazione
progetto; - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 30/08/2011;- Nota prot.
AOO_158_8911 del 12/09/2011 dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica della
Regione Puglia; DGR n.22 del 29/01/2013, AD n.181/2013.

2. descrizione del titolo: Responsabilita del PROGETTO EUROPEAN NETWORK e
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membership dello Steering Committee
The Fifth Framework Programme: Competitive and Sustainable Growth, Advanced Functional
Materials (5.2) ”
titolo del progetto: "Semiconductor oxides for UV optoelectronics, surface acoustics and
spintronics (SOXESS)",
http:/ /cordis.europa.eu/search/ index.cfm?fuseaction=proj.document&P]_LANG=EN&PJ]_RC
N=5670389&pid=0&q=6476C764D96BF1A498D5D5FAB5AB8995 Adety pe=sim
di cui la Dott.ssa Paola Prete & responsabile scientifico per 'IMM CNR di Lecce
PJ_REF: G5RT-CT-2002-05075 firmato a Bruxelles il 12 Giugno 2002
tipologia/finanziamento: Progetto di ricerca/ finanziamento pubblico
data di inizio attivita: 1 luglio 2002
data di conclusione: 31 ottobre 2005
durata: 40 mesi
Entita delle risorse attribuite all'intero progetto: 510.000,00 €
Risorse accordate all’ IMM-CNR di Lecce: 45.000,00 €
ruolo: responsabile scientifico dell’unita CNR
finalita progetto: il progetto si incentra sullo ZnQO (ed altri ossidi di semiconduttori) dalle uniche
proprieta fisiche che lo rendono un nuovo materiale funzionale avanzato, per 'emissione e
rivelazione di radiazione UV, I'immagazzinamento ottico dei dati, i display a colori, i SAW ela
sensoristica ambientale. Si articola in Workshop e Steering Committe meeting annuali.
La Dott.ssa Prete @ stata anche membro dello Steering Committee del Network.
Dal primo anno del progetto le & stato affidato dal coordinatore I'incarico di preparare i rapporti
scientifici annuali (progress reports) coordinando i risultati dell’attivita dell'intero consorzio.
attivita svolta: deposizione mediante metodi di auto-assemblaggio di nanorod di ZnO
attraverso il meccanismo Vapour-Liquid-Solid (VLS) catalizzato da nanocluster metallici di Au.
risultati ottenuti: realizzazione di strutture verticali quasi 1-D a base di ZnO su Si, mediante
evaporazione carbo-termica catalizzata da nanoparticelle metalliche.
documento: dichiarazione prot. n. 509 del 10/09/2004 dell IMM-CNR, firmata dal Responsabile,
dr. Pietro Siciliano e "financial report” prot. 513 del 28/12/2005 dell'TMM unita di Lecce

3. descrizione del titolo: Progetto di Ricerca industriale
ditta: progetto di ricerca ditta Alfa Impianti Snc, Galatone (LE) e IMM-CNR di Lecce
ruolo: Responsabile
tipologia/finanziamento: Progetto di ricerca/finanziamento conto terzi
anno: 2013-2014
periodo di attivita: dal 01/01/2013 - al 31/12/2014
titolo: "Sintesi MOVPE di Nanofili di Semiconduttori III-V per Celle Solari di 1Tl Generazione”
contratto tra il Laboratorio MOVPE dell'IMM di Lecce e la ditta Alfa Impianti
entita finanziaria: 100.430 €
finalita del progetto: realizzazione prototipale di celle solari ad array di nanofili di
semiconduttori composti III-V, mediante tecnologia MOVPE per il fotovoltaico di I
generazione.
attivith svolta: realizzazione di dispositivi basati su nanostrutture di semiconduttori composti
[1[-V mediante tecnologia MOVPE per il fotovoltaico di IlI generazione.
risultati ottenuti: array densi di nanowire GaAs/AlGaAs core-shell depositati per VL3
mediante MOVPE su substrati di Si, con resa di nanowire verticali del 97%; studio delle
proprieta elettriche, ottiche e di foto-trasporto. Sviluppo di un modello per il controllo della
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velocita di crescita della shell di AlGaAs che consente di progettare strutture di nanowire a
multi-shell.

documento: prot. n. 6400 del 18/12/2012 del CNR-IMM di Lecce firmato dal Responsabile della
Sez. IMM di Lecce dr. Pietro Siciliano e dal Rappresentante legale della ditta Alfa Impianti s.n.c.,
Ing. Angelo Spampinato.

4. descrizione del titolo: Progetto di Ricerca industriale
ditta: ditta NanoGrass Solar LLC, 860 Skyline Drive, Erdenheim, PA 19038, USA
ruolo: Responsabile
tipologia/finanziamento: Progetto di ricerca con la ditta NanoGrass/finanziamento conto terzi
anno: 2011- 2012
periodo di attivita: dal 01/04/2011 - al 31/12/2013
titolo: HI-V core-shell nanowires for IlI generation PhotoVoltaics (PV)
contratto tra il Laboratorio MOVPE dell'IMM di Lecce e la ditta NanoGrass Solar LLC, USA
entita finanziaria: 10.000 €
finalita del progetto: realizzazione prototipale di celle solari ad array di nanofili di
semiconduttori composti 1II-V, realizzate mediante tecnologia MOVPE per il fotovoltaico di I
generazione.
attivitd svolta: realizzazione di dispositivi basati su nanostrutture di semiconduttori composti
M-V mediante tecnologia MOVPE per il fotovoltaico di IIi generazione.
risultati ottenuti: densi array di nanowire GaAs/AlGaAs core-shell depositati per VLS
mediante MOVPE su substrati di Si, si & raggiunta una resa di nanowire verticali del 97% e ne
sono state studiate le proprieta elettriche, ottiche e di foto-trasporto. E’ stato sviluppato un
modello per il controllo della velocita di crescita della shell di AlGaAs che consente di
progettare strutture di nanowire a multi-shell.
documento: prot. n. 3091 del 15/07/11 dell'IMM CNR di Lecce firmata dal Responsabile della
Sez. IMM di Lecce dr. Pietro Siciliano e dal Chief Technical Officer (C.T.O.) della NanoGrass
Solar LLC, Prof. Dr. Bahram Nabet.

5. descrizione del titolo: Progetto di Ricerca per industriale
impresa: ditta NanoGrass Solar LLC, 860 Skyline Drive, Erdenheim, PA 19038, USA
ruolo: Responsabile del progetto
anno: 2010
titolo: Dense arrays of quasi 1-dimensional nanostructures for 11I generation PhotoVoltaics (PV)
contratto tra il Laboratorio MOVPE dell'IMM di Lecce e la ditta NanoGrass Solar LLC, USA
tipologia/finanziamento: Progetto di ricerca con la ditta NanoGrass/finanziamento conto terzi
finalita: realizzazione prototipale di nanostrutture di semiconduttori composti III-V mediante
tecnologia MOVPE per il fotovoltaico di III generazione.
attivita svolta: realizzazione di dispositivi basati su nanostrutture di semiconduttori composti
ITI-V mediante tecnologia MOVPE per il fotovoltaico di III generazione.
risultati ottenuti: ottimizzazione delle proprieta di assorbimento della luce di densi array di
nanofili di semiconduttori composti e delle caratteristiche di efficienza di conversione
fotovoltaica.
entita finanziaria: 10.000 USD (8800 EUR)
periodo di attivita: dal 01/07/2009 al 31/12/2010
documento: prot. n. 2428 del 17/12/09 dell'TMM CNR di Lecce firmata dal Responsabile della
Sez. IMM di Lecce dr. Pietro Siciliano e dal C.T.O. della NanoGrass Solar LLC, Prof. Dr. Bahram
Nabet
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6. descrizione del titolo: Progetto di Ricerca industriale
impresa: ditta multinazionale Saes-Getters S5.p.A.
ruolo: Responsabile del progetto
anno: 2011
titolo: "Progetto tecnico-scientifico sull’utilizzo di H,-UHP da Microtorr nel processo MOVPE di
semiconduttori composti HI-V™
Utilizzo di H2-UHP Microtorr nel processo MOVPE di semiconduttori composti III-V
descrizione: confrontando la qualita ottica ed elettronica di etero-strutture a quantum-well del
tipo GaAs/AlGaAs cresciute per MOVPE utilizzando le due tipologie di purificazione di H2.
responsabile scientifico del progetto: dott.ssa Paola Prete
entita finanziaria: 30.000 €
durata: 1 anno - dal 20/12/2010 al 19/12/2011
finalita del progetto: validazione funzionale del purificatore di idrogeno H-UHP Microtorr
fornito dalla Saes-Getters SpA attraverso il suo impiego nella crescita MOVPE di eterostrutture
di semiconduttori composti llI-V; confronto del livello di purezza ottenuta per l'idrogeno UHP
cosi prodotto con quello di un purificatore standard a cella al Pd mediante misure di
spettrometria di massa ad alta semsibilita realizzate in linea all'ingresso del reattore MOVPE.
attivita svolta: confronto delle proprieta fisiche e chimiche di eterostrutture di semiconduttori
composti 1II-V depositate mediante MOVPE con l'utilizzo di idrogeno purificato con i due
differenti sistemi di purificazione {cella a membrana di Pd, e filtro a getter).
risultati raggiunti: confronto delle prestazioni dei dispositivi realizzati con materiali sintetizzati
con utilizzo di gas altamente purificati.
documento: lettera prot. n. 4156 del 20/12/10 dell'IMM CNR di Lecce firmata dal Responsabile
della Sez. IMM di Lecce dr. Pietro Siciliano e dal Presidente della SAES getters S.p.A. Dr. Ing.
Massimo della Porta.

7. descrizione del titolo: Progetto di Ricerca industriale con la ditta Saes-Getters S.p. A.
titolo: "Utilizzo di No-UHP Monotorr II nel Processo MOVPE di semiconduttori composti III-V"
accordo tra il Laboratorio MOVPE dell'IMM di Lecce e la ditta Saes-Getters SpA
finalita del progetto: validazione funzionale del purificatore di azoto Monotorr II della Saes-
Getters SpA utilizzato nella realizzazione di eterostrutture di semiconduttori composti III-V
mediante MOVPE.

Attivita svolta: confronto delle proprieta fisiche e chimiche di eterostrutture di semiconduttori
composti I1I-V depositate mediante MOVPE con l'utilizzo di azoto purificato con differenti
sistemi.

Risultati raggiunti: miglioramento delle prestazioni di dispositivi realizzati con materiali
sintetizzati con utilizzo di gas altamente purificati

responsabile scientifico del progetto: dott.ssa Pacla Prete

entita finanziaria: 30.000 €

durata: 1 anno, dal del 03/05/04 al 02/05/05

documento: lettera prot. n. 281 del 03/05/04 dell'IMM CNR di Lecce firmata dal Responsabile
della Sez. IMM di Lecce dr. Pietro Siciliano e dall” amministratore delegato SAES getters S.p.A.
dr. Giulio Canale.
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f11) Partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali ammessi a
finanziamento sulla base di bandi competitivi

I. descrizione del titolo: PROGETTO Nazionale PRIN 2004:
Bando del Ministero dell'Istruzione dell’Universita e della Ricerca (MIUR)
area 02: Scienze Fisiche (100%)
titolo: "Crescita e caratterizzazione di nano-strutture epitassiali quasi uni-dimensionali a base di
ZnO"
coordinatore: Prof. Nicola Lovergine, Universita di Lecce
durata: 2 anni, dal 30/11/2004 al 29/11/2006
Entita delle risorse attribuite all'intero progetto: 190.000 €
Entita delle risorse attribuite all’Unita di Ricerca di Lecce: 78.000 €
finalita: crescita auto-organizzata di nanorod epitassiali di ossidi funzionali e studio degli effetti
della bassa dimensionalita sulla ricombinazione radiativa/non-radiativa e sul confinamento
della luce in array di nanorod
attivita svolta: deposizione per auto-assemblaggio di nanorod di ZnO e loro caratterizzazione
risultati raggiunti: realizzazione ed ottimizzazione di nanorod a base di ZnQ ottenuti per self-
assembly da catalizzatore metallico per la sensoristica
documento: comunicazione approvazione progetto prot. n. 1866 del 10/11/2004 del MIUR/ Uff.
III, progetto dell” unita di ricerca di Lecce, Modello B, Anno 2004, prot. n. 2004028932_001 del
MIUR e pagina web: http://cercauniversita.cineca.it/ php5/ prin/cerca. php?codice=2004028932;
dichiarazione del Direttore della sez. IMM di Lecce attestante la partecipazione della Dott.ssa
Prete all'unita operativa di Lecce: prot. n. 639 del 19/11/2004 dell'IMM di Lecce

2. descrizione del titolo: PROGETTO Bando MIUR 2003:
Bando del Ministero dell'Istruzione dell’Universita e della Ricerca Contributo straordinario agli
Istituti e/0 enti culturali di ricerca e/o formazione pubblici e privati, con sede operativa nelle
aree ricomprese nell’obiettivo 1 — decreto direttoriale n. 1105 del 9 Ottobre 2002 pubblicato sulla
G.U. n. 292 del 13 Dic. 2002 - Rif. Progetto n. 156
titolo: “Sviluppo di Tecnologie Innovative per la Societa dell'Informazione: Optoelettronica,
Nanoelettronica e Sensoristica”
Coordinatore di progetto: Dott. Corrado Spinella (IMM-CNR Sez. di Catania)
Approvato: 31 Maggio 2004
Inizio attivita: 1 Giugno 2004
durata 2 anni
obiettivo: realizzazione di sensori chimici a stato solido a base di ossidi ed impiego della crescita
MOVPE per la realizzazione di fili e pozzi quantici di semiconduttori III-V
attivita svolta: crescita e caratterizzazione di nanofili auto-organizzati di ZnO e di
semiconduttori III-V
Entita delle risorse attribuite all'intero progetto: 825.000,00 EURO
Entita delle risorse attribuite all’Unita di Lecce: 272.834,37 EURO
La Dott.ssa Prete & stata responsabile scientifico del progetto per la parte di deposizione
MOVPE.
Documento: decreto contributo straordinario del MIUR riferimento Progetto n. 156 prot. n. 384
del 21/06/2004 dell'IMM di Lecce

31

&




Dichiarazione del Responsabile IMM di Lecce attestante la partecipazione al progetto e la
responsabilita scientifica della Dott.ssa Prete per le attivita inerenti la deposizione epitassiale
nell’ambito delle due attivita: C3.2 Fili e pozzi quantici mediante crescita epitassiale selettiva -
C.2.1 Realizzazione di sensori chimici a stato solido, prot. n. 0001714 dei 24/09/2009

3. descrizione del titolo: PROGETTO Esperimento Nazionale dell’INFN SINEC
titolo: “Spectroscopic Improvements by Novel Electrode Configurations”, proposto dalle Sezioni
INFN di Napoli, Bologna e Lecce in collaborazione con gli Istituti CNR TERSE (BO), IMM sez.
Lecce e la ditta eV Products di PA (USA).
Finalita del progetto: sviluppo di rivelatori modulari al CdZnTe per raggi X e gamma con
10keV<Ex<IMeV, caratterizzati da elevate prestazioni spettroscopiche, ottenute
prevalentemente con nuove configurazioni elettrodiche, adatti alla realizzazione di array per
applicazioni spaziali e radiologiche.
Attivita svolta: Crescita e caratterizzazione di CdTe epitassiale per la realizzazione di rivelatori
diraggi Xey
Risultati: realizzazione di rivelatori a base CdTe epitassiale per raggi X e gamma con elevate

prestazioni spettroscopiche

Durata: 3 anni, dal gennaio 2002 al dicembre 2004

Coordinatore Nazionale: prof. Eugenio Perillo (INEN, Sez. di Napoli, gruppo V)

Entita delle risorse attribuite al progetto: Totale 118.000 EURO (di cui 46.000 € nell’anno 2002,
35.000€ nell’anno 2003 e 35.000€ nell’anno 2004)

documento: attestato di partecipazione al progetto prot. n. 0000297 del 25/09/09 della Sez.
INEN di Lecce

4. descrizione del titolo. PROGETTO EUROPEO 5t Framework Programme, V
Programma Quadro (1998-2002)

descrizione: Programme for research, technological development and demonstration on
"Energy, Environment and Sustainable Development” (EESD), 1998-2002
titolo: A THERmophotovoltaic power generator for hybrid Electric Vehicles (THE REV)
Contract n. ERK6-CT-1999-00019
Altre informazioni: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/51598 _en.html
durata: 43 mesi
data di inizio; 01/03/2000
data di conclusione: 30/09/2003
coordinatore e responsabile scientifico: dr. Massimo Mazzer del CNR-IME di Lecce;
Finalita del progetto: A Thermo photovoltaic generator will be produced to be used in a
commercial electric vehicle. High efficiency photovoltaic cells will be used to convert infrared
radiation produced by combustion into electricity with high overall efficiency
attivitd svolta: deposizione MOVPE di strati epitassiali II-V e di eterostrutture a bassa
dimensionalita per celle ad elevate efficienze
risultati: realizzazione di un dispositivo termofotovoltaico basato su celle Multi-Quantum-Well

(MQW) ad alta efficienza in grado di alimentare un veicolo a propulsione elettrica.
costo totale: EUR 4074441
contributo EU: EUR 2 376 963
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partecipanti: National Research Council of Italy, ELASIS SCPA - Sistema Ricerca FIAT nel
Mezzogiorno (Italy), Universita degli Studi di Lecce (Italy), IQE (Europe) Limited (UK),
MASMEC srl (Italy)

PJ_REF: ERK6-CT-1999-00019

documento: contratto firmato dalla Commissione Europea prot. nn. 161 del 17/02/2000 del CNR
IME di Lecce

5. descrizione del titolo: PROGETTO Esperimento Nazionale dell’INFN SIRTOD
Esperimento Nazionale dell'INEN (Sez. di Lecce - gruppo V):
titolo: "Spectroscopic improvements on room temperature operated detectors”
durata: 3 anni, dal gennaio 1999 al dicembre 2001
finalita del progetto: Sviluppo di una tecnologia epitassiale innovativa per la realizzazione di
rivelatori di raggi X e Gamma a base di CdTe per applicazioni astrofisiche e medicina nucleare
attivita svolta: Crescita e caratterizzazione di CdTe epitassiale per la realizzazione di rivelatori
diraggi X ey
risultati ottenuti: Realizzazione di strati spessi di CdTe con elevata qualita cristallina su wafer
di GaAs(100) mediante epitassia da fase vapore per trasporto in idrogeno (H2T-VPE) e
dimostrazione delle potenzialita del materiale nella rivelazione di fotoni X.
Coordinatore: Prof. Eugenio Perillo, INFN Sez. di Napoli
Entita delle risorse attribuite alla sez. INFN di Lecce: Totale 182 MLire nei 3 anni (93.995 Euro)
documento: attestato di partecipazione al progetto prot. n. 0000297 del 25/09/09 della Sez.
INFN di Lecce

6. descrizione del titolo: PROGETTO NATO
descrizione: Progetto bilaterale NATO nell’ambito del “Science for Peace Programme”.
titolo: "Development of novel optical techniques and devices for non-destructive

characterization of semiconducting compounds and structures”
Importo totale del progetto: Totale 11.500.000 Franchi belgi (285.078 EUR)

Codice: contratto: SfP Project n, 974476

Responsabile: Prof. Nicola Lovergine, Universita di Lecce

Altri partecipanti: Laboratorio Crescita Epitassiale dell’'Universita di Lecce, I'Institute of
Materials Science and Applied Research (IMSAR) dell’Universita di Vilnius, Semiconductor

Physics Institute di Vilnius ed industrie lituane operanti nel campo dell’opto-elettronica.
Periodo di attivita: 5 anni, dal gennaio 2001 al dicembre 2005

finalita: 1) applicazione di metodiche di caratterizzazione spettroscopica non-lineare risolte in
tempo (di tipo ‘pump-probe’) a materiali ed eterostrutture di semiconduttori composti III-V e II-
VI, sfruttando in particolare metodi di 'four-wave mixing' (FWM); 2) dimostrazione dell'utilita
di tali tecniche nella caratterizzazione 'di routine' delle proprieta fuori equilibrio (diffusione,
mobilita, rate di ricombinazione, ecc.) dei portatori di carica nei semiconduttori, in particolare
nelle fasi di sviluppo/ingegnerizzazione dei processi di crescita ed ottimizzazione di materiali e
strutture a semicond uttori.

attivita svolta: crescita MOVPE e caratterizzazione di eterostrutture di semiconduttori composti
II-VI

risultati ottenuti: Correlazione dei parametri di crescita MOVPE di eterostrutture a base
CdTe/ZnTe con le proprieta fuori equilibrio dei portatori di carica ottenute mediante
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caratterizzazione con tecniche FWM.
Documento: dichiarazione di approvazione del progetto prot. n. SA 5fP\974476(2000)322CDW
del 21/11/2000 della NATQO, Scientific Affair Division

7. descrizione del titolo: PROGETTO MIUR:
titolo: "Tecnologie abilitanti per sistemi di nuova generazione di trasmissione e ricezione a
microonde” — Prot. MIUR nr. 2249/ric del 2/11/2006
tipologia: Progetto MIUR/Finanziamento pubblico
Contract number: 2249/ric del 2/11/2006
Altri partner italiani o stranieri: Consorzio OPTEL, Galileo Avionica S.p.A., SELEX Sistemi
Integrati S.p.A., Thales Alenia Space Italia Sp.A., Universita del Salento, Consorzio
Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase
Finanziamento: (quota ricerca): 380.000 Eur
responsabile: Dott. Pietro Siciliano
durata: 01/06/2006 al 30/11/2008
finalita: sviluppo di tecnologie abilitanti per sistemi di nuova generazione di trasmissione e
ricezione a microonde.
attivita svolta: studio di fattibilita della tecnologia di realizzazione dei composti semiconduttori
11I-V e progettazione di dispositivi.
risultati ottenuti: progettazione di tecnologie innovative per la realizzazione di componentistica
MEMS (Sitemi Micro Elettro Meccanici) per applicazioni nel settore delle comunicazioni a
radiofrequenza (nelle bande X e K).
doc: protocollo IMM-CNR n. 1021 del 20/06/2007

8. descrizione del titolo: PROGETTO MIUR
titolo: "Messa a punto di un sistema di rilevazione della presenza di carburante neil’olic motore
in sistemi meccanici endotermici” — Prot. MIUR nr. 12610/F/02
tipologia: Progetto MIUR/Finanziamento pubblico
Contract number: 12610/P/02
Altri partner italiani o stranieri: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM]) - Sezione
di Lecce, Union Key Sr.l. - Lecce (LE)
responsabile: Dott. Pietro Siciliano, IMM-CNR Lecce
durata intero progetto: 01/06/2004 al 30/11/2006
finalita: realizzazione di un sistema di array di sensori innovativo con la funzione di rivelare la
presenza di contaminanti nell’clio lubrificante.
attivita svolta: studio e preparazione di film sottili su substrati di silicio per il sistema di
rivelazione
risultati ottenuti: realizzazione di un array costituito da differenti microsensori di gas di film

sottili di ossidi metallici
documento: protocollo IMM-CNR n. 925 del 07/06/2007

9. descrizione del titolo: PROGETTO dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASID) - anno 2001
titolo: "Study and realization of an epitaxial CdZnTe X-detector prototype for astrophysical
applications”
durata: 1 anno, il 2002
responsabile: Prof.ssa A M. Mancini, Universita di Lecce
altri partner italiani o stranieri: INAF Bologna, Universita di Napoli (Perillo), Universita Milano
Bicocca (Bertuccio), gli Istituti CNR TERSE (BO) ed IME sez. Lecce
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finalita del progetto: Sviluppo di una tecnologia epitassiale innovativa per la realizzazione di
rivelatori di raggi X ¢ Gamma a base di Cd(Zn)Te per applicazioni astrofisiche e medicina
nucleare

attivitd svolta: Crescita e caratterizzazione di CdZnTe epitassiale per la realizzazione dj
rivelatori di raggi X e gamma

risultati ottenuti: Realizzazione, e collaudo di un prototipo di reattore H2T-VPE innovativo per
la crescita di strati spessi di CdTe e CdZnTe; primi test di crescita mediante processo H2T-VPE
di strati epitassiali di CdTe.

Codice Contratto: I/R/111/02

Importo totale: 132.131,00 €

Importo unita CNR di Lecce: 18.200,00 €

Documento: Contratto di Ricerca 1/R/111/02 firmato il 31/07/02 dal Direttore Generale
dell’ASI, Ing. Alessandro Bellman e il 13/09/02 dal Presidente INEM, Prof. Flavio Toigo

10. descrizione del titolo: PROGETTO dell’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
titolo: "Sviluppo di rivelatori a CdTe epitassiale per Astronomia X nell’intervallo 10-100 keV"
durata: 1 anno, 2000
contratto di ricerca n. ARS/99-17
Codice finanziamento n. IAMAS00476
responsabile: Prof.ssa Anna Maria Mancini, Universita di Lecce
altri partner italiani o stranieri: INAF Bologna, Universita di N apoli (Perillo), Universita Milano
Bicocca (Bertuccio), gli Istituti CNR TERSE (BO) ed IME sez. Lecce
Importo totale: 230.000.000 lire ~ equivalenti a 118785 €
Importo unita CNR di Lecce: 29.000.000 Lire, equivalenti a c.a. 15000
finalita del progetto: Sviluppo di una tecnologia epitassiale innovativa per la realizzazione di
rivelatori di raggi X e Gamma a base di CdZnTe per applicazioni astrofisiche e medicina
nucleare
attivitd svolta: Crescita e caratterizzazione di CdZnTe epitassiale per la realizzazione di
rivelatori di raggi X e ¥ ‘
risultati ottenuti: Realizzazione di un prototipo di reattore H2T-VPE innovativo per la crescita
di strati spessi di CdTe e CdZnTe.
documento: accertamento pos. 126.177 Com. 02 Tit. 093 prot. n. 082269 del 29/12 /1999 del CNR,
contratto n. ARS5/99-17 firmato il 19/04/99 dal Presidente dell’ASI, Sergio De Julio ed il
12/05/99 dal Presidente INFM, Carlo Calandra Buonaura.

11. descrizione del titolo: PROGETTO dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
titolo: "Sviluppo di rivelatori a CdTe epitassiale per Astronomia X nell’intervallo 10-100 keV"
durata: 1 anno, 1999
contratto di ricerca n. [/R/28/00
Importo totale: 250.000.000 lire lire - equivalenti a 129.114 €
Importo unita CNR di Lecce: 30.000.000 Lire lire — equivalenti a c.a 15500€
responsabile: Prof.ssa Anna Maria Mancini, Universita di Lecce
altri partner italiani o stranieri: INAF Bologna, Universita di Napoli (Perillo), Universita Milano
Bicocca (Bertucecio), gli Istituti CNR TERSE (BO) ed IME sez. Lecce
finalita del progetto: Sviluppo di una tecnologia epitassiale innovativa per la realizzazione di
rivelatori di raggi X e Gamma a base di CdZnTe per applicazioni astrofisiche e medicina
nucleare
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attivita svolta: Crescita e caratterizzazione di CdZnTe epitassiale per la realizzazione di
rivelatori di raggi X e Y

risultati ottenuti Progettazione di un prototipo di reattore H2T-VPE innovativo per la crescita di
strati spessi di CdTe e CdZnTe.

documento: accertamento pos. 126.177 Com. 02 Tit. 093 prot. n. 010061 del 13/03/2001 del CNR
Contratto di Ricerca 1/R/28/00 firmato il 19/05/00 dal Direttore Generale dell’ASI, Ing.
Alessandro Bellman e il 25/05/00 dal Presidente INFM, Prof. Carlo Calandra Buonaura, prot. n.
347 del 19/03/2001 del CNR IME di Lecce

12. descrizione del titolo: PROGETTO dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASD)
titolo: "Sviluppo di rivelatori a CdTe epitassiale per Astronomia X nell'intervallo 10-100 keV"
durata: 1 anno, 1998
contratto di ricerca n. ASI-I/R/167/01
Importo totale: 200.000.000 lire — equivalenti a 103.291 €
Importo unitd CNR di Lecce: 34.000.000 Lire - equivalenti a 17560 €
responsabile: Prof ssa Anna Maria Mancini, Universita di Lecce
altri partner italiani o stranieri: INAF Bologna, Universita di Napoli (Perillo), Universita Milano
Bicocca (Bertuccio), gli Istituti CNR TERSE (BO) ed IME sez. Lecce
finalita del progetto: Sviluppo di una tecnologia epitassiale innovativa per la realizzazione di
rivelatori di raggi X e Gamma a base di CdZnTe per applicazioni astrofisiche e medicina
nucleare
attivita svolta: Crescita e caratterizzazione di CdZnTe epitassiale per la realizzazione di
rivelatori di raggi X e Y
risultati ottenuti: Progettazione di un prototipo di reattore H2T-VPE innovativo per la crescita
di strati spessi di CdTe e CdZnTe.
documento: accertamento pos. 126.177 Tit. 093 prot. n. 045771 del 23/10/2001 del CNR;
Contratto di Ricerca 1/R/167/01 firmato il 25/05/01 dal Direttore Generale dell’ASI, Ing.
Alessandro Bellman e dal Presidente INFM, Prof. Flavio Toigo, prot. n. 1576 del 13/11/2001 del
CNR IME di Lecce

13. descrizione del titolo: PROGETTO FINALIZZATO del CNR "Materiali e Dispositivi
per I'Elettronica dello Stato Solido" (MADESS) 11

titolo: “Preparazione e caratterizzazione di dispositivi a semiconduttore emettitori di luce nella
regione del blu-verde”
finalita del progetto: Studio della fisica e della tecnologia MOVPE dei semiconduttori composti
II-VI a base Mg per l'applicazione alle sorgenti di luce a stato solido (LED, diedi laser) con
emissione nel blu-verde.
attivita svolta: Crescita MOVPE di strati binari di MgSe e ternari di ZnMgSe, su (100)GaAs, ed
eterostrutture a buche quantiche multiple (MQW) di ZnSe/ ZnMgSe.
risultati ottenuti: Definizione dei parametri di crescita MOVPE per eterostutiure a buca
quantica multipla del tipo ZnMgSe/ZnS3e e loro caratterizzazione strutturale ed ottica.
Direttore del P.F. MADESS: Prof. Antonio Paoletti, Universita di Roma Tor Vergata
Responsabile per I'Unita Operativa IME-CNR di Lecce: Prof. Lorenzo Vasanelli

durata: 4 anni, dal gennaio 1998 al dicembre 2001
entita delle risorse attribuite all'IME CNR di Lecce: 509 milioni di lire - equivalenti a 262876,56
€c.a. 262.877
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documento: delibera di approvazione del CIPE del 18/12/96 prot. n. E960307; approvazione del
progetto dell’Unita operativa di Lecce prot. n. AP/si/18,/1997 del 07/10/97 del CNR.

14. descrizione del titolo: PROGETTO finanziato dal British Council/CRUI - anno 1998
titolo: "II-VI materials for novel opto-electronic and photonic applications”
durata: 1 anno solare, dal gennaio 1998
Altri partner italiani o stranieri: Progetto, in collaborazione con il Laboratorio di Crescita
epitassiale dell'Universita di Lecce, il Physics Department dell'Universita di Bath, 1I'Opto-
Electronic Materials Research Laboratory del North-East Wales Institute (NEWI) e la ditta
Epichem Ltd. di Liverpool (UK);
entita delle risorse attribuite all'unita dei Lecce: Totale 10.000.000 lire - equivalenti a 5165 €
responsabile: Prof. Nicola Lovergine, Universita di Lecce
finalith del progetto: Studio dei processi di drogaggio durante la crescita MOVPE dei
semiconduttori composti II-VI
attivita svolta: Crescita via MOVPE e caratterizzazione ottica di strati singoli ed etero-strutture
di semiconduttori II-VI a base di ZnSe
risultati ottenuti: Confronto tra le proprieta ottiche di strati di ZnSe sia drogati sia non-
intenzionalmente drogati realizzati mediante MOVPE e MBE.

15. descrizione del titolo: PROGETTO finanziato dal "Engineering and Physical Science
Research Council" (EPSRC), UK

titolo: "p-type doping of ZnSe by MOVPE for blue emitters"
durata: 3 anni, 1996-98
responsabile: Prof. Stuart J.C. Irvine, NEWI, ora Glyndwr University, Wrexham, North Wales
(UK)
contract n. K14490 and 136253
Altri partner italiani o stranieri: Salford University, Manchester (UK), University of East Anglia
Norwich (UK), Epichem Ltd. di Liverpool (UK)
finalita del progetto: L'obiettivo principale del progetto €' stato lo studio della crescita
epitassiale mediante MOVPE dei composti II-VI a base Se per l'optoelettronica.
attivitd svolta: crescita MOVPE pirolitica e foto-assistita con monitoraggio ottico in-situ,
drogaggio di tipo p e caratterizzazione ottica di eterostrutture di ZnSe.
Risultati ottenuti: In particolare, si sono investigati i meccanismi di incorporazione di He N
nello ZnSe, nonché l'origine delle contaminazioni da alogeni (soprattutto Cl) riscontrate nei
composti II-VI cresciuti mediante MOVPE. I risultati ottenuti hanno permesso di individuare
I'origine della compensazione nel drogaggio di tipo p dello ZnSe.
documento: lettera del Prof. S.]J. C. Irvine del 01/09/97

16. descrizione del titolo: PROGETTO NEWI-Rockwell Int. Science Center, UK
titolo: "Laser reflectance in situ monitoring of PACE 1"
durata: 6 mesi, 15/01/1997- 15/07/1997
responsabile: Prof. Stuart ].C, Irvine, NEWL ora Glyndwr University, Wrexham, North Wales
(UK)
entita delle risorse: 11268 (pounds sterling) quivalenti a c.a. 7000 Eur
Altri partner italiani o stranieri: Rockwell Int. Science Center, USA
finalita del progetto: caratterizzare la nucleazione iniziale del CdTe sul piano basale dello
zaffiro al variare del rapporto stechiometrico VI/II e della temperatura.
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attivita svolta: crescita di buffer layer di CdTe su substrati di zaffiro per verificare leffetto delle
differenti condizioni di nucleazione monitorate.

Risultati ottenuti: Determinazione dei parametri ottimali per il miglioramento della qualita
ottenuta del materiale attraverso il controllo mediante monitoraggio ottico in-situ delle
condizioni di nucleazione.

17. descrizione del titolo: PROGETTO EUROPEO Human Capital & Mobility Research
Network Scheme (HC&M)

titolo: "MOCVD of II-VI"
Contract number: CHRX- CT930368
durata: dal 01/01/1994 al 31/03/1996
Altri partner italiani o stranieri: Laboratoires de Physique des Solides de Bellevue du CNRS in
Medoun Paris, Montpellier University, Aveiro Univ., Regensburg Univ., Univ. of Durham, Univ.
of Surray, Univ. of East Anglia, Heriot-Watt Univ. Edinburgh, Epichem Ltd. di Liverpool (UK).
entita delle risorse: 270.000 EUR
finalita: 1) studio/sviluppo della crescita epitassiale e drogaggio di tipo-p mediante tecnologia
MOCVD di eterostrutture di semiconduttori composti II-VI a larga-gap proibita; 2) migliore
comprensione delle proprieta fisiche fondamentali di tali composti e delle loro eterostrutture,
soprattutto quelle a ridotto confinamento, di interesse nella realizzazione di diodi laser con
emissione nella regione blu-verde dello spettro visibile.
attivita svolta: caratterizzazione spettroscopica delle eterostrutture di semiconduttore II-VI e
correlazione con le condizioni di crescita MOVPE
risultati ottenuti: validazione funzionale di precursori metallorganici alternativi di Se Se per la
sintesi MOVPE di strati ‘device-quality’ a base di ZnS e ZnSe.
Coordinatore: Prof. O. Gorochov (CNRS Meudon, Paris, France)
Responsabile unita di Lecce: Prof. Vasanelli

18. descrizione del titolo: PROGETTO SPECIALE del Gruppo Nazionale di Struttura della
Materia del CNR

titolo: "Nuova Optoelettrovica Verde-blu Avanzata” (NOVA) "Novel blue green optoelectronics”
durata: 1 anno, 1994
finalita: sviluppo di laser a stato solido e modulatori optoelettronici non-lineari basati su etero
strutture di semiconduttori 11-V] a bassa dimensionalita
attivita svolta: studio delle proprieta elettroniche e strutturali di eterostrutture del gruppo II-VI
risultati ottenuti: Tra gli altri risultati conseguiti, esperimenti di magnetospettroscopia in
presenza di campi magnetici intensi (fino a 8 Tesla) hanno reso possibile lo studio della
quantizzazione degli stati eletfronici in presenza di campo magnetico, chiarendo cosi per la
prima volta la natura dei meccanismi di emissione laser (da eccitoni o da portatori liberi) nelle
eterostrutture a buca quantica di composti II-VI (ZnCdSe/ ZnSe).
responsabile dell’unita di Lecce: prof. R, Cingolari
entita finanziaria del Dip.to di Scienza dei Materiali di Lecce: 100 ML — equivalenti a 51.646 €
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£13) Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attivita che denotino la capacita
di guidare la crescita di giovani studiosi

1. descrizione del titolo: responsabile scientifico (tutore della Tesi di Dottorato)
Dottorato di Ricerca in ‘Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie’ (XXIX Ciclo)
attivato presso il Dip. di Ingegneria dell'Innovazione dell’'Universita del Salento, svolge attivita di
L | ricerca presso il Laboratorio di Crescita MOVPE dell'IMM-CNR
‘ Dottoranda: Elena Stevanato, nata a Bari il 22/12/1980
Attivita svolta: Tutor tesi di Dottorato.

i Argomento: nanostrutture a nanofili per applicazioni nel fotovoltaico di Il generazione
: Periodo di attivita: 17 febbraio 2014 - 16 marzo 2017
i Titolo della Tesi: array di nanofili di semiconduttori composti per celle solari di III generazione

Documento: Lettera di incarico del Responsabile della sez. IMM-CNR di Lecce prot. CNR-IMM

2. descrizione del titolo: responsabile scientifico (tutore della Tesi di Dottorato)
Dottorato di Ricerca in ‘Ingegneria dei Materiali e delle Strutture * (XXVI Ciclo) attivato presso il
Dip. di Ingegneria dell'Innovazione dell'Universita del Salento (anni 2011 — 2013), svolge attivita di
ricerca presso il Laboratorio di Crescita MOVPE dell'IMM-CNR
Dottoranda: Alessandra Pedio, nata a Poggiardo (LE) il 27/08/78
Attivita svolta: Tutor tesi di Dottorato.
Argomento: auto-assemblaggio di nanostrutture per applicazioni nel fotovoltaico di III
generazione
Periodo di attivita: 24 marzo 2011 - 23 marzo 2014
Titolo della Tesi: Liquid phase deposited SiQOs for fabrication of III-V compound semiconductor nanowire-
based solar cells
Data presentazione: 01/09/2014
Data discussione: 15/09/2014
Documento: Lettera di incarico del Responsabile della sez. IMM-CNR di Lecce prot. CNR-IMM
prot. n. 1378 del 28/03 /2011.

5 3. descrizione del titolo: responsabile scientifico (tutore della Tesi di Dottorato)
: Dottorato di Ricerca in ‘Ingegneria dei Materiali e delle Strutture’ (XXIV Ciclo)
*‘ Dottorando: Ilio Miccoli, nato a Bari il 06/07/84
Titolo della Tesi: Towards large-scale self-assembly of III-V nanowire heterostructures by MOVPE
technology

Periodo di attivita: 06 Aprile 2009 - 05 aprile 2012

Data presentazione: 05 luglio 2012

! Data discussione: 25 luglio 2012

Documento: Lettera di incarico del Responsabile della sez. IMM-CNR di Lecce prot. CNR-IMM n.
710 del 20/04/2009.

4. descrizione del titolo: responsabile scientifico (tutore della Tesi di Dottorato)
dottorando: Pasquale Paiano
Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Materiali (XIX ciclo) attivato presso il Dip.to di
Ingegneria dell'Innovazione dell’Universita di Lecce (anni 2004 — 2007),
Titolo: Au-catalyzed self-assembly of 11I-V semiconductor nanowires by metalorganic vapour phase epitaxy
Periodo di attivita: dal 13 maggio 2004 al 13 maggio 2007
Data presentazione Tesi: settembre 2007
Data discussione Tesi: novembre 2007
Argomento: studio di strutture auto-organizzate a bassa dimensionalita di semiconduttori II-V realizzate
mediante crescita MOVPE
: documento: dichiarazione del 13/09/04 firmata dal coordinatore di Dottorato, Prof. Giuseppe
| Vasapollo e lettera del Responsabile di sez. di Lecce dell'IMM CNR prot. n. 424 del 20/07/04
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5. descrizione del titolo: responsabile scientifico (tutore della Tesi di Dottorato)
dottorando: Ing. Andrea Quarta
Corso di Dottorato di Ricerca in Sistemi Energetici e Ambiente (XX ciclo) attivato presso il Dip.to
di Ingegneria dell'Innovazione dell'Universita di Lecce (anni 2005 - 2008),
Periodo di attivita svolta: da maggio 2005 ad aprile 2006
Argomento: crescita auto-organizzata e caratterizzazione di nano strutture di ZnO
documento: dichiarazione del 03/04/06 firmata dal coordinatore di Dottorato, Prof. Saverio
Mongelli. '

Attivita di formazione dei giovani all’attivita di ricerca e tecnologica

1. Incarico di tutor di Tirocinio formativo (stage)
Descrizione: Attivita di formazione dei giovani all’attivita di ricerca e tecnologica in qualita di
tutor del tirocinio formativo previsto all'interno del Master del Progetto di Formazione per
“tecnici e ricercatori esperti nelle tecnologie microelettroniche e di packaging di dispositivi
elettronici innovativi” PONO01_02876 “TASMA - Tecnologie Abilitanti per Sistemi di
Monitoraggio Aeroportuale”
Tirocinante ricercatore : Stevanato Elena, nata a Bari il 22/12/1980
Struttura: CNR-IMM Lecce
Periodo: dal 06/05/2013 al 20/12/2013
Totale ore: 650

2. Incarico di tutor di Tirocinio formativo (stage)
Descrizione: Attivitad di formazione dei giovani all’attivita di ricerca e tecnologica in qualita di
tutor del tirocinic formativo previsto all'interno del progetto di formazione PONO01_02876
“TASMA - Tecnologie Abilitanti per Sistemi di Monitoraggio Aeroportuale”
Tirocinante ricercatore: Tritto Nicola, nato a Bari il 28 /08/1981
Struttura: CNR-IMM Lecce
Periodo: dal 06/05/2013 al 20/12/2013
Totale ore: 650

3. Incarico di tutor di Tirocinio formativo (stage)
Descrizione: Attivitd di formazione dei giovani all’attivita di ricerca e tecnologica in qualita di
tutor del tirocinio formativo previsto allinterno del progetto di formazione PON(1_02876
“TASMA - Tecnologie Abilitanti per Sistemi di Monitoraggio Aeroportuale”
Tirocinante ricercatore: Caretto Giuseppe, nato a Campi Salentina (LE) il 29/07/1976
Struttura: CNR-IMM Lecce
Periodo: dal 06/05/2013 al 20/12/2013
Totale ore: 650

4. Incarico di tutor di Tirocinio formativo (stage)
Descrizione: Attivitd di formazione dei giovani all’attivita di ricerca e tecnologica in qualita di
tutor del tirocinio formativo previsto all'interno del progetto di formazione PONO01_02876
“TASMA - Tecnologie Abilitanti per Sistemi di Monitoraggio Aeroportuale”
Tirocinante ricercatore: Ungolo Francesco, nato a Mola di Bari (BA) il 10/06/1983
Struttura: CNR-IMM Lecce
Periodo: dal 29/04/2013 al 06/09/2013
Totale ore: 300

5. Incarico di tutor di Tirocinio formativo (stage)

Descrizione: Attivita di formazione dei giovani all’attivita di ricerca e tecnologica in qualita di
tutor del tirocinio formativo dello studente: lacobazzi Fabrizio, matricola n. 10050649
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Struttura: Universita del Salento

Tipologia del Corso: Tirocinio formativo dello studente lacobazzi Fabrizio

Attivita: Tirocinio formativo per studenti corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali
con attivita di Laboratorio

Materia insegnamento: Laboratorio di Tecnologia di deposizione epitassiale

Periodo: dal 03/06/2009 al 29/09/2009

Totale ore: 150

Atto di conferimento: lettera di incarico del Responsabile di Unitd IMM-CNR di Lecce
Documento: prot. n. 992 del 03 /06/2009

6. Incarico di tutor di Tirocinio formativo (stage)
Descrizione: Attivita di formazione dei giovani all’attivita di ricerca e tecnologica in qualita di
tutor del tirocinio formativo dello studente: Bianco Valentino, matric. n. 10050717
Struttura: Universita del Salento
Tipologia del Corso: Tirocinio formativo dello studente Bianco Valentino
Attivita: Tirocinio formativo per studenti corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali
con attivita di Laboratorio
Materia insegnamento: Laboratorio di Tecnologia di deposizione epitassiale
Periodo: dal 03/06/2009 al 29/09/2009
Totale ore: 150
Atto di conferimento: lettera di incarico del Responsabile di Unita IMM-CNR di Lecce
Documento: prot. n. 992 del 03/06/2009

7. Tutor di Tesi di Laurea Specialistica:
titolo: “Self-assembly assistito da catalizzatore metallico di nanofili di CdTe mediante tecnologia MOVPE”
Tutor di Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali, indirizzo Tecnologie dei
Semiconduttori, della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli Studi del Salento,
Laureanda: Virginia Di Carlo
Periodo: Anno Accademico 2013/2014
Inizio attivita: 01/01/14
Fine attivita:23/07/14
Data della discussione: 23 luglio 2014
Argomento: studio della crescita auto-organizzata mediante tecnologia MOVPE di strutture alla
scala nanometrica quasi 1-dimesionali a base di CdTe e loro caratterizzazione per applicazioni nel
fotovoltaico di III generazione

8. Tutor di Tesi di Laurea Specialistica:
titolo: “Sintesi MOV PE mediante self-nssembly di nanowire di GaAs per applicazioni fotovoltaiche ”
Tutor di Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali, indirizzo Tecnologie e Materiali per
I'Elettronica, della Facolta di Ingegneria dell’Universita degli Studi del Salento,
Laureando: Cristian Pio
Periodo: Anno Accademico 2008 /2009
Inizio attivita: 01/06/09
Fine attivita:21/04/10
Data della discussione: 21 aprile 2010
Argomento: studio della crescita auto-organizzata mediante tecnologia MOVPE di strutture alla
scala nanometrica quasi 1-dimesionali a base di semiconduttori composti III-V e loro

caratterizzazione per applicazioni nel fotovoltaico di III generazione
Documento: lettera del CNR IMM prot. n. 320 del 15/02/2010

9. Tutor di Tesi di Laurea Specialistica:
titolo: “Una tecnologia per la deposizione di nanoisole di Au mediante MOVPE ",
Universita degli Studi del Salento, Facolta di Ingegneria, Corso di Laurea in Ing. dei Materiali
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Laureando: Valentino Bianco, nato a Nardo (LE) il 26/11/84

Periodo: Anno Accademico 2008 /2009

Inizio attivita: aprile 2009

Data della discussione: 21 ottobre 2009

Argomento: studio di una tecniologia innovativa per la realizzazione di nanoparticelle di Au
mediante MOVPE

Documento: lettera di incarico del Responsabile del' IMM-CNR prot. n. 826 dell’11/05/2009

10. Tutor di Tesi di Laurea Specialistica:
titolo: “Crescita MOVPE di nanowire di GaAs su Silicio mediante self-assembly “,
Universita degli Studi del Salento, Facolta di Ingegneria, Corso di Laurea in Ing. dei Materiali
Laureando: Fabrizio lacobazzi, nato a Milano i1 27/01/82
Periodo: Anno Accademico 2008 /2009
Inizio attivita: aprile 2009
Data della discussione: 21 ottobre 2009
Argomento: studio della crescita auto-organizzata mediante MOVPE di nanostrutture quasi 1-
dimesionali a base di semiconduttori Ifl-V e loro caratterizzazione
Documento: lettera di incarico del Responsabile dell'EIMM-CNR prot. n. 827 dell’11/05/2009

11. Tutor di Tesi di Laurea (V.O.):
titolo: “Una tecnologia innovativa di self-assembly mediante MOVPE di nanowire di Arseniuro di Gallio”,
Tutor di Tesi di Laurea in Ingegneria dei Materiali, Facolta di Ingegneria,Universita degli Studi
del Salento (vecchio ordinamento),
Laureando: Caretta Giuseppe, nato a Mesagne (BR) il 11/12/1971, matr. 9M /205
Periodo: A.A. 2007 /2008
data inizio attivita: 09/06/2008 (data assegnazione tesi)
Data della discussione: 29 aprile 2009
Argomento: studio di una tecnologia innovativa per 1'auto-assemblaggio di nano cristalli quasi 1-
dimensionali di semiconduttori composti IlI-V mediante MOVPE.
Documento: lettera di incarico del Responsabile del IMM-CNR Dr Pietro Siciliano prot. n.1161 del
15/07/2008

12. Tutor di Tesi di Laurea Triennale:
titolo: “Self-assembly di nano cristalli quasil-dimensionali di tellururo di cadmio ”
Tutor di Tesi di Laurea in Ingegneria dei Materiali, indirizzo Materiali per I'Elettronica, della
Facolta di Ingegneria dell 'Universita degli Studi del Salento,
Laureando: Werner Romano
Periodo: Anno Accademico 2007 /2008
Inizio attivita: marzo 2008
Data della discussione: 21 gennaio 2009
Argomento: Realizzazione e caratterizzazione di nanowire di CdTe mediante MOVPE.
documentazione depositata ¢/ o la Segreteria della Facolta di Ingegneria e c/o la Biblioteca di
Ingegneria

13. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Applicazione di un dispositivo LIS per la sintesi di nanocristalli di Si in matrici di SiIOxNy",
Laurea in Ingegneria dei Materiali (Vecchio Ordinamento), indirizzo Materiali per 1’Elettronica,
della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli Studi del Salento.
Laureando: Gabriele Congedo
periodo: Anno Accademico 2006 /2007
inizio attivita: marzo 2006
data della discussione: 17 ottobre 2007
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Argomento: Realizzazione e caratterizzazione di nanoparticelle di Si mediante Pulsed Laser
Deposition modificata (senza gas reattivo in camera).

documentazione depositata c/o la Segreteria della Facolta di Ingegneria e ¢ /o la Biblioteca di
Ingegneria

documentazione non protocollata ma disponibile alla visione

14. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Self-assembly di nanoisole di Au e nanorod di ZnO per biosensoristica ed optoelettronica”,
Laurea in Ingegneria dei Materiali (Vecchio Ordinamento), indirizzo Materiali per 1’Elettronica,
della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli Studi di Lecce.
Laureando: Andrea Quarta
periodo: Anno Accademico 2003 /2004
data della discussione: ottobre 2004 _
Argomento: Crescita e caratterizzazione di cluster di oro e di nanofili di ZnO per la biosensoristica e
Voptoelettronica UV.
documentazione depositata c/o la Segreteria di Facolta di Ingegneria e ¢/o la Biblioteca di
Ingegneria oltre alla comunicazione CNR IMM del 20/01/04

15. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Studio delle proprieta elettroniche e realizzazione di strutture epitassiali a base di ZnTe",
Laurea in Ingegneria dei Materiali (Vecchio Ordinamento), indirizzo Materiali per I’Elettronica,
della Facolta di Ingegneria dell’'Universita degli Studi di Lecce.
Laureanda: Nataly Gianni
periodo: Anno Accademico 2002/2003
data della discussione: 8 Maggio 2003
Argomento: caratterizzazione e deposizione da fase vapore mediante metallorganici di eterostrutture a base
di ZnTe su substrati di GaAs e ZnTe per applicazioni ai LED verdi.
documentazione depositata c/o la Segreteria di Facolta di Ingegneria e ¢/o la Biblioteca di
Ingegneria
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione

16. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Crescita MOVPE e caratterizzazione di strutture epitassiali ZnTe/GaAs e ZnTe/ZnTe",
Laurea in Fisica (Vecchio Ordinamento), Facolta di Scienze MM.FF.NN.
Laureando: Pasquale Paiano
periodo: Anno Accademico 2002 /2003
data della discussione: 29 Aprile 2003
Argomento: deposizione da fase vapore mediante metallorganici di strutture a base di ZnTe etero- ed omo-
epitassiale LED con emissione spettrale nel verde
documentazione depositata c/o la Segreteria di Facolta di Scienze e ¢/o la Biblioteca di Fisica
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione

17. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Crescita e caratterizzazione di CdTe epitassiale per l'applicazione a rivelatori di raggi X a
stato solido”,
Laurea in Fisica (Vecchio Ordinamento), Facolta di Scienze MM.FF.NN.
Laureanda: Anna Grazia Buccoliero
periodo: Anno Accademico 2002 /2003
data della discussione: 27 Febbraio 2003
Argomento: studio delle proprieta elettriche di strutture epitassiali di CdTe per rivelatori X depositate
mediante un processo da fase vapore in trasporto di idrogeno
documentazione depositata c/o la Segreteria di Facolta di Scienze e ¢/ o la Biblioteca di Fisica
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione
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18. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Studio dei meccanismi di decomposizione in camera di deposizione nel processo di crescita
di semiconduttori II-VI",
Laurea in Fisica (Vecchio Ordinamento), Facolta di Scienze MM.FF.NN.
Laureanda: Marialaura D’ Amico
periodo: Anno Accademico 2002/2003
data della discussione: 27 Febbraio 2003
Argomento: studio in-situ in camera di deposizione di un reattore MOVPE della fragmentazione delle
molecole di precursori metallorganici
documentazione depositata c/o la Segreteria di Facolta di Scienze e ¢/o la Biblioteca di Fisica
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione

19. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Crescita e caratterizzazione di CdTe epitassiale per I'applicazione a rivelatori di raggi X a
stato solido”,
Laurea in Ingegneria dei Materiali (Vecchio Ordinamento), indirizzo Materiali per 1'Elettronica,
della Facolta di Ingegneria dell'Universita degli Studi di Lecce.
Laureando: Vincenzo Signore
periodo: Anno Accademico 2001/2002
data della discussione: 23 luglio 2002
periodo attivita: 01/07/2001- 27/06/2002
Argomento: studio delle proprieia elettriche di strutture epitassiali di CdTe per rivelatori X depositate
mediante un processo da fase vapore in trasporto di idrogeno.
documentazione depositata c/o la Segreteria di Facolta di Ingegneria e c/o la Biblioteca di
Ingegneria
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione

20. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Crescita MOVPE e caratterizzazione di eterostrutture e MQWs di ZnSe/ZnMgSe per
l'optoelettronica blu-verde”,
Laurea in Fisica (Vecchio Ordinamento), Facolta di Scienze MM.FF.NN.
Laureando: Massimiliano Negro
periodo: Anno Accademico 1999/2000
data della discussione: 27 Giugno 2000
periodo attivita: 01/06/1999- 27/06/2000
Argomento: studio di composti semiconduttori del gruppo II-VI a base magnesio depositati per MOVPE ¢
realizzazione di strutture a buca quantica multipla per dispositivi nella regione spettrale del blu-verde .
documentazione depositata c/o la Segreteria di Facolta di Scienze e c/o la Biblioteca di Fisica
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione

21. Tutor di Tesi di Laurea:
titolo: "Deposizione mediante MOVPE di strati epitassiali di ZnSe per l'optoelettronica”,
Laurea in Fisica (Vecchio Ordinamento), Facolta di Scienze MM.FF.NN.
Laureando: Christian Mola
periodo: Anno Accademico 98/99
periodo attivita: 01/07/1998-29/07/99
data della discussione: 29 luglio 1999
Argomento: studio di precursori alternativi nella crescita MOVPE di semiconduttori a larga gap.
documentazione depositata c/o la Segreteria della Facolta di Scienze e ¢/o la Biblioteca di Fisica
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione

22. Tutor di Tesi di Laurea:
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titolo: "Progetto e realizzazione di una camera di reazione ad elevate prestazioni per processi
MOVPE di semiconduttori ",

Laurea in Ingegneria dei Materiali (Vecchio Ordinamento), indirizzo Materiali per 1'Elettronica,
della Facolta di Ingegneria dell’Universita degli Studi di Lecce.

Laureando: Raffaele Mucciato

periodo: Anno Accademico 97/98

periodo attivita: 01/09/1997- 27/10/98

data della discussione: 27 ottobre 1998

Argomento: gli aspetti innovativi presentati in tale tesi e consistenti nello sviluppo di una camera di
reazione che permette di migliorare notevolmente la produzione di dispositivi elettronici mediante la
tecnologin MOVPE, hanno portato al deposito di un brevetto per invenzione industriale (n. BA9SA000038)
presso I"Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

documentazione depositata c/o la Segreteria di Facolta e Biblioteca di Ingegneria

23. Commissione di Valutazione - Premio AIC miglior tesi di laurea — anno 2010
Descrizione: Membro della Commissione giudicatrice del Premio AIC 2010 per la miglior tesi di
Laurea Magistrale di argomento cristallografico
Ruolo: membro
finalita: assegnazione Premio per la miglior tesi di Laurea Magistrale di argomento cristallografico
Attivita svolta: valutazione delle 11 Tesi di laurea candidate e attivita decisionale circa la migliore
tesi cui attribuire il premio
Obiettivi raggiunti: assegnazione del premio
Inizio: 08/04/2010
fine: 07/06/2010
doc: Verbale del Consiglio di Presidenza AIC dell’8/04/10 contenente la nomina a svolgere it
compito di giurato del suddetto Premio

24. Incarico di Valutatore (monitore di progetto)
Descrizione: Monitore di progetto:Asse III, Misura 3.12 —“Miglioramento delle risorse umane nel
settore della ricerca e sviluppo tecnologico “Azione a) - Intervento specifico A.1): “Borse di
ricerca” per I’ Agenzia Regionale Tecnologia Innovazione, strada prov.le per Casamassima, km 3
70010 Valenzano (Bari)
Ruolo: Esperto
Finalita: incarico di esperto indipendente, iscritto all’ Albo A R.T.I. dei Valutatori di progetti RST,
di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n.35 del 28.02.08, per la valutazione finale del progetto
Incarico di natura autonoma-libero professionale ai sensi degli artt. 2222-2229 ss.cod.civ.
Attivita svolta: valutazione finale delle Borse di Ricerca - dettagliato report su ciascuna borsa
valutata
Obiettivi raggiunti: valutazione del progetto
Inizio: 02/03 /2009
fine: 31/03/2009
Documento: Lettera di incarico, A.R.T.I. Valenzano (BA) Prot. 231/MB del 02/03 /2009 firmata dal
Presidente dell’ Arti, Prof. Gianfranco Viesti

25. Incarico di esperto (docenza) Progetto PON “Competenze per lo sviluppo” - Annualita
2007-2013
Tipologia: organismi tecnico-scientifici ed organizzativi
descrizione: Incarico in qualita di Esperto
Finalita: formazione nel settore nanotecnologico
Ruole: Esperto
durata: 17 ore
periodo di attivita: dal 29/04/2011 al 15/07/2011
Attivita svolta: attivita di formazione sia teorica che sperimentale in Laboratorio
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Obiettivi raggiunti: formazione nelle discipline argomento del progetto

Atto di conferimento: contratto prot. 4139/PON-F.P. del 28/04/2011 firmato dalla Dirigente
Prof.ssa Antonina Bonarrigo.

Altre info: Esperto nominato sul Progetto PON “Competenze per lo sviluppo” - Annualita 2007-
2013 cod. C-5-FSE-2010-102 "Nanotecnologie: l'infinitamente piccolo per un grande futuro”, Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Trinchese” Martano (LE).

26. descrizione del titolo: "Membro di Commissione”
descrizione: membro della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attivita di ricerca presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell’'Universita del Salento di Lecce, dal titolo
“Tecnologie di crescita di rivelatori di raggi X e gamma basati su CdTe/CdZnTe" -
documento: Decreto Rettorale di Nomina della Commissione giudicatrice dell’Universita del
Salento m. 590 del 27/03/2009 firmato dal rettore dell’Universita del Salento, Prof. Domenico
Laforgia.
documentazione non protocollata ma disponibile alla visione
ulteriori info: data riunione della commissione e valutazione:03/04/09
commissione: PP, AM Mancini, C. Pennetta

27. descrizione del titolo: "Membro di Commissione”
descrizione: membro della Commissione esaminatrice della Selezione pubblica per titoli ed esami
per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.171/91,
di nt. 1 unita di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III presso 1'Istituto per la
Microelettronica ed i Microsistemi —Unita di Lecce (rif. Bando n, IMM/01/2008 - prot. n. 0000156
del 29/01/2008 e successiva rettifica prot. n. 0000354 del 28/02/2008).
Durata attivita:dal 05/05/08 al 31/07/08
documento: provvedimento di nomina dell'IMM-CNR prot. n. 716 del 05/05/2008 firmato dal
Direttore IMM Prof. E. Rimini.
ulteriore documento: trasmissione atto di nomina dell IMM-CNR prot. n. 780 del 15/05/2008

28. descrizione del titolo: "Membro di Commissione”

descrizione: membro della Commissione esaminatrice della Pubblica selezione CNR per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca da svolgersi presso I'Unita di Lecce dell'Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi nell'ambito del progetto “Tecnologie abilitanti, caratterizzazione e
modellistica per componenti elettronici integrati riconfigurabili a banda larga per alta frequenza”
(rif: Bando N. IMMO0002 - Prot. N. 0000286 del 20/02/2008).

documento: provvedimento di nomina dell'IMM-CNR prot. n. 479 del 19/ 03/2008 firmato dal
Direttore dell'IMM, Prof. Emanuele Rimini

29. descrizione del titolo: "Membro di Commissione”
descrizione: membro della Commissione esaminatrice della Pubblica selezione CNR per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell’ambito del progetto "Sviluppo di un sensore lambda
innovativo per il controllo dei processi di combustione (lambdasens)” finanziato dalla regione Puglia. (rif:
Bando N. IMMO0006 - Prot. N. 0000497 del 29/03/2007);
finalita: attribuzione delle posizioni in concorso
attivita svolta: decisione dei criteri di valutazione, valutazione dei requisiti posseduti dai
candidati, determinazione della graduatoria di merito
obiettivi raggiunti: attribuzione delle posizioni a concorso
documento: provvedimento di nomina del'IMM-CNR prot. n. 559 del 13/04/2007 firmato dal
Responsabile delegato CNR-IMM Lecce,Dr. P. Siciliano

30. descrizione del titolo: "Membro di Commissione"
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descrizione: membro della Commissione esaminatrice della pubblica selezione CNR a n. 3 borse
di studio per laureati per ricerche nel campo dell’optoelettronica, nanoelettronica e sensoristica da
usufruirsi presso I'IMM, sez. di Lecce nell’ambito del Progetto MIUR n. 156 denominato “Sviluppo
di tecnologie innovative per la societa dell'informazione: optoelettronica, nanoelettronica e
sensoristica”- rif: BANDO N. 126.241.BS2 - Prot. N. 135/2004 del 07/07/2004;

finalita: attribuzione delle posizioni in concorso

attivita svolta: decisione dei criteri di valutazione, valutazione dei requisiti posseduti dai
candidati, determinazione della graduatoria di merito

obiettivi raggiunti: attribuzione delle posizioni a concorso

documento: provvedimento di nomina dell TMM-CNR di Lecce del 03 /09 /2004 prot. n.498/04

1. descrizione del titolo: "Membro di Commissione"
descrizione: membro della Commissione giudicatrice di esame finale del Corso di Dottorato di
Ricerca in Ingegneria dei Materiali (XIII Ciclo} in qualita di Esperto valutatore di Settore
¢/ o Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Universita degli Studi di Lecce,
dottorando: dott. Domenico Mello
titolo della tesi di PhD da valutare: “Studio sperimentale ed applicazioni dell'impiantazione
ionica per il trattamento di utensili industriali”
Data della discussione: 23 Febbraio 2001.
Argomento: studio degli effetti prodotti dall’impiantazione ionica sulle proprieta strutturali di
rivestimenti di TiN depositati per ion beam PVD attraverso le tecniche SIMS e GI-XRD.
documento: nomina di esperto in commissione Decreto Rettorale n.347 del 15/12/2000
dell’Universita di Lecce, comunicazione di nomina prot. n. 23469 del 20/10/2000.
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Contributi a Conferenze Internazionali e Nazionali

Conferenze Internazionali

Lugtio 1993
28th Course of the International School of Materials Science and Technology: "Confined Electrons and Photons: New
Physics and Devices"”, Erice, July 1993.
| contributo accettato:
1) P.Prete. R. Cingolani, R. Rinaldi, and H. K. Floog
"Thermal strain effects on the excitonic states in GaAs/Al Ga,_ As nultiple quantum wells”.

Agosto 1994
Workshop on Non-linear electromagnetic interactions in Semiconductors, International Centre for Theoretical Physics,
Trieste.
3 contributi accettati:
2) P.Prete, R. Cingolani, D. Greco, L. Vanzetti, L. Sorba, and A. Franciosi
"Absorption spectroscopy on Zn; (Cd Se/ZnSe multiple quantum wells”,

3) P.Prete, R. Cingolani, L. Calcagnile, L. Vanzetti, L. Sorba, and A. Franciosi
“Lasing mechanisms in Zn, Cd Se/ZnSe MQW structures”,

4) L. Calcagnile, P. Prete. R. Cingolani
"Free-carrier Effects and screening in modulation-doped Zn 1.xCd Se/ZnSe MOQW".

22nd [nternational Conference on the Physics of Semiconductors, Vancouver Canada.
1 contributo accettato:
5) L. Calcagnile, M. Lomascolo, R. Rinaldi, P. Prete, R. Cingolani, L. Vanzetti, A. Bonanni, F. Bassani, L. Sorba,
and A. Franciosi
"Exciton screening and laser processes in Zn;_Cd Se/ZnSe quantum well structures".

International Semiconductors Cenference, Banf (Canada).
1 contributo accettato:
6) R.Cingolani. M. Lomascolo, M. Di Dio, R. Rinaldi, L. Calcagnile, P. Prete, N. Lovergine, L. Vanzetti, A.
Bonanni. F. Bassani, L. Sorba, and A. Franciosi
"Photovoltage Spectroscopy Studies of ZnCdSe/ZnSe Quantum Wells in p-i-n heterojunctions”.

8" International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Osaka (Japan), August 29-September 2, 1994.
| contributo accettato:
7) L. Calcagnile, M. Lomascolo, R. Rinaldi, P. Prete. N. Lovergine, R. Cingolani. L. Vanzetti, A. Bonanni, Franck
Bassani. L. Sorba, and A. Franciosi,
"Recombination Mechanisms in Photopumped Zil-xCdxSe/ZnSe Multiple Quantum Well Lasers”.

Settembre 1994
"31¢ Eyropean Workshop on II-VI Compounds”, Linz (Austria).
1 contributo accettato:
8) R. CingolaniL. Calcagnile, P. Prete, D. Greco, P. V. Giugno, R. Rinaldi, A. Franciosi, L. Serba, and L.
Vanzetti
“Exciton and free-carrier lasing in II-VI quantom wells”

Novembre 1994
II-VI Blue/Geen Laser Diodes Conference, International Symposium on Photonics for Industrial Applications,
International Society for Optical Engineering, Boston, Massachusetts (USA), October 31-November 4, 1994,
1 contributo accettato:
9) R. Cingolani, M. Lomascolo, L. Calcagnile, R. Rinaldi, N. Lovergine, P. Prete, L. Vanzetti, A. Bonanni, L.
Sorba, Franck Bassani, and A. Franciosi,
"Excitons and Electron-hole Plasma in ZnCdSe/ZnSe Quantum Wells",

Maggio 1995

European Materials Research Society Spring Meeting 1995, Symposium D: "Purification, Doping and Defects of II-VI
Materials", Strasbourg (Francia)
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1 contributo accettato:
10) N. Lovergine, M. Longo, L. Calcagnile, P. Prete, D. Manno, R. Cingolani and A.M. Mancini
"Surface reactions and precursors stoichiometry effects on the MOVPE growth of ZnTe by MeyZn and (i-

Pr),Te”

_"i' Giugno 1995 i

: 6™ European Workshop on Metal-Organic Vapour Phase Epitaxy and Related Growth Techniques, Gent (B).

| contributo accettato:

11)N. Lovergine, M. Longo, G. Leo, P. Prete, A V. Drigo, F. Romanato, D. Gerardi, R. Cingolani and A.M. Mancini
"Low Pressure MOVPE Growth and Characterization of ZnS Epilayers by (t-Bu)SH and MeyZn: Et3N”

Luglio 1995
18t International Conference on Semiconductors Heteroepitaxy (ICSH 1995), Montpellier (Francia)
1 contributo accettato:
12}L. Calcagnile, G. Coli’, R. Rinaldi, P. Prete, D. Greco, C. J. Stevens, R. Cingolani, L. Vanzetti, L. Sorba, and A.
Franciosi
"Oprical nonlinearities in undoped and modulation-doped Zn,; Cd Se/ZnSe quantum wells structures fabricated by

molecular beam epitaxy”,

Agosto 1995

Meeting del Progetto Europeo "MOCVD of II-VI" (Humal Capital & Mobility Research Network Scheme,
Coordinatore: Dr. O. Gorochov, CNRS-Parigi), University of Durham, Durham (UK).

| contributo orale:

1 13) P. Prete

"Optical characterization of high quality ZnS epilayers grown by MOVPE",

“7th International Conference on IL-VI Compounds and Devices", Edinburgh, Scotland (UK)

1 contributo accettato:
14} G. Leo, N. Lovergine, P. Prete, M. Longo, R. Cingolani, A. M. Mancini, F. Romanato and A.V. Drigo,
"Optimization of the structural and optical properties of ZnS epilayers grown on (100)GaAs by MOVPE".

Settembre 1995

XI Scuola Mediterranea: "Physics and Technology of Nanostructures”, Villaggio Serra degli Alimini 1, Otranto
(Lecce).

: | | contributo accettato:

' 15) P. Prete, G. Leo, N. Lovergine, M. Longo, R. Cingolani, A. M. Mancini, F. Romanato and A.V. Drigo,
"Optimization of the optical and structural properties of low pressure MOVPE grown ZnS/GaAs(100)",

Febbraio 1996
Meeting del Progetto Europeo "MOCVD of II-VI" (Humal Capital & Mobility Research Network Scheme,
Coordinatore: Dr. O. Gorochov, CNRS-Parigi), Laboratoires de Physique des Solides de Bellevue (CNRS), Parigi
(Francia). ‘
1 contributo orale accettato:
16)P. Prete

"MOVPE growth and optical characterisation of ZnS, ZnSe and ZnS/ZnSe Multiple Quantum Wells".

Marzo 1996

International Symposium on Blue Laser and Light Emitting Diodes, 5-7 Marzo, Chiba, Japan.

| contributo accettato:

17) P, Prete, N. Lovergine, 8. Oktik, M. Longo. R. Cingolani, A. M, Mancini and L. Vasanelli.
"MOVPE growth and optical characterisation of ZnS, ZnSe and ZnS/7nSe Multiple Quantum Wells”.

Aprile 1996

15™ General Conference of the Condensed Matter Division European Physical Society, Baveno-Stresa, Lago Maggiore,
Italy.

1 contributo accettato:

18) P. Prete, N. Lovergine, §. Oktik, M. Longo. R. Cingolani, A. M. Mancini and L. Vasanelli.

"MOVPE growth and optical characterization of ZnS, ZnSe and ZnS5/ZnSe Multiple Quantum Wells".

"’ &
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E-MRS 1996 Spring Meeting, Strasbourg, France
| contributo accettato:
19)M. Mazzer, L. Calcagnile, G. Leo, N. Lovergine, P. Prete, G. Imbriani, R. Cingolani, A. M. Mancini, C. Zanotti-
Fragonara.
"Deep-blue emitting ZnSe/ZnS multiple quantium well lasers grown by MOVPE on (001)GaAs".

Giugno 1996
8t International Conference on Metal Organic Vapour Phase Epitaxy. Cardiff, Wales (UK).
1 contributo accettato:
20)N. Lovergine, P, Prete, T. Peluso. M. Longo. R. Cingolani, A. M. Mancini, L. Tapfer, and L. Vasanelli.
“Investigation of the vapour phase stoichiometry effects on the growth and properties af ZnS by (+-Bu)SH and
Me,Zn:EtN precursors”.

Settembre 1996
Thermal Imaging Meeting, North East Wales Institute, Wrexham - UK.

Ottobre 1996

North West CVD Forum - 1" Meeting. Harold Riley Suite, University of Salford, Manchester - UK
1 contributo orale accettato:
P. Prete
21) "Optical properties of MOVPE-grown ZnSe-based heterostructures for deep blue light emitting lasers”.

Novembre 1996
Materials Research Seminar, NEWL, Wrexham - UK
1 contributo orale presentato:
P. Prete
22) “Exciton and free carrier lasing in Zn; Cd Se/ZnSe multiple quantum wells”.

Gennaio 1997
Laser diode innovations for industrial exploitation Welsh Optoelectronics Forum Meeting, University of Wales,
Bangor, Wales - UK.

Marzo 1997
Joint Annual Meeting 1997 of the German and Italian Crystal Growth Association: Deutsche Gesellschaft fur
Kristallwachstum und Kristallzuchtung (DGKK) & Associazione Italiana di Cristallografia - Sezione di Crescita
Cristalli (AIC-SCC) - Convegno congiunto dell’ Associazione Tedesca di Crescita dei Cristalli (DGKK) e della Sezione
di Crescita dei Cristalli (SCC) dell’ Associazione Italiana di Cristallografia (AIC), Universita' A. Ludwigs - Freiburg
(Germany)
1 contributo orale accettato:

23)N. Lovergine, M. Longo, P. Prete, C. Gerardi, L. Calcagnile, R. Cingolani and A. M. Mancini
“Growth of ZnTe by metalorganic vapor phase epitaxy: surface adsorption reactions. precursor stoichiomeitry effects.
and optical studies’.

Aprile 1997
8th Biennal Workshop on Organometallic Vapor Phase Epitaxy, Marriot’s Laguna Cliffs Resort - Dana Point California
(USA)
proceedings on the Journal of Electronic Materials
1 contributo orale accettato:
24) M. U. Ahmed. S. I. C. Irvine, P. Prete, A. Stafford, L. M. Smith, A.C. Jones and 8. A. Rushworth
“Kinetics of pyrolitic and photoassisted MOVPE growth of ZnSe for p-type doping to produce blue-green
LEDs".

H-VI Annual Interaction Meeting, Norwich (UK)
1 contributo orale accettato:

25)P. Prete, M. U. Ahmed, S. J. C. Irvine

“Svstematic studies using different Se precursors of MOVPE-grown ZnSe heterostructures for blue light
emitting diodes "

Giugno 1997
American Association of Crystal Growth - West, 8. Diego California {(USA).
1 contributo orale su invito:
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26)S. 1. C. Irvine, M. U. Ahmed, P. Prete and A. Stafford
“Surface kinetics in photo-assisted MOVPE of ZnSe and ZnTe".

7" European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy and Related Growth Techniques, Berlin - Germany,
| contributo orale su invito: '

27)8.J. C. Irvine, A. Stafford, M. U. Ahmed, P. Prete and R. Berrigan

“MOVPE of II-VI Materials”.

Luglio 1997
Infrared Detectors: Physics, Materials Growth, and Characterization Devices, SPIE’s International Symposium on
Optical Science, Engineering, and Instrumentation, S. Diego California (USA).
! contributo orale accettato:

28} A, Stafford, S. J. C. Irvine, P. Prete, K. Hess, and J. Bajaj

“Laser reflectance monitoring of the nucleation and growth of CdTe on basal plane Sapphire substrates for
focal plane arrays”.

Agosto 1997

8 International Conference on II-VI Compounds, Grenoble - France

1 contributo poster accettato:

29)M. U. Ahmed, P. Prete, S. J. C. Irvine, A. Stafford, L. M. Smith, A. C. Jones, and S. A. Rushworth
“Mechanism for photo-assisted nitrogen doping of ZnSe”".

Settembre 1997

1997 Annual British Association for Crystal Growth, York (UK)

2 contributi orali accettati;

30) P. Prete, M. U. Ahmed, S. J. C. Irvine, L. M. Smith, and S. A. Rushworth

“Systematic studies of impurities and nitrogen doping in PA-MOVPE growth of ZnSe using different Se
precursors”.

31)M. U. Ahmed, P. Prete, S. J. C. Irvine, A, Stafford, L. M. Smith, A. C. Jones, and S. A. Rushworth
“Photo-assisted MOVPE growth and nitrogen doping of ZnSe for blue emitters”,

Ottobre 1997
The 1997 U. S. Workshop on the Physics and Chemistry of I-VI Materials, Santa Barbara, California (USA)
1 contributo orale accettato:
32) S.J.C. Irvine, M. U. Ahmed, and P. Prete
“The kinetics of the growth of nitrogen doped ZnSe by photo-assisted MOVPE™,

Luglio 1998
12" International Conference on Crystal Growth in conjunction with 10™ International Conference on Vapor Growth
and Epitaxy, Jerusalem, Israel
| contributo poster accettato:
33 P. Prete, N. Lovergine, G. Mele, G. Vasapollo, and A.M. Mancini
“Diethyldisulphide as sulphur precursor for low temperature (<400°c) MOVPE growth of ZnS "

Agosto 1998

10" International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors, Vilnius, Lithuania.
1 contributo orale accettato:
34)P. Prete, N. Lovergine, R. Cingolani, and A.M. Mancini
“Lattice strain and band offsets determination in ZnSe/ZnS short-period superlattices grown by MOVPE on
(100)GaAs”
I contributo poster accettato:
35)V. Mizeikis, E. Gaubas, L. Subacius, L. Bastiene, and K. Jarasiunas, N. Lovergine, A M. Mancini, and P. Prete
“Nondestructive characterisation of MOVPE-grown CdTe and ZnTe epilayers by nanosecond and picosecond
“excite-probe” techniques”.

Settembre 1998

International Symposium on Blue Laser and Light Emitting Diodes, 29 Settembre - 2 Ottobre, Kazusa Akademia
Center, Kisarazu, Chiba, Japan.

1 contributo poster accettato:

36)P. Prete, N. Lovergine, M. Mazzer, G. Mele, C. Zanotti-Fregonara, G. Vasapollo, and A. M. Mancini.
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“Low Temperature MOVPE Growth and Characterisation of ZnS using Diethyldisulphide as Sulphur
Precursor”

Ottobre 1998

The 1998 U. S. Workshop on the Physics and Chemistry of 1I-VI Materials, Charleston, South Carolina (USA)
1 contributo orale accettato:
37 N. Lovergine, P. Prete , A. Cola, M. Mazzer, D. Cannoletta, and A.M. Mancini
“Hydrogen Transport Vapor phase epitaxy of CdTe on hybrid substrates for X-ray detector applications”.

Luglio 1999

The 7" International Conference on Chemical Beam Epitaxy and Related Growth Techniques (ICCBE), Tsukuba

(Japan)

1 contributo orale accettato:

38) P. Prete. N. Lovergine, M. Mazzer, A.M. Mancini, L. Tapfer, L.M. Smith, and S A. Rushworth
“Dimethvidiselenide and diethyldisulphide as a novel Se and § precursors for the low temperature MOVPE
growth of ZnSe, ZnS and ZnSSe”.

Agosto 1999

The 26" International Symposium on Compound Semicenductors, Zeiss Planetarium, Berlin, Germany

1 contributo poster accettato:

39) P. Prete. N. Lovergine, L. Tapfer, A M. Mancini, C. Zanotti-Fregonara
“A novel approach towards reduced growth temperatures and hydrogen incorporation in the MOVPE of ZnSe.
ZnS and ZnSSe for blue LEDs and lasers™

Settembre 1999

12 European Conference on Chemical Vapour Deposition (Euro CVD 12), 5-10 September 1999, Barcellona, Spain.
1 contributo orale accettato:
40) C. Cavallotti, M. Masi, N. Lovergine, P. Prete, A.M. Mancini, and S. Carra

“A density functional theory study of surface and gas phase processes occurring during the MOCVD of ZnS”.

Ottobre 1999

11" International Workshop on room temperature semiconductor X and gamma-ray detectors and associated
electronics, Vienna.
1 contributo erale accettato:
41) N. Lovergine, A. Cola, P. Prete, L. Tapfer, M. Bayhan, and A.M. Mancini
On hyvdrogen transport VPE grown CdTe epilayers for fabrication of 1-100 keV x-ray detectors”.

Novembre 1999

o™ International Conference on II-VI compounds (I11-VI '99). Kyoto, Japan

4 contributi poster accettati:

42) P. Prete. N. Lovergine, L. Tapfer, C. Zanotti-Fregonara, and A.M. Mancini
“MOVPE growth of MgSe and ZnMgSe on {100)GaAs™.

43) N. Lovergine, P. Prete. L. Tapfer, and A.M. Mancini

“Crysialline structure of ZnSe and ZnSSe epilavers grown on (100)GaAs by Metralorganic Vapour
Phase Epitaxy”.

44) N. Lovergine, M. Bayhan, P. Prete, A. Cola, L. Tapfer, and A.M. Mancini
“Structural and electrical properties of CdTe layers grown on ZnTe/GaAs by hydrogen transport VPE for X-
rav detector applications”.

45) V. Mizeikis, K. Jarasiunas, N. Lovergine, and P. Prete

“Carrier transport and recombination in MOVPE-grown CdTe/ZnTe/GaAs and ZnTe/GaAs heterostructure”

Febbraio 2000

5" National Conference on Sensors and Microsystems extended to the Mediterranean Countries - Associazione [taliana
Sensoti e Microsisterni (AISEM), Lecce, Italy
I contributo orale accettato:
46)N. Lovergine, A.M. Mancini, A. Cola, P. Prete, M. Mazzer, F. Quaranta, and L. Tapfer
“A new method for the growth of CdTe crystals for RT photon detectors in the 1-100 KeV range
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Aprile 2000

Frontiers Science Research Conference: “Science and Technology of Crystal Growth and Epitaxy, La Jolla, California,

USA RELAZIONE ORALE su INVITO:
47)P, Prete
“Recent developments in the MOVPE growth of ZnSe-based compounds and heterostructures”.

Maggio 2606

International Conference on Electronic Materials & European Material Research Society Spring Meeting (E-MRS)
2000, Symposium G: "Materials and Technologies for optoelectronic Devices", Strasbourg, France.
1 contributo poster accettato:
48) P.Prete, N. Lovergine, .. Tapfer, and A.M. Mancini
“Optical and structural properties of MOVPE-grown ZnMgSe epilavers on {100)GaAs .

Giugno 2000

International Conference on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy, Sapporo, Japan
| contributo poster accettato;
49) P. Prete, N. Lovergine, L. Tapfer, M. Berti, S. K. Sinha and A.M. Mancini
“Low pressure MOVPE growth and structural properties of ZnMgSe epilayers on (100)GaAs”.

Luglio 2000

SPIE Conference: “Hard X-ray, Gamma-ray and Neutron detector physics II” (AM129), San Diego, California, USA
RELAZIONE ORALE su INVITO:
S0)N. Lovergine, A.M. Mancini, P. Prete, A. Cola, and L. Tapfer
“VPE growth of CdTe epilayers for RT X-ray detectors”,

| contributo poster accettato:
51) E. Caroli, W. Dusi, J. B. Stephen, A M. Mancini, N. Lovergine, A, Cola, P. Prete, F. Quaranta, E. Perillo, D.
Grassi, G. Bertuccio, M. Sampietro
“An epitaxial CdTe focal plane for Bragg concentrator telescopes ™.

Dicembre 2000
KEK-PF meeting, 12" Academic Symposium of The Material Research Society of Japan, Kawasaki, 7-8 December
2000.
| contributo accettato:

52) K. Mizuno, Y. Noda, H. Okamoto, Zhang X. P. Prete and N. Lovergine

“Assessment of mocvd-grown ZnSe epilayers on GaAs by means of synchrotron radiation topography”

Proceedings of this conference will bepublished as a Journal of MRS-J (Transaction of the Materials research Society of
Japan).

Giugno 2001

gth European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy and Related Growth Techniques, Wrexham, North
Wales — UK, 10-13 June 2001. :
2 contributi accettati:
53) P.Prete, N. Lovergine, L. Tapfer, and A.M. Mancini
“MOVPE growth and structural properties of ZnSe/ZnMgSe multiple quantum wells”.
54) P. Prete, N. Lovergine, M. Traversa, A.M. Mancini, L.M. Smith, and §.A. Rushworth
“Low temperature MOVPE-growth of Zn(S§,Se) epilayers by R»S> and R,Se; (R=methyl, ethyl) precursors”.

Agosto 2001

11® International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors, Vilnius, Lithuania, 26-29 August 2001.

RELAZIONE ORALE su INVITO:
55)P. Prete
“Growth and and characterisation of Mg-based low dimensional systems for blue-green optoelectronics”

Settembre 2001
10™ International Conference on II-VI compounds (II-VI°01), Bremen, Germany, 9-14 September 2001,

3 contributi presentati:
§ &



56) P. Prete, N. Lovergine, L. Tapfer, and A.M. Mancini

“Structural properties of MOVPE-grown ZnSe/ZnMgSe multiple quantum wells on (100)GaAs”
57) P. Prete, N. Lovergine, M, Traversa, and A.M. Mancini

Low temperature MOVPE-growth of Zn(S.5e) epilayers by R:S, and R;Se» (R=methyl, ethyl) precursors
58) H. Komaki. K. Yoshino. P. Prete, M. Yoneta, T. Ikari, N. Lovergine, and A.M. Mancini

Intrinsic defects of ZnS epitaxial layers grown by MOVPE

Marzo 2002

4" International Symposium on Blue Laser and Light Emitting Diodes, 11-15 Marzo, Cordoba, Spagna.

2 contributi accettati:

59)  P.Prete, N. Lovergine, L. Tapfer, and A M. Mancini
MOVPE-growth and characterisation of nearly psewdomorphic ZnSefZnMgSe multiple gquantum wells on
{100)GaAs

60) K. Yoshino, P. Prete, K. Ichino, M. Yoneta, N. Lovergine, and A.M. Mancini
Nonradiative and radiative recombination processes of ZnS epitaxial layers

Maggio 2002

“Expert evaluation and control of compound semiconductor materials and technologies (EXMATEC 2002)”, Budapest
(Hungary), 26-29 May 2002.
| contributo orale accettato:
61) K. Jaradiunas. E. Gaubas. M. Sudzius, V. Mizeikis, R. Aleksiejunas, V.Gudelis, P. Prete, N. Lovergine, and
AM. Mancini
Studies of carrier dynamics in epitaxial heterostructures by nonlinear optical and microwave techniques

Giugno 2002

1 ith International Conference on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy, Berlin, Germany, 2-7 June 2002.
3 contributi accettati:
62) P. Prete, N. Lovergine. T. Di Luccio, L. Tapfer, and A.M. Mancini
“Structural characterisation of ZnSe/ZnMgSe MQWs grown on (100)GaAs by low pressure MOVPE".
63) N. Lovergine, M. Traversa, P. Prete, K. Yoshino, M. Ozeki and A.M. Mancini,
“ MOVPE growth and characterization of ZnTe epilayers on ( 100)ZnTe: P substrates”.
64) P. Prete. N. Lovergine, M. Traversa and A.M. Mancini,
“In-situ mass spectrometry of dimetiyldiselenide decomposition during pyrolvtic MOVPE growth of low H-
content ZnSe”.

Luglio 2002
26" International Conf. on Physics of Semiconductors, Edimburgo 29 Luglio — 2 Agosto 2002
1 contributo orale accettato:
65) S. I. Bingham, I.I. Davies, D. Wolverson, A. N. Other, N. Lovergine, P. Prete,
“Optical heterodyne detection of magnetic resonance in semiconductor heterostructures”

Settembre 2002

X_-TOP 2002 6th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging, Grenoble-Aussois

September 10-14 {2002)

1 contributo poster accetiato:

66) T. Di Luccio, M. Pentimalli, L. Tapfer. N. Lovergine, M. Traversa, P. Prete, K. Yoshino and M. Ozeki,
“Structural and morphological properties of ZnTe/ZnTe homoepitaxial films investigated by X-Ray scattering
experintents”

Giugno 2003
toth European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy, Lecce, ltaly, 8-11 June 2003.
2 contributi poster:
67) M. Traversa. N. Lovergine, P. Prete, K. Yoshino, M. Ozeki, T. Di Luccio, M. Pentimalli. A. Cappello, L.
Tapfer, A.M. Mancini,
“Investigation of ZnTe homoepitaxial layers grown by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy on VGF-grown
(100)ZnTe: P wafers”

68) R. Aleksiejunas, T. Malinauskas, M. Sudzius, K. Jaradiunas, N. Lovergine, M. Traversa, P. Prete, AM.
Manciai, T. Asahi
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“Nonequilibrium carrier dynamics in MOVPE-grown homoepitaxial ZnTe layers and substrate material”

Settembre 2003

I Workshop del progetto European Network “The Fifth Framework Programme: Competitive and Sustainable Growth,
Advanced Functional Materials (5.2)  dal titolo "Semiconductor oxides for UV optoelectronics, surface acoustics and
spintronics (SOXESS), Autrans, Francia, 5-7 Settembre 2003,

Maggio 2004

Instrumentation and Measurement Technology Conference (IMTC), Como, Italy, 18-20 May 2004,

| contributo poster:

69) F. Marzo, N. Lovergine, AM. Mancini, P. Prete,
"Development of a CdTe/CZT epitaxial technology for fabrication of large area RT 1-100 keV X-ray photon
detectors

Agosto 2004

14" International Conference on Crystal Growth (ICCG) in conjunction with 12" International Conference on Vapor
Growth and Epitaxy (ICVGE), Grenoble, France
2 contributi orali:
70) P. Prete, N. Lovergine, A. Taurino, and A.M. Mancini
“Au-catalysed growth of ZnO nanopillars by the Vapour-Liguid-Solid mechanism”

71) M. Traversa. N. Lovergine, P. Prete, T. Di Luccio, G. Scalia, L. Tapfer, and A.M. Mancini
“Structural and morphological characterisation MOVPE- grown ZnTe homoepitaxial lavers on (100)ZnTe
substrates”,

Ottobre 2004

II Workshop del progetto European Network “The Fifth Framework Programme: Competitive and Sustainable Growth,
Advanced Functional Materials (5.2) ” dal titolo "Semiconductor oxides for UV optoelectronics, surface acoustics and
spintronics {(SOXESS),
Caernarfon, North Wales, (UK), 28-30 Ottobre 2004.
| contributo poster:
72) P. Prete, N. Lovergine, L. Tapfer, E. Speiser, and W. Richter
“Au-catalysed growth of ZnO nanorods on (001)Si by the Vapour-Liquid-Solid mechanism and structural
properties”

Maggio 2005

International Conference on Electronic Materials & European Material Research Society Spring Meeting (E-MRS)
2005, Symposium G: "Materials and Technologies for optoelectronic Devices”, Strashourg, France, 31 May ~ 3 June
2005.
1 contributo orale;
73) P.Prete, A.Quarta, N. Lovergine :

“In-situ mass spectrometry of vapour phase during Au-catalysed self-assembly of ZnQ nanorods”.

Giugno 2005

[1th European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy, Losanna, Svizzera, 5-8 June 2005.

I contributo poster:

74) M. Traversa, P. Prete, T. Di Luccio, G. Scalia, L. Tapfer, N. Lovergine, and A.M. Mancini,
“Effects of ad-atom stoichiometry and stacking faults nucleation on the structure and morphology of MOVPE-
grown (100)ZnTe homoepitaxial layers™

Luglio 2005

2314 International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-23), Awaji Island, Hyogo, {near Osaka), Japan, 24-
29 July 2005.
| contributo poster:
75) K. Mizuno, T. Kobayashi, F. Fujiki, H. Okamoto, P. Prete, and N. Lovergine
“Assessment of heteroepitaxial ZnSe films on GaAs by means of grazing incident X-ray topography”
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Settembre 2005

12" International Conference on II-VI compounds (II- VI 05), Warsaw, Poland, 12-16 September 2005.
1 contributo poster:
76) M. Traversa, N. Lovergine, L. Tapfer, D. Altamura, F. Marzo, P. Prete, AM. Mancini
“MOVPE growth optimization of CdTe homoepitaxial layers for p-i-n diode X-ray detector fabrication

111 Workshop del progetto European Network “The Fifth Framework Programme: Competitive and Sustainable Growth,
Advanced Functiona] Materials (5.2) ™ da! titolo "Semiconductor oxides for UV optoelectronics, surface acoustics and
spintronics (SOXESS),
Gallipoli, Lecce, 28 Settembre - | Ottobre 2(05.
1 contributo orale:
77) P. Prete, A. Quarta, P. Paiano, N. Lovergine

“In-situ mass spectrometry of vapour phase during Au-catalysed self-assembly of ZnO nanorods™

Novembre 2005

The Joint Italian-German Meeting “Current Issues in Crystal Growih from the Vapour”, Accademia Nazionale dei
Lincei, Roma 8-9 November 2005

RELAZIONE ORALE su INVITO

78) N. Lovergine, P. Prete
“Vapour phase growth of quasi one-dimensional semiconductor nanocrystals”

Aprile 2006

111 International Conterence on Particle and Fundamental Physics in Space, Beijing. China, 19 - 21 Aprile 2006

1 contributo poster:

79) M.Traversa, P.Paiano, F.Marzo, P.Prete, L Tapfer, N.Lovergine, and A.M. Mancini
“Development of an epitaxial contact technology for novel X- and Gamma-ray detectors based on Cadmium
Teliuride p-i-n diodes™

Maggio 2006

137¢ International Conference on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy (ICMOVPE-XIII), Miyazaki, Japan, 22 - 26 May
2006.
1 contributo orale:
80) M. Traversa. P. Paiano L. Tapfer, F. Marzo, P. Prete, N. Lovergine, and A.M. Mancini
“MOVPE growth and characterisation of CdTe layers on detector-grade(111)B-CdTe crystals™

1 contributo poster:
81) P. Paiano, P. Prete, N. Lovergine, AM. Mancini, E. Speiser, and W. Richter M.
“Au-catalyst assisted MOVPE of GaAs nanowires using tertiarvbuthylarsine as V-group precursor”

International Conference on Electronic Materials & European Material Research Society Spring Meeting (E-MRS)
2006, Nice. France. 29 May — 2 June 2006
Symposium K: "ZnO and related Materials":
| contributo orale:
82) A.Quarta, A Tersigni, P. Prete, N. Lovergine
“In-situ mass spectrometry analysis and monitoring of vapour phase during carbo-thermal CVD growth of
Zno".

Symposium E: " Science and Technology of Nanotubes and Nanowires™:
1 contributo poster:
83) P.Paiano. P.Prete, N. Lovergine, A. M. Mancini
“Au-catalysed growth of GaAs and AlGaAs nanowires by liquid source metalorganic vapour phase epitaxy ”

Settembre 2006

5™ International Romanian Conference of Advanced Materials, Bucharest, 1 1-14" September 2006
84) K. Mizuno, H. Okamoto, P. Prete, N. Lovergine
Characterization of ZnTe homo-epitaxial layers by means of synchrotron X-ray topography

56



Novembre 2006

2006 MRS Fall Meeting

Hynes Convention Center & Sheraton Boston Hotel Boston, MA, USA, Nov 27 - Dec 1, 2006

Symposium M: Quantum Dots -- Growth, Behavior, and Applications

1 contributo poster {M17.26) accellato:

85) E. Piscopiello, L.Tapfer, M. Vittori Antisari, P. Prete, N. Lovergine

" Microscopical Study of Growth Mechanisms nvolved in the Formation of Au Nanoislands on 5i Substrates”

Marzo 2007

“American Physical Society (APS) March Meeting 2007, Denver (USA), 5-9 Marzo 2007
1 contributo orale:

86) E. Speiser, W. Richter, P. Paiano, P. Prete, N. Lovergine

“Optical phonon modes in GaAs nanowires”

Giugno 2007

12 European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy and Related Growth Techniques, 3-6 June 2007
Bratislava, Slovacchia

I contributo poster:

87) P.Paianc, P. Prete, F. Marzo, N. Lovergine, A. M, Mancini

“Au-catalysed MOVPE growth of GaAs/AlGaAs core-shell nanowires using TBA

3% Workshop Plasma Production by Laser Ablation (PPLA-07), 14-16 giugno 2007, Scilla (RC), Italy
1 contributo poster accettato:

88) A, Lorusso, N. Lovergine, V. Nassisi, P, Prete, M. Traversa and L. Velardi

“Generation of Si monocrystals by ion implantation utilizing a LIS device”

2" TEEE International Workshop on advances in sensors and interfaces (IWASD), Villa Romanazzi Carducci, 26—27
June 2007, Bari, haly

| contributo orale:

89) M. Traversa, P. Prete, 1. Farella, P.Patano, F. Marzo, A. Cola, N. Lovergine and A. M. Mancini

“A MOVPE Technology for Fabrication of CdTe-based Homoepitaxial p-i-n Diode Structures as Nuclear Radiation
Detectors”

Settembre 2007

3" Serbian Congress for microscopy”, Belgrado (Serbia). 25-28 Settembre 2007

I contributo poster:

90) E. Piscopiello, L. Tapfer, M. Vittori Antisari, P. Paiano, P. Prete, N. Lovergine
“Formation and structure of Au islands on Si substrates”™

Giugno 2008

1410 International Conference on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy (ICMOVPE-XIV), Metz, France, 31 May -6
June 2008.
! contributo orale:
91) P. Prete, P. Paiano L. Tapfer, F. Marzo, N. Lovergine,
“Photoluminescence of GaAs/AlGaAs core-shell nanowires grown by MOVPE using TBA”
1 contributo pester accettato:
92) M. Traversa, P. Prete, A. Cola, 1. Farella, P. Paiano, N. Lovergine and A.M. Mancini
“Pyrolytic MOVPE of CdTe:I on semi-insulating (111)B-CdTe crystals for fabrication of nuclear radiation detectors™

Luglio 2608

Second International Conference on Nanostructures SElf-Assembly (Nano SEA 2008), Villa Mondragone, University
of Rome Tor Vergata, Monteporzio Catone, Rome, Italy, 7 - 10 July 2008,

2 contributi orale accettato:

93) N.Lovergine, P. Paiano, P. Prete, E. Speiser, W. Richter, L. Lazzarini, G.C. Salviati, G. Armigliato

"MOVPE self-assembly and structural properties of AlGaAs nanowires”

94) E. Speiser, W. Richter, P. Prete, P. Paiano, N. Lovergine,

“Surface vibration on GaAs nanowires probed by Raman spectroscopy”

) &




Agosto 2008

EPS_CMD 22. The 22" General Conference on the Condensed matter division of the European Physical Society, Roma
, Italy . 25-29 Agosto 2008

| contributo poester accettato:

95) E. Speiser. W. Richter, P. Prete, P. Paiano, N. Lovergine,

“Surface changes modes on GaAs nanowires probed by Raman spectroscopy”

Settembre 2008

" st European School on Ellipsometry™ NanoCharM Summer School, Ostuni (BR), Italy, 21-26 settembre 2008.
96) P. Prete, P. Paiano, F. Marzo, N. Lovergine, E. Speiser, B. Buick, W. Richter
“MOVPE self-assembly and physical properties of -V compounds nanowires and related quasi-1d nanostructures™

Giugno 2009

13™ European Workshop on Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy. 7-10 June 2009 Ulm, Germany

2 contributi poster accettati:

97) A.i9: P. Paiano, P. Prete. E. Speiser, B. Buick, N. Lovergine, and W. Richter

“On the growth rates. shape and composition of AlGaAs nanowires by Aucatalyzed

MOVPE™

98) B.19:P.Prete, N. Lovergine. I. Miccoli. J. Burger, G. Salviati, and L. Lazzarini

“Photoluminescence properties of GaAs-AlGaAs core-shell nanowires and their dependence on MOVPE growth
conditions”

Agosto 2009

99) D. Wolf. A. Lubk, A. Lenk, H. Lichte, G. Pozzi, P. Prete, N. Lovergine

Quantitative 3D characterization of semiconductor nanostructures using electron-holographic tomography
Microscopy Conference 2009, Graz (Austria), 30 Aug — 4 Sept. 2009.

{Contributo ORALE)

Settembre 2009

“Optics of Surfaces and Interfaces VII”, Ischia (Iralia), 7-11 Settembre 2009

2 contributi orali:

1090) B. Buick. P. Paiano, P. Prete, E. Speiser, N. Lovergine, W. Richter,
Single Al.Ga;. As Nanowires Probed by Raman Spectroscopy

101) E.Speiser. W. Richter, P, Prete, P. Paiano, N. Lovergine,

Surface vibrations on semiconductor nanowires probed by Raman spectroscopy

Novembre 2009

2009 MRS Fall Meeting

November 30 - December 4

John B. Hynes Convention Center | Sheraton Boston Hotel, Boston, MA, USA

Symposium M: Multifunction at the Nanoscale through Nanowires

2 contributi poster:

102) M!1.36: P. Prete, N. Lovergine, I. Miccoli, J. S. Burger, G. Salviati, L. Lazzarini and T. Sekiguchi, On the
Luminescence of VLS-grown GaAs-AlGaAs Core-shell Nanowires and its Dependence on MOVPE Growth
Conditions

103) M11.55: E. M. Gallo, G. Chen, I. S. Burger, 1. Miccoli, M. 8. Coster, S. H. Johnson, C. Johnson, A. Cola, P.
Prete. N. Lovergine and J. E. Spanier, Carrier Transport in MOVPE-Grown GaAs and Core-Shell GaAs/AlGaAs
Nanowires

Marzo 2010

DPG Spring Meeting 2010, Regensburg (Germania), 21-26 Marzo 2010

1 contrubuto orale:

104) B. Buick. E. Speiser, P. Prete, P. Paiano, N. Lovergine, W. Richter, Single as-grown Al Ga;. As Nanowires
Probed by Raman Spectroscopy
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Maggio 2010

15th International Conference onMetal Organic Vapor Phase Epitaxy, May 23-28, 2010 Hyatt Regency, Lake Tahoe

2 contributi poster:

105) P1.27: P. Prete, [. Miceoli, F. Marzo, N. Lovergine, G. Salviati, L. Lazzarini, On the Luminescence of Au-
Catalyst Grown GaAs-AlGaAs Core-Shell Nanowires and Its Dependence on MOVPE Conditions

106) P1.28: I. Miccoli, N. Lovergine, P. Prete, Au-Catalyzed MOVPE Growth of Vertically-Aligned GaAs Nanowires
on GaAsA111)Si Hetero-Substrates

Giugno 2010

The 4™ International Conference on Sensing Technology (ICST), University of Salento, Lecce 3-5 June 2010

I contributo orale:

107) P. Prete, F. Marzo, I. Miccoli, P, Paiano, N. Lovergine, Au-assisted MOVPE self-assembly and properties of
GaAs, AlGaAs, and GaAs-AlGaAs core-shell nanowires

The 5" Forum on New Materials, Montecatini Terme, Italy, June 13-18, 2010

2 contributi orali:

108) FJ-1:1.04: P. Prete, N. Lovergine, Catalyst-assisted MOVPE Self-assembly and Properties of Free-standing [I-V
Nanowires

109} FG-3:L19: P. Prete I. Miccoli, F. Marzo, N. Lovergine, GaAs-based Nanowire Arrays Grown by MOVPE on
(111)Si Substrates for PV Applications

3" International Conference on NANO-structures Self-Assembly “Nano SEA 2010, Congress Center of Cassis, French

Riviera (Francia), 28 Giugno - 2 Luglio 2010

I contributo orale:

110) B. Buick, E. Speiser, P. Prete, P. Paiano, N. Lovergine, W. Richter, “Probing single AlGaAs Core-Shell
Nanowires by Raman Spectroscopy”

Settembre 2010

Internationa! Conference on Ordered |-D Nannostructures for Photovoltaics, 12-15 September 2010, Hotel Bluebay

Galatzé, Mallorca, Spain

2 contributi orali

111} P. Prete 1. Miccoli, F. Marzo, N. Lovergine, G. Salviati, L. Lazzarini, B. Buick, W. Richter, Optical properties of
GaAs-AlGaAs core-shell nanowires grown by Au-assisted MOVPE for photovoltaic applications

112) A. Cola, A. Persano, A. Taurino, M. Catalano, P. Prete, N. Lovergine, 1. Miccoli, J. Spanier, B. Nabet, Z. Gu,
Photocurrent properties of core/shell GaAs/AlGaAs nanowires

I contributo poster

113) P. Prete . Miccoli, F. Marzo, N. Lovergine, GaAs nanowire arrays grown by MOVPE on ([11)Si substrates for
PV applications

X International Conference on “Nanostructured Materials” (NANO-2010), Roma, 13-17 September 2010
L. Miccoli, P, Prete, F. Marzo, and N. Lovergine
" I contributo orale

114) 1. Miccoli, P. Prete, F. Marzo, N. Lovergine, Understanding and controlling the MOVPE growth and optical
properties of GaAs-AlGaAs core-shell nanowires

I contributo poster

115) B. Buick, E. Speiser, P. Prete, I. Miccoli, P. Paiano, N. Lovergine, and W. Richter, Single IH-V nanowires
probed by Raman spectroscopy: carrier concentrations, stoichiometry and polarization dependence

Ottobre 2010

Frontiers in Optics 2010/Laser Science XXVI, Rochester, New York (USA), 24-28 October 2010

I contributo poster

116) Z. Gu, B. Nabet, P. Prete, F. Marzo, 1. Miccoli, and N. Lovergine, Raman spectroscopy: carrier concentrations,
stoichiometry and polarization dependence

Novembre 2010

5" Nanowire Growth Workshop (NWG 2010), Roma, 4-5 November 2010

! contributo orale

117) P. Prete, I. Miccoli, F. Marzo, N. Lovergine, G. Salviati, L. Lazzarini, B. Buick, W. Richter, Oprical properties
of MOVPE-grown GaAs-AlGaAs core-shell nanowires and their dependence on growth conditions

[ contributo poster .

118) P. Prete, 1. Miccoli, F. Marzo, N, Lovergine, L. Tapfer, Au-catalyvzed MOVPE growth of vertically-aligned GaAs

KR
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nanowires on GaAs/A111)5i Netero-substrates

Aprile 2011

2011 MRS Spring Meeting, April 25-29, Moscone West and San Francisco Marrioti, San Francisco, CA, USA

Symposium EE: Semiconducter Nanowires---From Fundamentals to Applications

4 contributi poster accettati:

119 EE6.1: D. Altamura, .Miccoli. P. Prete, N. Lovergine and L. Tapfer, “Microstructural Characterization of
GaAs-AlxGal-xAs Core-shell Nanowires Grown by Au-catalyst Assisted MOVPE”

120) EE6.2: P. Prete, B. Buick. P. Paiano, E. Speiser, D. Geiger, D. Wolf, N. Lovergine and W. Richter, “Inner
Composition. Defects and Morphology of AlGaAs Nanowires Grown by Au-catalyzed MOVPE™

121) EE6.9: O. D. Leaffer, T. Livneh. P. Prete. N. Lovergine and J. E. Spanier, “Evidence for Shell-mediated Exciton-
phonon Interactions in Semiconductor Nanowires”

122) EE6.16: G. Chen, E. M. Gallo, P. Prete, N. Lovergine and J. E. Spanier, “Negative Differential Resistance in
Photocurrent in Core-shell Semiconductor Nanowires”

Novembre 2011

2011 MRS Fall Meeting & Exhibit, November 28 - December 2, 231 1, Hynes Convention Center, Boston, MA, USA

Symposium BB: Functional Nanowires and Nanotubes

} contributo orale:

123) BB16.2: G. Chen, E. M. Gallo, P. Prete. N. Lovergine and J. E. Spanier, “Tunable Wavelength-Selective Non-
Linear Photodetection Device Element within a Single Core-Shell Nanowire”

http://www.mrs.org/f11 -program-bb/

Gennaio 2012
Photonic West 2012, SPIE Conference, San Francisco, CA, USA, 22-26 January 2012

RELAZIONE ORALE su INVITO

124)  N.Lovergine, P. Prete
“HI-V nanowires by self-assembly MOVPE technology for novel and efficient opto-electronic and photovoltaic devices”

Settembre 2012
Workshop “Nanowires 20127, Berlin, Germany, 18-21 September 2012

RELAZIONE ORALE su INVITO

125) P.Prete, N. Lovergine
“Au-catalvzed MOVPE of GaAs-based nanowires for photonic and photovoltaic applications: materials assessment and
process scale-up”™

Ottobre 2012
NFA Conference, High Tatras. Slovakia, 03-06 Qctober 2012

RELAZIONE ORALE su INVITO

126) P.Prete N. Lovergine
“Advances in 1-dimensional semiconductor Ranosiructures: from self-assembly to functional nanodevices”
http://nfa201 2.science.upjs.sk/index.php/invited-speakers

Marzo 2013

American Physical Society (APS) March Meeting 2013, March 18-22, 2013 Baltimore, Maryland, USA
127)  Y6.00003: G. Chen. G. Sun, Y. Ding, I. Miccoli, N. Lovergine, P. Prete,and J. Spanier

“Probing Interface Band Edge Discontinuity in Single Core-shell Nanowire by Photocurrent Spectroscopy”

Giugno 2013
Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG 2013), 10-13 June, Waestin Resort Cancun, Cancun, Mexico

RELAZIONE ORALE su INVITO

128) P. Prete. N. Lovergine
“MOVPE self-assembly of -V nanowires: advances in growth control and device fabrication”
hnp://www.emn3cg.org/invited-speakers!

Settembre 2013
5th International Conference on one-dimensional nanomaterials (ICON) 2013, Annency France, September 23rd-26th
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1 contributo orale:
129) B. Nabet, P, Prete, N. Lovergine
“Electrooptically sampled time response of GaAs/AlGaAs core-shell nranowires”

SemiconNano 2013, Lake Arrowhead, California, USA, September 29th - October 4th, 2013
RELAZIONE ORALE su INVITO

130) N, Lovergine, P. Prete

"GaAs-AlGaAs core-shell nanowires: unfolding their nano-scale structure and the role of hetero-interface on optical
and functional properties"”
https://www.physik.tu-berlin.de/SemiconNano2013/

Ottobre 2013

Frontiers in Optics, Orlando FL, USA, 6-10 October 2013

2 contributi orali:

131) FTh 3C.1: Zhihuan Wang, Marc Currie, Pouya Dianat, Gjergji Konica, Paola Prete, Nico Lovergine, Bahram
Nabet, “On Dimensional Dependence aof Interaction of Light and Nano Structures”

132) FTh 4D.2: Anna Persano, Bahram Nabet, Antonietia Taurino, Paola Prete, Nico Lovergine, Adriano Cola,
“Photoconduction Properties of Single GaAs/AlGaAs Core-Shell Nanowires

Energy Materials Nanotechnology (EMN) Open Access Week Conference, Oct. 21st to 27th 2013, Chengdu, China
http://www.emn3cg.org/invited-speakers/

RELAZIONE ORALE su INVITQ

133)  P.Prete, N. Lovergine
“III-V core-shell Nanowires for Optoelectronic Devices”
http:/fwww.emnopen.org/201 3/optoelectronic-materials-and-devices/

Aprile 2014

2014 MRS Spring Meeting, April 21-25, Moscone West and San Francisco Marriott, San Francisco, CA, USA

Symposium UU: Semiconductors nanowires — Synthesis, Properties and Applications

2 contributi orali accettati:

134) UU5.02: G. Chen, T. McGuckin, G. Sun, E. Gallo, L. Miccoli, Y. Ding, P. Kung, P. Prete, N, Lovergine and J. E.
Spanier, “Carrier Transport in a Core-Shell Nanowire: Direct Probing, Interfuce Phenomena, and Non-Linear
Optoelectronic Devices”

135) UUI1.08: M. Re, F. Di Benedetto, E. Pesce, 1. Miccoli, P. Prete, N. Lovergine and L. Tapfer, “Morphology and
Microstructue of Core-Shell GaAs/GaxAll-xAs Nanowires Investigated by He-lon Microscopy and X-Ray
Reciprocal Space Mapping”

August 2014
SPIE Optics + Photonics 2014, Nanoepitaxy: Materials and Devices VI, Conference 9174, San Diego, CA, USA, 19-2]
August 2014

RELAZIONE ORALE su INVITO

136) P.Prete, N. Lovergine,

“GaAs-AlGaAs core-shell nanowire arrays: correlating MOVPE growth and luminescence properties”
{Invited Paper) Paper 9174-24

http://spie.org/OPN/conferencedetai]s/nanoepitaxy '

8th Nanowires Growth Workshop in conjuction with Nanowire Workshop 2014, Eindhoven, The Netherland, 25-29

August 2014

I contributo poster accettato:

137} Ilio Miccoli, Frederik Edler, Nico Lovergine, Paola Prete, Christoph Tegenkamp, Herbert Ptniir “Electrical
mapping of free-standing GaAs nanowires through multi-probe scanning tunnelling microscopy™

September 2014
Energy Materials Nanotechnology (EMN) Open Access Week Conference, Sep. 22nd to 25th 2014, Chengdu, China
http://www.emnopen.org/2014/invited-speakers/

RELAZIONE ORALE su INVITO
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138) P.Prete, N. Lovergine
“ Advances in HI-V core-shell nanowire arrays for photovoltaics and photonics”
http:l!www.emnopen.orngO14lgenerall

October 2014

IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference (9™ [EEE-NMDC), Aci Castello (CT), Ttaly, 12-15

| contributo orale accettato:

Topical Section: Advanced characterization of nanomaterials and nanostructures -Monday 13 ore 17:30

139) Mario Scuderi, Paola Prete, Ilio Miccoli. Nicola Lovergine, Corrado Spinella and Giuseppe Nicotra “Structural
characterization of GaAs-based nanowires through transmission electron microscopy”

Contributi a Conferenze Nazionali

Gennaio 1994
Convegno Annuale del Settore Semiconduttori (GNSM), Pisa.
2 contributi accettati:
140) P. Prete. R. Cingolani and R. Rinaldi
“Effects of thermal strain on the excitonic siates in GaAs/Al Ga; As Multiple Quantum Wells and GaAs/AlAs short

period superlattices”, e

141) L.. Caicagnile, R. Rinaidi, P. Prete, R. Cingolani, P. Sciacovelli, L. Tapfer. L. Vanzetti, Guido Mula, F.
Bassani. L. Sorba, A. Franciosi

"Recombination mechanisms and laser action in optically pumped ZnCdSe/ZnSe quantum well structures”.

Settembre 1994

LXXX Convegno annuale della Societa” Italiana di Fisica, Lecce.

1 contributo accettato:
142) P. Prete, D. Greco, R. Cingolani, L. Vanzetti, L. Sorba, and A. Franciosi
"Assorbimento ottico di eterostrutture a poZzi quantici multipli di Zn;_Cd,Se/ZnSe

"

Novembre 1994

Convegno Annuale del Settore Semiconduttori (GNSM), Abano (PD}.

2 contributi accettati:
143) P. Prete, L. Calcagnile, D. Greco, P. V. Giugno, R. Rinaldi, R. Cingolani, L. Vanzetti, L. Sorba, A. Franciosi
“Interplay of exciton non-linearities and free-carrier recombination in Zn ;..Cd Se/ZnSe

quantum well laser structures”, e

144) D. Greco, P. Prete, P. V. Giugno, R. Rinaldi, M. Lomascolo, M. Di Dio, A. Franciosi, L. Sorba, and L.
Vanzetti

“Linear excitonic properties in Zn;_Cd Se/ZnSe multiple quantum wells”,

Marzo 1995
“Italian Crystal Growth", Convegno Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia, Brindisi.
1 contributo accettato:
145) P. Prete. R. Cingolani, M. Lomascolo, T. Peluso, I.. Vanzetti, L. Sorba, and A. Franciosi
"Comparison between optical and structural properties of ZnSe/GaAs(001) heterostructures grown by MBE under
different beam pressure ratios”.

Maggio 1995
Congresso Nazionale dell’ INFM. Napoli.
2 contributi accettati:
146) P. Prete, R. Cingolani. M. Lomascolo, M. DiDio, T. Peluso, L. Tapfer, L. Vanzetti, L. Sorba, and A. Franciosi
“Comparison between optical and structural properties of ZnSe/GaAs(001)
heterostructires grown with different beam pressure ratio of a control interface layer”.
147) L. Calcagnile, R. Rinaldi, P, Prete, D. Greco, R. Cingolani, L. Vanzetti, L. Sorba, and A. Franciosi
“Many body effects in absorption spectra of modulation-doped Zn; Cd Se/ZnSe multiple  gquantum wells

striuctures”.

Gennaio 1996
Congresso Nazionale dell TNFM, Lecce.
| contributo accettato.
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148) P. Prete, N. Lovergine, S. Oktik, M. Longo. R. Cingolani, A. M. Mancini and L. Vasanelij.
"MOVPE growth and optical characterisation of ZnS, ZnSe and ZnS/ZnSe Multiple Quantum Weills".

Gennaio 1997
Convegno Annuale INFM-GNSM Sezioni Semiconduttori - ISolanti (SEIS-97), Trento Sala Conferenze ITC-IRST -
Povo, (TN) - Italy
2 contributi accettati:
149) P. Prete, M. U. Ahmed, S.J. C. Irvine
“Systematic studies using different Se precursors of MOVPE-grown ZnSe heterostructures for blue light
emitting diodes”.
150) N. Lovergine, C. Gerardi, P, Prete, M. Longo, E, Milella, R, Cingolani, A. M. Mangcini and L. Vasanelli
“Investigation of the atkyl transport rate effects on the MOVPE growth and background halogen content of
Zn3 epilayers".

Giugno 1998
Convegno Annuale INFM, Centro congressi, Rimini - Italy
3 contributi accettati:
I51) N, Lovergine, P. Prete, A. Cola, M. Mazzer, A.M. Mancini
“Hydrogen transport vapour phase epitaxy of CdTe on h ybrid substrates for X-ray detecror applications”
152) N, Lovergine, P, Prete, G. Mele, G. Vasapollo, A.M. Mancini
“Low temperature MOVPE growth of Zn§ using diethyldisulphide as sulphur precursor”
153) R. Mucciato, N. Lovergine, P, Prete, A.M. Mancini
“Fluidodyramic simulations of a high performance CVD champer”.

Settembre 1998
XXVHI Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana dj Cristallografia (A.L.C.), Rimini, Italy.
I contributo orale accettato:
154) P. Prete, N. Lovergine, G. Mele, G. Vasapollo, A.M. Mancini
“Low temperature MOVPE growrh of ZnS using diethyldisulphide as sulphur precursor ”
2 contributi poster accettati:
155) N. Lovergine, P. Prete, A. Cola, M. Mazzer, A.M. Mancini
“Hydrogen transport vapour phase epitaxy of CdTe on hybrid substrates Jor X-ray detector applications”™,
156} R. Mucciato, N, Lovergine, P, Prete, A M. Mancini
“Fluidodynamic simulations of a high performance CVD chamber”.

Marzo 1999
Convegno sul tema “Interfacce e fasi: aspetti dinamici”, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma via della Lungara, 10,
26-27 Marzo 1999

Giugno 1999 ,
Convegno Annuale INFM, Centro Le Ciminiere - Catania - Italy 3
2 contributi accettati: :
157) A M. Mancini, N, Lovergine, P. Prete, and 1. Tapfer,
“Structural characterisation of hydrogen transport vapour phase epitaxy grown CdTe layers on Iybrid
substrates for X-ray detector applications”
158) P, Prete, N. Lovergine, S. Petroni, A.M. Mancini, L. Tapfer, L. M. Smith, and §.A. Rushworth
“Low temperature MOVPE growth of ZnSe, ZnS and ZnSSe for optoelectronics by a novel class of Vi-group alkyi
precursor

Settembre 1999
XXIX Congresso Nazionale dell’ Associazione italiana di Cristallografia (A.1.C)), Napoli, Italy.
1 contributo orale accettato:
159} P, Prete, N. Lovergine, L. Tapfer, A.M. Mancini
“Study of MOVPE growth and crystalline structure of MgSe and ZnMgSe epilavers on (100)GaAs”
2 contributi poster accettati-
160) N. Lovergine, P. Prete, A, Cola, M. Mazzer, A M. Mancini
“Hydrogen transport vapour phase epitaxy of CdTe on hybrid substrates for X -ray detector applications”
161) P. Prete, N. Lovergine, 8. Petroni, G. Mele, A.M, Mancini, and G. Vasapollo
“Functional validation of novel Se and § alky! precursors for the low temperature pyrolytic MOVPE growth of

ZnSe, ZnS and ZnSSe "
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Settembre 2000
XXX Congresso Nazionale dell’ Associazione italiana di Cristallografia (A.LC.), Martina Franca, Italy.

3 contributi poster accettati:
162) P. Prete, N. Lovergine. M. Negro, L. Tapfer, M. Berti, S.K. Sinha, A.M. Mancini
“I ow Pressure MOVPE Growth and Structural Properties of ZnMgSe Epilayers on {1 00)GaAs™.
163) P. Prete. M. Negro, N. Lovergine, L. Tapfer, AM. Mancini
“Structural properties of MOVPE-grown ZnSe/ZnMgSe multiple quantur wells on (100)GaAs™.
164) N. Lovergine, AM. Mancini, A. Balsamo, M. Traversa, P.Prete. A. Cola, F. Quaranta, L. Tapfer

“VPE growth of CdTe epilayers for RT X-ray detectors”.
| contributo orale (a seguito dell’assegnazione Premio AIC 2000}

P. Prete
165) “Recent developments in the MOVPE growth of ZnSe-based compounds and heterostructures”.

Ottobre 2000
LXXXVI Congresso Nazionale della Societa Italiana di Fisica (S.L.F.), Palermo, Italy.
1 contributo orale accettato:
166) E. Caroli, G. Bertuccio. A. Cola, W. Dusi. D. Grassi, N. Lovergine, A.M. Mancini, E. Perillo, P. Prete, F.
Quaranta, M. Sampietro 1. B. Stephen
“Un piano di CdTe epitassiale per telescopi a concentratori di raggi X duri”.

Settembre 2001
XXXI Congresso Nazionale dell” Associazione Italiana di Cristallografia (A.LC.), Parma, Ttaly.
2 contributi poster accettati:

167) P. Prete, N. Lovergine, M. Traversa, A.M. Mancini, L.M. Smith and S.A. Rushworth
“Low Temperature MOVPE-Growth of Zn(S.5e) Epilayers by R»S: and RSe>(R=methyl, ethyl) precursors’.
168) P. Prete. N. Lovergine, L. Tapfer, A.M. Mancini

“ MOVPE-growth and structural properties of ZnSe/ZnMgSe multiple quantun wells”,

Giugno 2002
INEM meeting-National conference on Physics of Matier, Bari,ltalia. 24-28 Giugno 2002
i contributo orale:
169) N. Lovergine, M. Traversa, P. Prete, K. Yoshino, M. Ozeki., A. M. Mancini
“MOVPE Growth and Characterization of ZnTe Epilayers on high guality (100) ZnTe: P Substrates”
e | contributo poster:
170) P.Prete, N. Lovergine, M. Traversa, AM. Mancini
“In-Situ Mass Spectrometry Study of Dimethylselenide Dissociation during Pyrolitic MOVPE growth of Low H-
Content ZnSe”

Settembre 2002
KX XI1 Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia (A.LC.), Bressanone, Italy.
| contributo orale accettato:

171} N. Lovergine, M. Traversa, P. Prete, K. Yoshino, M. Ozeki, and A.M. Mancini

“MOQVPE growth and characterisation of ZnTe epilayers on (100)ZnTe: P substrates”
1 contributo poster accettato:

172) P. Prete, N. Lovergine, T. Di Luccio, L. Tapfer, and AM, Mancini

“Structural characterisation of ZnSe/ZnMgSe MQOWs grown on ( 100)GaAs by low pressure MOVPE”

Luglio 2003
XX XIH Congresso Nazionale dell’ Associazione Itatiana di Cristallografia (A1C.), Trieste, Italy.
} contributo poster accettato:
173) M. Traversa, N. Lovergine, P, Prete. K. Yoshino, M. Ozeki, T. Di Luccio, M. Pentimatli, A. Cappelio, L.
Tapfer, AM. Mancini,
“Investigation of ZnTe homoepitaxial lavers grown by Meralorganic Vapor Phase Epitaxy on VGF-grown
(100)ZnTe: P wafers”

Maggio 2004

Infmeeting 2004 Convegno Nazionale per la ricerca Interdisciplinare in Fisica della Materia (CNR-INFM), Genova,
Magazzini del Cotone, 8- 10 Giugno 2004
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2 contributi poster accettati:

174) F. Marzo, N. Lovergine, P. Prete and A M. Mancini,

“Development of a CdTe/CZT Epitaxial Technology for Fabrication of Large Area RT 1-100 keV X-ray Photon
; Detectors”
1 175) A. Cola, F. Quaranta, [. Farella, A. Taurino, P. Prete, De Guido, G. Melone, N. Lovergine, A.M. Mancini, L.
: Vasanelli and M. Catalano
“Development of X-ray Semiconductor Detectors at Lecce”

Settembre 2004
XXXIV Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia (A.L.C.), Roma, Italy,
4 contributi poster accettati:
176) P. Paiano, P. Prete, N. Lovergine, A.M. Mancini,

; “Gallium diffusion effect on the morphological and electrical properties of MOVPE-grown ZnTe epilayers”
;1 177) M. Traversa, N. Lovergine, P. Prete, L. Tapfer, A M. Mancini,
3 “The homoepitaxy of ZnTe on (100)-oriented substrates: technology issues and MOVPE growth aspects”
178) F. Marzo, N. Lovergine, P. Prete and A.M. Mancini,

“CdTe/CZT Epitaxial Technology for Large Area RT 1-100 keV X-ray Photon Detectors”
179) P. Prete, N. Lovergine, A. Quarta, T. Nocco, L. Tapfer

“ Self assembly of ZnO nanorods on (100)Si by the VLS method”

Settembre 2006
XXXV Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia (A.L.C.), 18-21 Settembre 2006, Ferrara, Italy.
Microsimposio MS2: Crystal growth and nano-sciences

RELAZIONE ORALE su INVITO (KEYNOTE LECTURE: MS2-KL1)

180) P. Prete,
“Growth, properties and applications of self-assembled semiconductors nanowires"

? 3 contributi poster accettati:
181) P. Paiano, P. Prete, E. Speiser, N. Lovergine, W. Richter, L. Tapfer, A.M. Mancini,
“Au-catalysed MOVPE growth of GaAs nanowires: structure, morphology and phonon properties”
: 182) M. Traversa, P. Paiano, F. Marzo, P. Prete, L. Tapfer, N. Lovergine, A.M. Mancini,
3 “Growth and characterisation of CdTe films for p-i-n diode X-rav detectors”
g 183) E. Piscopielio, L. Tapfer, P. Paiano, P. Prete, N. Lovergine,
“Structural and morphological investigation of crystalline Au nanoparticles formed on $iO./Si substrates by
physical method”

k| Aprile 2007
XVII Congresso Nazionale sulla Scienza e Tecnologia del Vuoto, Firenze 2 - 4 aprile 2007
1 contributo poster accettato (P-8):
184) V. Nassisi, L. Velardi, G. De Pascali, G. Congedo, M. Traversa, N. Lovergine, P, Prete, A. Raind
“Si implantation of SiO; films by a new ion implantation technigue”

Giugno 2007
XXXVI Congresso Nazionale di Chimica Fisica, 17-22 giugno 2007, Hotel Costa Brada, Gallipoli (LE), Italy
| contributo orale accettato; _
185} A. Lorusso, L. Velardi, M. Traversa, P. Prete, V. Nassisi, N. Lovergine
“Si nanocrystals obtained in SiQ» matrix by low energy ion implantation”

| Ottobre 2008

: I Workshop su “Plasmi Biofisica e Applicazioni”, 9 ottobre 2008, Universita del Salento, Lecce

; | contributo orale accettato:

186) P. Prete, M. Traversa, A. Cola, L. Farella, P. Paiano, F. Marzo, N. Lovergine, A.M. Mancini,
"An epitaxial contact technology for novel X- and gamma-ray detectors based on CdTe crystals”

} Settembre 2009
; XXXVIII Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia (A.1.C.), 20-23 Settembre 2006, Salerno,
§ Italy.

Microsimposio MS3: Crystal growth: a bridge across many disciplines
I contributo orale:
187) OR1: P. Prete, P. Paiano E. Speiser, B. Buick, N. Lovergine, and W. Richter, On the growth rates. shape and
composition of AlGaAs nanowires by Au-caralyzed MOVPE
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188) P. Prete. F. Marzo, 1. Miccoli, J. Burger, G. Salviati, L. Lazzarini, and N. Lovergine, Au-catalysed MOVPE
growth and physical properties of GaAs-AlGaAs core-shell nanowires
189) N. Lovergine, P. Prete. P. Pajano, F. Marzo. I. Farella, A. Cola, A. M, Mancini
“Pyrolytic MOVPE of CdTe:l on semi-insulating (I11)B-CdTe crystals for fabrication of nuclear radiation
detectors™

Ottobre 2009
XCV Congresso Nazionale della Societa Itatiana di Fisica (SIF), Bari, 28 Settembre - 3 Ottobre, 2009, Bari, Italy
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190) P. Prete, N. Lovergine, I. Miccoli, F. Marzo, P. Paiano, I. Burger, G. Salviati, L. Lazzarini, and T. Sekiguchi
MOVPE self-assembly and luminescence properties of GaAs-AlGaAs core-shell nanowires

Nevembre 2010
Congresso Nazionale “Italian Crystal Growth 2010: Progress in functional materials”, IMEM-CNR, Parco Area delle
Scienze, 18-19 novembre 2010, Parma, Italy
1 contributo orale
191) OR-7: L. Miccoli, P. Prete, F. Marzo, L. Tapfer, N. Lovergine,
Au-catalysed self-assembly of GaAs nanowires on MOVPE-grown GaAs/Si hetero-substrates
3 contributi poster
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Different approach to the TEM sample preparation of semiconductor nanowires using dual-beam FIB
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Morphology and composition of AlGaAs nanowires grown by Au-catalyzed MOVPE
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Marzo 2011
Workshop Tematico CNR-IMM - Dispositivi Fotovoltaici, Area della Ricerca del CNR, 3 marzo 2011, Bologna
} contributo orale
195) P. Prete, 1. Miccoli. F. Marzo, and N. Lovergine,
Au-assisted MOVPE and properties of free-standing [H-V nanowires and related core-shell structures for high
efficiency photovoltaics

Settembre 2012
XLI Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Cristallografia (A.LC.), 11-14 Settembre 2012, Verona, Italy.
Microsimposio MS6: Morphological and dimensional control in crystal growth: theory and applications
1 contributo poster:
196) P42: 1. Miccoli, A. Pedio, F. Marzo, P. Prete and N. Lovergine,
MOVPE self-assembly of vertically-aligned GaAs-AlGaAs core-shell nanowires on GaAsA111)Si hetero-substrates

Novembre 2013
Congresso Nazionale “Italian Crystal Growth 2013: Progress in functional materials”, IMEM-CNR, Parco Area delle
Scienze, 14-15 novembre 2013, Parma, Italy
| contributo orale
197) 1. Miccoli, P. Prete, and N. Lovergine,
On the MOVPE of AIGaAs shell and its effect on the luminescence of GaAs-AlGaAs core-shell nanowires
1 contributo poster
198) L. Miccoli, R. Spampinato, P. Prete, and N. Lovergine,
Target properties and substrate treatment effects on ZnQO:Al grown by dc-magnetron sputtering
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-V nanowires forlll Generation Photovoltaics
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

LA SOTTOSCRITTA

Prete Paola,

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilita penale cui pud
andare incontro in caso di falsita in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000
¢ sotto la propria personale responsabiliti:
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che quanto riportato nel
“Curriculum Vitae e Curriculum dell’attivita Scientifica e Didattica della Dott.ssa Paola Prete”
comprendente le seguenti parti:
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5) fellowship, f6) Editoriali, f7) direzioni ... pag. 21-25
&) Prems pag. 26
fl0)Responsabilita Progetti pag. 26-29
f11) Partecipazione Progetti . pag. 30-37
f13) Supervisione Tesi . pag. 38-47
Conferenze Internazionali e Nazionali ... pag. 47-66

corrisponde 4 verita e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalita stabilite nel bando di concorso.
Lecce, 24/08/2014

la dichiarante
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